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(67) Resumo: SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIOS E
DISPOSITIVO E METODO DE COMUNICACAO SEM FIOS. Um
sistema de transmissdo sem fios inclui: uma unidade de comunicacéo
para transmisséo; e uma unidade de comunicagao para recepgéo. As
unidades de comunicagéo para transmissao e recepcao estdo alojadas
em um alojamento do mesmo aparelho eletrénico, ou a unidade de
comunicagdo para transmissdo estd alojada em um alojamento de
primeiro aparelho eletrénico e a unidade de comunicagdo para
recepgdo esta alojada em um alojamento de segundo aparelho
eletrénico e um caminho de transmisséao de sinal sem fios habilitando
transmissdo de informagdo sem fios entre as unidades de

comunicagao é formado entre as unidades de comunicagdo quando o
primeiro e o segundo aparelhos eletrénicos estao dispostos a
determinadas posigbes para serem integrados entre si. A unidade de
comunicagdo para transmisséo inclui uma primeira unidade geradora
de sinal de portadora e um primeiro conversor de frequéncia, e a
unidade de comunicacéo
de

para recepgéao inclui uma segunda unidade
geradora de sinal portadora, e um segundo conversor de

frequéncia.

Unidade Funcional
do Modulagdo

8326 830
o rda i s
Fo nda

8308

Oscilador Local
de Lado de.
B "

8304

Fixag3o de conformagao de forma

de onda
Fixagéo de modo de modulagdo

Fixagdo de
freqoéncia

de oscilagio

Sinal de onda de milimetro (sinal  §
modulado e sinal de portadora de referéncia)

Fixagao de caracteristicas de
ganho e freqiiéncia

Fixagao de fase
e amplitude




15

25

1

, g
“SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIOS E DISPOSITIVO E METODG / 9
~ . Y\ﬂg_# /.
DE COMUNICACAO SEM FIOS” 4 a2

v"}hy_

FUNDAMENTO DA INVENCAO

1. Campo da Invengido

A presente inven¢do relaciona-se a um sistema de transmissao
sem fios, um dispositivo de comunicagdo sem fios, e um método de
comunicagdo sem fios.

2. Descrigédo da Arte Relacionada

Por exemplo, sinalizacdo diferencial de baixa tensdo (LVDS) é
conhecida como uma técnica para realizar transmissio de sinal de alta
velocidade entre pedagos de aparelho eletrénico dispostos a uma distancia
comparativamente curta (por exemplo dentro de véarios centimetros a dez e
varios centimetros) e transmissdo de sinal de alta velocidade em aparelho
eletronico. Porém, junto com recentes aumentos adicionais no tamanho e
velocidade de transmissdo de dados de transmissdo, aumento no consumo de
energia, aumento na influéncia de distor¢do de sinal devido a reflexdo e assim
sucessivamente, aumento em radiacdo desnecessaria, etc., se tornam
problemas. Por exemplo, o desempenho do LVDS esta alcangando o limite no
caso de transmissdo de alta velocidade (tempo real) de por exemplo sinais de
video (incluindo sinais de gera¢do de imagem) e sinais de imagem de
computador em aparelho.

Seria possivel aumentar o nimero de linhas e colocar em
paralelo a transmissdo de sinal por esse meio para diminuir a velocidade de
transmissdo por uma linha de sinal a fim de tratar os problemas em aumentar
a velocidade de transmissdo de dados de transmissdo. Porém, esta
contramedida conduz a aumento no numero de terminais de entrada/saida.
Como resultado, aumento na complexidade da placa impressa e linhas de
cabo, aumento no tamanho de chip de semicondutor, e assim sucessivamente,

sdo requeridos. Além disso, porque dados de grande tamanho, alta velocidade,
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torna um problema. i L

Ambos os problemas no LVDS e na técnica de aumentar oV
numero de linhas sdo atribuidos a transmissdo de sinal pelas linhas elétricas.
Assim, como uma técnica para resolver os problemas atribuidos a transmissdo
de sinal pelas linhas elétricas, técnicas de transmitir sinais com substitui¢do
das linhas elétricas por transmissdo sem fios foram propostas (se refira a por
exemplo Patente Japonesa Aberta No. 2005-204221 (em seguida, Documento
de Patente 1), Patente Japonesa Aberta No. 2005-223411 (em seguida,
Documento de Patente 2), Patente Japonesa Aberta No. Hei 10-256478 (em
seguida, Documento de Patente 3), e Patente US No. 5754948 (em seguida,
Documento de Patente 4)).

Documentos de Patente 1 e 2 propdem que transmissdo de
sinal em um alojamento seja executada por transmissio sem fios e o sistema
de comunicagdo de banda ultra-larga (UWB) seja empregado. Documentos de
Patente 3 e 4 mostram que uma freqiiéncia de portadora na faixa de onda de
milimetro € usada.

SUMARIO DA INVENCAO

Porém, a freqiiéncia de portadora € baixa no sistema de
comunicagdo de UWB de Documentos de Patente 1 e 2. Assim, este sistema
ndo ¢ adequado para comunicagdo de alta velocidade por exemplo para
transmissdo de sinal de video. Além disso, este sistema tem problemas de
tamanho tal como um grande tamanho de antena. Além disso, a freqiiéncia
usada na transmissdo estd perto da freqiiéncia de processamento de outros
sinais de banda base. Portanto, este sistema também envolve um problema
que interferéncia ocorre prontamente entre o sinal sem fios e o sinal de banda
base. Além disso, quando a freqiiéncia de portadora € baixa, a transmissdo ¢
suscetivel a influéncia de ruido de sistema de excitagdo no aparelho e

contramedidas contra isso sio necessarias.
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assim configurado para incluir unidades de comunicagdo de lado @& .-

-
transmissdo e lado de recepgdo e este um pedago de aparelho eletrénico serves

como o proprio sistema de transmissio sem fios. O dispositivo de
comunicagdo sem fios € assim configurado para incluir uma unidade de
comunicagdo de lado de transmissfo ou lado de recepgdo. Por exemplo, o
dispositivo de comunicaggo sem fios € provido como um circuito integrado de
semicondutor e estd montado sobre uma placa de circuito em aparelho
eletrénico.

A unidade de comunicagdo para transmissio executa
conversdo de freqiiéncia de um sinal assunto de transmissdo por um sinal de
portadora de modulagdo para gerar um sinal modulado, e remete o sinal
modulado gerado para o caminho de transmissdo de sinal sem fios. A unidade
de comunicagdo para recep¢do gera um sinal de portadora de demodulagio
travado com o sinal de portadora de modulagdo usando um sinal recebido pelo
caminho de transmissio de sinal sem fios como um sinal de injegdo, e
demodula o sinal assunto de transmissdo executando conversio de freqiiéncia
do sinal modulado recebido pelo caminho de transmissdo de sinal sem fios
pelo sinal de portadora de demodulacéo.

Em sua esséncia, o caminho de transmissio de sinal sem fios é
construido entre a unidade de comunicagfo de lado de transmissio disposta
no alojamento de aparelho eletrénico e a unidade de comunicacdo de lado de
recep¢do disposta no alojamento de aparelho eletronico semelhantemente
(este aparelho eletrénico tanto pode ser igual ou diferente daquele no qual a
unidade de comunicagdo de lado de transmissdo esta disposta), e transmissdo
de sinal sem fios ¢ executada entre ambas as unidades de comunicacéo.

Nesta transmissdo de sinal sem fios, no mecanismo dos modos
da presente invengéo, o lado de recepgio usa o sinal recebido como o sinal de
injec8o para gerar o sinal de portadora de demodulacio travado com o sinal

de portadora de modulagdo, e demodula o sinal de transmissdo sujeito
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simples pode ser usado e a configuragdo de sistema como um todo tambémx 0.
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pode ser simplificada. o &=

Porque a estabilidade da freqiiéncia do sinal de portadora pode
ser relaxada, o todo do circuito de oscilador incluindo um circuito tanque (e
um conversor de freqiiéncia) pode ser formado no mesmo substrato de
semicondutor. Um circuito de oscilador de um chip (circuito integrado de
semicondutor) incluindo um circuito tanque embutido e um circuito de
comunicag¢do de um chip (circuito integrado de semicondutor) incluindo um
circuito tanque embutido sdo realizados.

DESCRICAO BREVE DOS DESENHOS

Figura 1A € um diagrama para explicar a interface de sinal de
um sistema de transmissdo sem fios em termos da configuragdo funcional;

Figuras 1B1 a 1B3 sdo diagramas para explicar multiplexacéo
de sinal no sistema de transmissio sem fios;

Figuras 2A e 2B sdo diagramas para explicar um exemplo
comparativo de uma unidade funcional de modulagdio e uma unidade
funcional de demodulagdo em uma sistema de processamento de
comunicagio;

Figuras 3A a 3D sdo diagramas para explicar um exemplo de
configuragdo bésica de uma wunidade funcional de modulacdio de
concretizagdes da presente invengdo e o circuito periférico disso;

Figuras 4A1 a 4A4 sdo diagramas para explicar um exemplo
de configuragdo basica de um unidade funcional de demodulacio das
concretizagdes e o circuito periférico disso;

Figura 4B é um diagrama para explicar a relagdo de fase de
travamento de inje¢do;

Figuras 5A1 a 5A5 sdo diagramas para explicar a base de
processamento de demodulagdo quando um sinal de portadora e um sinal de

portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e a mesma fase;
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Figuras 5B1 a 5B4 sdo diagramas para explicar a base dF ve- .

processamento de demodulagdo quando o sinal de portadora e o sinal de *?% _
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portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e fases em uma relagdo de
quadratura;

Figuras 5C1 a 5C3 sdo diagramas para explicar a base da
configuragio de circuito do processamento de demodulagdo quando o sinal de
portadora e o sinal de portadora de referéncia tém a mesma freqii€ncia e fases
em uma relagdo de quadratura;

A figura 6A1 é um primeiro diagrama para explicar um
exemplo especifico do processamento de demodulagdo quando o sinal de
portadora e o sinal de portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e fases
em uma relagdo de quadratura;

A figuras 6B1 é 6B2 sdo segundos diagramas para explicar o
exemplo especifico do processamento de demodulagdo quando o sinal de
portadora e o sinal de portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e fases
em uma relagdo de quadratura;

Figuras 6C1 a 6C3 sdo terceiros diagramas para explicar o
exemplo especifico do processamento de demodulagdo quando o sinal de
portadora e o sinal de portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e fases
em uma relagdo de quadratura;

Figuras 6D1 e 6D2 sdo quartos diagramas para explicar o
exemplo especifico do processamento de demodulagdo quando o sinal de
portadora e o sinal de portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e fases
em uma relagdo de quadratura;

Figura 7A é um diagrama para explicar um exemplo de
configuragdo de um lado de transmissor empregando um sistema de
travamento de inje¢do de acordo com uma primeira concretizacdo da presente
invengdo (primeiro exemplo);

Figura 7B é um diagrama para explicar um exemplo de
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3. Modulacdo e Demodulagdo: Base (Uso de Sistema deg o
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Travamento de Injecdo) ‘s o~
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4. Relacgdo entre Fase de Sinal de Portadora de Referéncia e
Processamento de Demodulagdo

5. Sistema de Travamento de Inje¢do: Primeira Concretizagéo

6. Sistema de Travamento de Inje¢do: Segunda Concretizagdo

7. Exemplo de configuragdo de Circuito de Oscilador

8. Relacdo entre Transmissio de Multicanal e Travamento de
Injecdo

9. Estrutura de Caminho de Transmissdo (para Transmissdo
em Alojamento e entre Pedagos de Aparelho Montados/Carregados)

10. Configurag¢do de Sistema: Primeiro Exemplo de Aplicagdo
(Canal Unico)

11. Configuracdo de Sistema: Segundo Exemplo de Aplicagdo
(Comunicag¢do Radiodifundida)

12. Configuracio de Sistema: Terceiro Exemplo de Aplicagdo
(Multiplexagdo por Divisdo de Freqiiéncia: Dois Canais)

13. Configuragdo de Sistema: Quarto Exemplo de Aplicagdo
(Multiplexagio por Divisdo de Freqiiéncia: Comunicagdo Bidirecional Duplex
Total)

Sistema de Processamento de Comunicagdo: Base
Figuras 1A a 1B3 sd3o diagramas para explicar um sistema de transmiss&o sem

fios de acordo com as concretizagdes da presente invengdo. Especificamente,
Figura 1A é um diagrama para explicar a interface de sinal de um sistema de
transmissdo sem fios 1 em termos da configuragdo funcional. Figuras 1B1 a
1B3 sdo diagramas para explicar multiplexagdo de sinal no sistema de
transmissdo sem fios 1. A figura 1 B1 é um sistema duplex total ao qual FDM
¢ aplicado, a figura 1B2 é transmissdo de sinal empregando FDM e a figura
1B3 representa FDM +sistema duplex total + transmissdo de multicanal

(N1=N2)
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Na descri¢do seguinte, uma freqiiéncia de portadora na bandg
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de onda de milimetro ¢ empregada como a freqiiéncia de portadora usada ne F\S&'—‘
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sistema de transmissdo sem fios das concretiza¢gdes. Porém, o mecanismo das‘l},y

concretizagdes pode ser usado ndo sé para uma freqiiéncia de portadora na ”
banda de onda de milimetro, mas também por exemplo para a sub-banda de

onda de milimetro, que corresponde a comprimentos de onda mais curtos. O
sistema de transmissdo sem fios das concretizagdes € usado por exemplo em

um dispositivo de gravagdo/reproducdo digital, um dispositivo receptor de
televisdo terrestre, um dispositivo de telefone celular, uma maquina de jogos,

€ um computador.

Configura¢do Funcional

Como mostrado na Figura 1A, o sistema de transmissio sem
fios 1 € configurado assim que um primeiro dispositivo de comunicag¢do 100
como um exemplo de primeiro aparelho sem fios € um segundo dispositivo de
comunicagdo 200 como um exemplo de segundo aparelho sem fios sdo
acoplados um ao outro por uma caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9 e executam transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro.
O caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 é um exemplo do
caminho de transmissdo de sinal sem fios. O sinal como o assunto de
transmissdo € convertido em freqiiéncia a banda de onda de milimetro, que é
adequada para transmissio de banda larga, e entdo transmitido.

O dispositivo de transmissdo sem fios (sistema) € construido
por uma primeira unidade de comunicagdo (primeiro dispositivo transmissor
de onda de milimetro) e uma segunda unidade de comunicagdo (segundo
dispositivo transmissor de onda de milimetro). Entre a primeira unidade de
comunicagdo e a segunda unidade de comunicagdo dispostas a uma distancia
comparativamente curta, um sinal de onda de milimetro € transmitido pelo
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro depois que o sinal

assunto de transmissdo ¢ convertido a este sinal de onda de milimetro. A
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"transmissdo sem fios" nas concretizagbes significa que o sinal assunto g%
transmiss@o ndo ¢ transmitido por uma linha elétrica geral (linha de f’io?\;
simples), mas através de transmissdo sem fios (neste exemplo, através dé
ondas de milimetro).

A '"distdncia comparativamente curta" se refere a uma
distdncia mais curta que a distdncia entre dispositivos de comunica¢do em
uma area ao ar livre (drea ao ar livre) usada em radiodifusdo e comunicagdo
sem fios geral, e pode ser qualquer distdncia contanto que tenha tal um
comprimento que a gama de transmissdo pode ser especificada
substancialmente como um espago fechado. O "espago fechado" se refere a
um espago em tal um estado que o vazamento de ondas elétricas do interior do
espago para o exterior é pequeno e a chegada (entrada) de ondas elétricas do
exterior no interior do espago também é pequena. Tipicamente, o "espago
fechado" estd em um tal estado que o todo do espago € cercado por um
alojamento (caixa) tendo um efeito para bloquear ondas elétricas.

Exemplos de comunicagdo em um tal estado incluem
comunicagfo entre placas no alojamento de um pedago de aparelho eletrénico
e comunicagdo entre chips na mesma placa, e comunica¢do entre pedagos
eletr6nicos de aparelho eletrénico no estado no qual varios pedagos de
aparelho eletronico sdo integrados, tal como o estado no qual um pedago de
aparelho eletronico esta montado no outro pedago de aparelho eletrénico.

Um exemplo tipico do estado "integrado" é o estado no qual
ambos os pedacos de aparelho eletrénico sdo trazidos em contato completo
entre si pela montagem. Porém, o estado "integrado" ndo esta limitado a isso
contanto que seja um tal estado que o alcance de transmissdo entre ambos os
pedacgos de aparelho eletrénico pode ser especificado substancialmente como
o espac¢o fechado como descrito acima. O estado "integrado" também abrange
0 caso no qual ambos os pedagos de aparelho eletrénico estdo dispostos a

dadas posigdes separadamente entre si um pouco (pela distincia
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comparativamente curta: por exemplo dentro de varios centimetros aadez e
ra

varios centimetros) e pode ser considerado como sendo ' substanc1a1rner\{@o

integrado. Quer dizer, o estado de comunica¢do pode ser qualquer CS%H

contanto que o vazamento de ondas elétricas do interior do espago que é
formado por ambos os pedaq:os de aparelho eletrénico e permite propaga¢io
de ondas elétricas por ele ao exterior é pequeno e a chegada (entrada) de
ondas elétricas do exterior no interior do espago também ¢ pequena.

Em seguida, transmisséo de sinal no alojamento de um pedago
de aparelho eletrénico serd chamada a transmissdo de sinal dentro de
alojamento, e transmissdo de sinal no estado no qual varios pedagos de
aparelho eletrénico sdo integrados (em seguida, "integrado" também abrange
"substancialmente integrado") sera chamada a transmissdo de sinal inter-
aparelho. No caso da transmiss3o de sinal dentro de alojamento, o sistema de
transmissdo sem fios das concretizagbes nas quais o dispositivo de
comunica¢do (unidade de comunicag¢fo: unidade transmissora) no lado de
transmissdo e o dispositivo de comunicagdo (unidade de comunicagio:
unidade receptora) no lado de recepgio estdo alojados no mesmo alojamento e
um caminho de transmissdo de sinal sem fios € formado entre as unidades de
comunicacdo (unidade transmissora e unidade receptora) serve como préprio
aparelho eletrénico. No caso da transmissdo de sinal inter-aparelho, o
dispositivo de comunica¢do (unidade de comunicagio: unidade transmissora)
no lado de transmissdo e o dispositivo de comunica¢do (unidade de
comunicagdo: unidade receptora) no lado de recep¢do sdo alojados nos
alojamentos de pedagos diferentes de aparelho eletrénico, e um caminho de
transmissdo de sinal sem fios é formado entre as unidades de comunica¢io
(unidade transmissora e unidade receptora) em ambos os pedagos de aparelho
eletrénico e o sistema de transmissdo sem fios das concretizacdes é construido
quando ambos os pedagos de aparelho eletronico estdo dispostos a dadas

posigdes para serem integrados.
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Nos dispositivos de comunicagdo que sdo assim providos para
ma \‘

intercalar o caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro, um par dé _
>
gy

unidade transmissora e unidade receptora esta disposto em combinag@o. A
transmissio de sinal entre um dispositivo de comunicagdo € o outro
dispositivo de comunicagio pode ser tanto transmissdo unidirecional
(direcional unica) ou transmissdo bidirecional. Por exemplo, quando uma
primeira unidade de comunicagfo serve como o lado de transmisséo e uma
segunda unidade de comunicagdo serve como o lado de recepgdo, a unidade
transmissora esta disposta como a primeira unidade de comunicag¢do e a
unidade receptora esta disposta como a segunda unidade de comunicago.
Quando a segunda unidade de comunicagdo serve como o lado de transmissé@o
e a primeira unidade de comunicagdo serve como o lado de recepg¢do, a
unidade transmissora esta disposta como a segunda unidade de comunicagéo e
a unidade receptora est4 disposta como a primeira unidade de comunicag&o.

A unidade transmissora inclui por exemplo uma unidade
geradora de sinal de lado de transmissfo que executa processamento de sinal
para o sinal assunto de transmissdo para gerar um sinal de onda de milimetro
(conversor de sinal que converte o sinal elétrico como o assunto de
transmissdo ao sinal de onda de milimetro) e um acoplador de sinal lado de
transmissdo que acopla o sinal de onda de milimetro gerado pela unidade
geradora de sinal de lado de transmissdo a um caminho de transmissdo
(caminho de transmisséo de sinal de onda de milimetro) que transmite o sinal
de onda de milimetro. E preferivel que a unidade geradora de sinal de lado de
transmissdo seja integrada com uma unidade funcional que gera o sinal
assunto de transmissdo.

Por exemplo, a unidade geradora de sinal de lado de
transmissdo tem um circuito de modulador e o circuito de modulador modula
o sinal assunto de transmissdo. A unidade geradora de sinal de lado de

transmissdo executa conversio de freqliéncia do sinal resultando da
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executada pelo sinal de onda de milimetro nas concretizagdes. Executar
transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro torna possivel realizar
transmissdo de sinal de alta velocidade da ordem de Gbps. Além disso, o
alcance do sinal de onda de milimetro pode ser limitado facilmente, e efeitos
atribuidos a esta propriedade também sdo alcangados.

Os acopladores de sinal respectivos podem ser qualquer
unidade contanto que eles permitam a primeira unidade de comunicagéo e a
segunda unidade de comunicag¢do transmitirem o sinal de onda de milimetro
pelo caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro. Por exemplo, eles
podem ser uma unidade tendo uma estrutura de antena (acoplador de antena)
ou podem ser uma unidade que permite o acoplamento sem ter uma estrutura
de antena.

O caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro que
transmite o sinal de onda de milimetro pode ser o ar (denominado espago
livre). Porém, é preferivel que seja um tendo uma estrutura que transmite o
sinal de onda de milimetro enquanto limitando o sinal de onda de milimetro
no caminho de transmissdo. Utilizando agressivamente esta propriedade, a
rota do caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro pode ser
estabelecida arbitrariamente como com a linha elétrica por exemplo.

Um exemplo tipico do caminho de transmissdo tendo uma tal
estrutura serd um denominado tubo de guia de onda. Porém, o caminho de
transmissdo ndo estd limitado a isso. Por exemplo, um caminho de
transmissdo formado usando um material dielétrico capaz de transmitir o sinal
de onda de milimetro (sera chamado o caminho de transmissdo dielétrico e o
caminho de transmissdo dentro de dielétrico de onda de milimetro) ¢é
preferivel, e um caminho de guia de onda oco obtido formando um caminho

de transmissdo e provendo um material de bloqueio que suprime radiagdo
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externa do sinal de onda de milimetro e tem um oco dentro de tal maneira§
cercar o caminho de transmissdo € preferivel. Permitindo ao materi@ e —
dielétrico e ao material de bloqueio terem flexibilidade permite roteamento d(;?}i‘k\"w
caminho de transmissio de sinal de onda de milimetro. T
Se o caminho de transmissdo for o ar (denominado espago
livre), cada acoplador de sinal tem uma estrutura de antena e o sinal é
transmitido no espago de uma distancia curta por esta estrutura de antena. Se
um caminho de transmissdo composto de um material dielétrico for
empregado, nédo € essencial para cada acoplador de sinal ter uma estrutura de
antena, embora possa ter a estrutura de antena.
O mecanismo do sistema de transmissio sem fios 1 das
concretizagdes serd descrito especificamente abaixo. Um exemplo no qual
cada unidade funcional é formada em um circuito integrado de semicondutor
(chip) é empregado como o exemplo mais preferivel para a descri¢do
seguinte. Porém, empregar este exemplo ndo ¢ essencial.
Um chip de semicondutor 103 capaz de comunicagdo de banda
de onda de milimetro ¢ provido no primeiro dispositivo de comunicagdo 100,
e um chip de semicondutor 203 capaz de comunicac¢do de banda de onda de
milimetro € provido no segundo dispositivo de comunicag¢do 200.
Nas concretizagdes, sO o sinal para qual transmissio de alta
velocidade e transmissdo de grande tamanho sdo requeridas € tratado como o
sinal como o assunto de comunica¢do na banda de onda de milimetro,
enquanto outros sinais para quais transmissdo de pequeno tamanho, baixa
velocidade, € suficiente e o sinal que pode ser considerado como um sinal de
CC, tal como um sinal de fonte de energia, ndo sdo tratados como o assunto
de conversdo para o sinal de onda de milimetro. Para estes sinais (incluindo o
sinal de fonte de energia) que ndo sio tratados como o assunto de conversio
para o sinal de onda de milimetro, conexdo de sinaliza¢do entre as placas é

feita por um mecanismo semelhante aquele da técnica existente. Os sinais
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elétricos originais como o assunto de transmissio antes de conversio para & . %,f
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sinal de onda de milimetro serdo referidos coletivamente como o sinal de 'y %3 >
f .

banda base. 5

Primeiro Dispositivo de Comunicagio

No primeiro dispositivo de comunicagdo 100, o chip de
semicondutor 103 capaz de comunicagdo de banda de onda de milimetro e um
acoplador de caminho de transmissdo 108 estio montados sobre uma placa
102. O chip de semicondutor 103 é um circuito de LSI de sistema (integrado
em larga escala) obtido integrando uma unidade funcional de LSI 104 com
uma unidade geradora de sinal 107 (unidade geradora de sinal de onda de
milimetro). Também € possivel empregar uma configuragio na qual a unidade
funcional de LSI 104 e a unidade geradora de sinal 107 ndo sdo integradas,
embora ndo mostrado no desenho. Porém, se elas forem unidades separadas,
um problema atribuido a transmissdo de sinal entre elas por linhas elétricas
ocorreria possivelmente. Assim, € preferivel que elas sejam fabricadas
integralmente. Se elas forem fabricadas como unidades separadas, é preferivel
diminuir o efeito adverso dispondo dois chips (unidade funcional de LSI 104
e unidade geradora de sinal 107) a uma distancia curta e prover uma linha de
fios cujo comprimento de ligagdo de fios é tdo curto quanto possivel entre os
chips.

A unidade geradora de sinal 107 e o acoplador de caminho de
transmissdo 108 sdo configurados para ter caracteristica bidirecional de dados.
Para este propésito, um unidade geradora de sinal de lado de transmissio e
uma unidade geradora de sinal de lado de recepgio sdo providas na unidade
geradora de sinal 107. O acoplador de caminho de transmissdo 108 é usado
para ambas transmissdo e recep¢do nesta configuragdo, embora acopladores
diferentes possam ser providos no lado de transmisséo e no lado de recepgio.

A "comunicagdo de bidirecional" mostrada aqui é transmissdo

bidirecional de fibra tinica na qual o nimero de caminhos de transmissdo de
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caminho de transmissdo 108. Para o acoplador de caminho de transmlssaﬁ ;7 Z

108, por exemplo uma estrutura de antena incluindo um acoplador de anten'a,?\‘ "."
um terminal de antena, uma linha de microtira, uma antena, etc., Sa&h’”}{"” A
empregados. Também € possivel incorporar o acoplador de caminho de
transmissdo 108 no chip de semicondutor 103 usando também uma técnica de
formar diretamente uma antena no chip.

A unidade funcional de LSI 104 é responsavel por controle de
aplicagfio principal do primeiro dispositivo de comunicagdo 100, e inclui por
exemplo um circuito para processar varios tipos de sinais desejados a serem
transmitidos & contraparte € um circuito para processar varios sinais recebidos
da contraparte.

A unidade geradora de sinal 107 (conversor de sinal elétrico)
converte um sinal da unidade funcional de LSI 104 para um sinal de onda de
milimetro e controla transmissio de sinal pelo caminho de transmissdo de
sinal de onda de milimetro 9.

Especificamente, a unidade geradora de sinal 107 tem uma
unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110 e uma unidade geradora
de sinal de lado de recep¢do 120. Uma unidade transmissora (unidade de
comunicacdo de lado de transmissdo) é formada pela unidade geradora de
sinal de lado de transmiss@o 110 e pelo acoplador de caminho de transmiss&o
108. Uma unidade receptora (unidade de comunicagio de lado de recepgdo) €
formada pela unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120 e pelo
acoplador de caminho de transmissédo 108.

A unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110 tem
um processador de multiplexag¢do 113, um conversor paralelo-serial 114, um
modulador 115, um conversor de freqiiéncia 116, e um amplificador 117 a fim
de executar processamento de sinal para um sinal de entrada para gerar o sinal
de onda de milimetro. O modulador 115 e o conversor de fregiiéncia 116

podem ser integrados em uma unidade baseado em um denominado sistema
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de conversao direta.

amplificador 124, um conversor de freqiiéncia 125, um demodulador 126, um
conversor serial-paralelo 127, e um processador de desmultiplexa¢do 128 a
fim de executar processamento de sinal para o sinal elétrico de onda de
milimetro recebido pelo acoplador de caminho de transmissdo 108 para gerar
um sinal de saida. O conversor de freqiiéncia 125 e o demodulador 126
podem ser integrados em uma unidade baseado em um denominado sistema
de converséao direta.

Se as concretizagdes ndo forem aplicadas, o conversor
paralelo-serial 114 e o conversor serial-paralelo 127 s8o providos para
aparelho baseado em uma interface paralela usando varios sinais para
transmissdo paralela, mas sdo desnecessarios para aparelho baseado em uma
interface serial.

Se os sinais da unidade funcional de LSI 104 incluirem varios
tipos de sinais (definidos como N1) como o assunto de comunicagdo na banda
de onda de milimetro, o processador de multiplexagdo 113 executa
processamento de multiplexa¢do como multiplexagdo por divisdo de tempo,
multiplexa¢do por divisdo de freqiiéncia, ou multiplexagdo por divisdo de
cddigo por esse meio para reunir os varios tipos de sinais em um sinal em um
canal. Por exemplo, o processador de multiplexa¢do 113 reune varios tipos de
sinais para os quais transmissdo de alta velocidade e transmissdo de grande
tamanho s3o requeridas em um sinal em um canal como o assunto de
transmissao por ondas de milimetro.

No caso da multiplexagdo por divisdo de tempo e da
multiplexa¢do por divisdo de cddigo, o processador de multiplexacdo 113 é
provido no estagio prévio do conversor paralelo-serial 114, e reune varios
tipos de sinais em um sinal em um canal para prover o sinal ao conversor

paralelo-serial 114. No caso da multiplexacdo por divisdo de tempo, uma
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chave de comutagdo é provida para prover vérios tipos de sinais _

denota 1 a N) para o conversor paralelo-serial 114 de tal modo que o tempo T::\ o

seja separado minuciosamente para os varios tipos de sinais _ @.

No caso da multiplexagdo por divisdo de freqiiéncia, sinais de
onda de milimetro precisam ser gerados modulando sinais por freqiiéncias de
portadora diferentes para converter os sinais a freqiiéncias na gama de faixas
de freqliéncia F_ @ diferentes entre si, e estes sinais de onda de milimetro
obtidos usando as freqiiéncias de portadora diferentes respectivas precisam
ser transmitidos na mesma dire¢&o ou na dire¢do oposta. Para este proposito,
por exemplo se os sinais de onda de milimetro forem transmitidos na mesma
dire¢do como mostrado na Figura 1B2, o conversor paralelo-serial 114, o
modulador 115, o conversor de freqiiéncia 116, e o amplificador 117 sdo
providos para cada um dos varios tipos de sinais @, e um processador de
adi¢do € provido como o processador de multiplexagdo 113 no estagio
subseqiiente de cada amplificador 117. Além disso, o sinal elétrico de onda de
milimetro nas bandas de freqiiéncia F 1 + .. + F N resultando do
processamento de multiplexacdo de freqiiéncia é provido ao acoplador de
caminho de transmissdo 108. Um denominado combinador é usado como o
processador de adi¢do se os sinais de onda de milimetro obtidos usando as
freqiiéncias de portadora diferentes respectivas forem transmitidos na mesma
dire¢do como mostrado na Figura 1B2.

Como € aparente da Figura 1B2, a largura de banda de
transmissdo precisa ser alargada na multiplexagfo por divisio de freqiiéncia,
pela qual sinais em varios canais sdo reunidos em um sinal em um canal.
Como mostrado na Figura 1B3, a largura de banda de transmissdo precisa ser
alargada ademais no caso de usar ambos o esquema de reunir sinais em varios
canais em um sinal em um canal pela multiplexagdo por divisio de freqiiéncia
e o sistema duplex total, no qual freqiiéncias diferentes sio usadas para

transmisséo e recep¢io.
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O conversor paralelo-serial 114 converte um sinal paralelo§ )%

um sinal de dados serial e prové o sinal de dados serial ao modulador 115 ‘E'\‘b-f_ :
t Y‘:'u-

modulador 115 modula o sinal assunto de transmissdo e prové o sina‘ﬁ&,,.

resultante para o conversor de freqiiéncia 116. O modulador 115 pode ser
qualquer unidade contanto que module pelo menos uma de amplitude,
freqliéncia, e fase pelo sinal assunto de transmissdo, e um sistema de qualquer
combinagdo destes fatores também pode ser empregado.

Exemplos do sistema de modulagdo analdgico incluem
modulacgdo de amplitude (AM) e modulagdo de vetor. A modulagédo de vetor
inclui modulacédo de freqiiéncia (FM) e modulagdo de fase (PM). Exemplos
do sistema de modulagdo digital incluem chaveamento por deslocamento de
amplitude (ASK), chaveamento por deslocamento de freqiiéncia (FSK),
chaveamento por deslocamento de fase (PSK), e chaveamento por
deslocamento de fase de amplitude (APSK), em que a amplitude e fase séo
moduladas. Um exemplo representativo do APSK € modulagdo de amplitude
de quadratura (QAM).

O conversor de freqiiéncia 116 executa conversdo de
freqliéncia do sinal assunto de transmissdo resultando da modulagdo pelo
modulador 115 para gerar um sinal elétrico de onda de milimetro e prover o
sinal elétrico de onda de milimetro para o amplificador 117. O sinal elétrico
de onda de milimetro se refere a um sinal elétrico tendo uma certa freqiiéncia
na gama de cerca de 30 GHz a 300 GHz. A adi¢do da palavra "cerca de" esta
baseada no fato que a freqiiéncia pode ser qualquer contanto que seja uma tal
freqiiéncia que os efeitos pela comunicagio de onda de milimetro sejam
obtidos e o limite inferior e limite superior da freqiiéncia ndo sejam limitados
a 30 GHz e 300 GHz, respectivamente.

O conversor de freqiiéncia 116 pode empregar varias
configuragdes de circuito. Por exemplo, pode empregar uma configuragao

incluindo um circuito misturador de freqiiéncia (circuito de misturador) e um
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circuito de oscilador local. O circuito de oscilador local gera uma portadora Z

(sinal de portadora, portadora de referéncia) usado para modulagdo. O circuito >,

misturador de freqiiéncia multiplica (modula) a portadora na banda de onda
de milimetro gerada pelo circuito de oscilador local pelo sinal do conversor
paralelo-serial 114 para gerar um sinal modulado na banda de onda de
milimetro e prover o sinal modulado ao amplificador 117.

O amplificador 117 amplifica o sinal elétrico de onda de
milimetro resultando da conversdo de freqiiéncia e prové o sinal amplificado
para o acoplador de caminho de transmissdo 108. O amplificador 117 esta
conectado ao acoplador de caminho de transmissdo bidirecional 108 por um
terminal de antena (ndo mostrado).

O acoplador de caminho de transmissdo 108 transmite o sinal
de onda de milimetro gerado pela unidade geradora de sinal de lado de
transmissfo 110 para a caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro
9, e recebe um sinal de onda de milimetro do caminho de transmissdo de sinal
de onda de milimetro 9 para produzi-lo para a unidade geradora de sinal de
lado de recepgdo 120.

O acoplador de caminho de transmissdo 108 é formado de um
acoplador de antena. O acoplador de antena serve como um exemplo do
acoplador de caminho de transmissdo 108 (acoplador de sinal) ou parte do
acoplador de caminho de transmissdo 108. O acoplador de antena se refere a
uma parte que acopla um circuito eletrdonico no chip de semicondutor e uma
antena disposta dentro ou fora do chip no senso estreito, e se refere a uma
parte para acoplamento de sinal entre o chip de semicondutor e o caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 no senso largo. Por exemplo, o
acoplador de antena inclui pelo menos uma estrutura de antena. No caso de
executar transmissdo e recep¢do através de multiplexagdo por divisdo de
tempo, o acoplador de caminho de transmissdo 108 ¢ provido com uma parte

de comutag¢io de antena (parte de compartilhamento de antena).
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A estrutura de antena se refere a estrutura no acoplador comd3
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caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9. A estrutura degs.

~ . . , . v\:;
antena ndo significa s6 uma antena, mas pode ser qualquer contanto que;,
k%

acople um sinal elétrico na banda de onda de milimetro ao caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9. Por exemplo, a estrutura de
antena inclui um terminal de antena, uma linha de microtira, e uma antena. Se
a parte de comutagdo de antena for formada no mesmo chip, o terminal de
antena e a linha de microtira como as partes diferentes da parte de comutagio
de antena servem como o acoplador de caminho de transmissdo 108.

A antena de lado de transmissdo irradia ondas
eletromagnéticas baseado em um sinal de onda de milimetro para o caminho
de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9. A antena de lado de recepgao
recebe ondas eletromagnéticas baseado em um sinal de onda de milimetro do
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9. A linha de microtira
interconecta o terminal de antena e a antena. A linha de microtira transmite
um sinal de onda de milimetro de lado de transmissdo do terminal de antena
para a antena e transmite um sinal de onda de milimetro de lado de recepgio
da antena para o terminal de antena.

A parte de comutagdio de antena ¢ usada quando a antena é
compartilhada em transmissdo e recepgfo. Por exemplo, na transmissdo de um
sinal de onda de milimetro para o segundo dispositivo de comunicagdo 200
como a contraparte, a parte de comutagdo de antena conecta a antena a
unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110. Na recep¢io de um
sinal de onda de milimetro do segundo dispositivo de comunica¢io 200 como
a contraparte, a parte de comutagio de antena conecta a antena a unidade
geradora de sinal de lado de recep¢dio 120. A parte de comutacio de antena é
provida na placa 102 separadamente do chip de semicondutor 103. Porém, a
parte de comutagdo de antena ndo esta limitada a isso, mas pode ser provida

no chip de semicondutor 103. A parte de comuta¢io de antena pode ser
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conversdo de freqiiéncia ao demodulador 126. O demodulador 126 demod‘igago‘d-

o sinal resultando da conversdo de freqiiéncia para adquirir um sinal de bar;({g’
base e prové-lo ao conversor serial-paralelo 127.

O conversor serial-paralelo 127 converte os dados recebidos
seriais para dados de saida paralelos e os prové para o processador de
desmultiplexagao 128.

O processador de desmultiplexagdo 128 corresponde ao

~processador de multiplexa¢fo 113 e separa o sinal reunido sobre um canal em

varios tipos de sinais @ (@ denota 1 a N). Por exemplo, o processador de
desmultiplexa¢do 128 separa vdrios sinais de dados reunidos em um sinal em
um canal nos sinais separados respectivos e prové os sinais a unidade
funcional de LSI 104.

Se sinais forem reunidos em um sinal em um canal por
multiplexacdo por divisdo de freqiiéncia, é necessario receber um sinal
elétrico de onda de milimetro nas bandas de freqiiéncia F_1 + ... + F_N
resultando do processamento de multiplexagdo por divisdo de freqiiéncia para
separar o sinal nos sinais separados respectivos e transmitir os sinais na
mesma direcdo para processar os sinais para cada uma das bandas de
freqiiéncia F_(@. Para este proposito, como mostrado na Figura 1B2, o
amplificador 224, o conversor de freqiiéncia 225, o demodulador 226 e o
conversor serial-paralelo 227 sdo providos para cada um dos varios tipos de
sinais _(@ e um separador de freqiiéncia é provido como o processador de
desmultiplexacdo 128 no estigio prévio de cada amplificador 224. Além
disso, os sinais elétricos de onda de milimetro nas bandas de freqiiéncia
respectivas F_(@ resultando da separagdo sdo providos aos canais das bandas
de freqiiéncia correspondentes F_@. Um denominado divisor € usado como o
separador de freqiiéncia se um sinal obtido por multiplexagdo de sinais de

onda de milimetro das freqiiéncias de portadora diferentes respectivas for
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separado nos sinais separados respectivos como mostrado na Figura 1B2. 4

< «s-

A forma de uso do sistema de multiplexagdo por divisdo de
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freqliéncia mostrado na Figura 1B2 é para um sistema no qual varios

conjuntos de unidade transmissora e unidade receptora sdo usados e sinais sdo
transmitidos na mesma dire¢do de tal modo que os conjuntos respectivos
usem freqiiéncias de portadora diferentes. Porém, a forma de uso do sistema
de multiplexagdo por divisdo de freqiiéncia ndo esta limitado a isso. Por
exemplo, também é possivel executar comunica¢do bidirecional diplex total
em que, na Figura 1A, um conjunto da unidade geradora de sinal de lado de
transmiss@o 110 no primeiro dispositivo de comunicagdo 100 e uma unidade
geradora de sinal de lado de recep¢do 220 no segundo dispositivo de
comunicagdo 200 usa uma primeira freqiiéncia de portadora e um conjunto da
unidade geradora de sinal de lado de recep¢do 120 no primeiro dispositivo de
comunicagdo 100 e uma unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 210
no segundo dispositivo de comunica¢do 200 usa uma segunda freqiiéncia de
portadora e os conjuntos respectivos executam simultaneamente transmissdo
de sinal em dire¢des opostas entre si. Neste caso, um denominado circulador
permitindo transmissdo de sinal simultdnea a ambos os dispositivos é usado
como as partes de comutagdo de antena para os acopladores de caminho de
transmissédo 108 e 208 na Figura 1A.

Também € possivel empregar uma forma na qual um numero
maior de conjuntos de unidade transmissora e unidade receptora é usado e os
conjuntos respectivos usam freqiiéncias de portadora diferentes entre si e a
mesma direcdo e a dire¢do oposta sdo combinadas. Neste caso, uma
configuragdo pode ser empregada na qual, na Figura 1B2, os circuladores sdo
usados para os acopladores de caminho de transmissio 108 e 208 e os
processadores de multiplexagdo 113 e 213 e os processadores de
desmultiplexagdo 128 e 228 s3o usados.

Se o chip de semicondutor 103 for assim configurado, o numero de sinais
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conversdo paralelo-serial de um sinal de entrada para transmitir o sinal aty,, <7 &

chip de semicondutor 203 e executando conversdo serial-paralela de um sinal
recebido do chip de semicondutor 203.

Se a transmissdo de sinal original entre o primeiro dispositivo
de comunicagdo 100 e o segundo dispositivo de comunicagéo 200 for baseada
em um formato serial, o conversor paralelo-serial 114 e o conversor serial-
paralelo 127 ndo tém que ser providos.

Segundo Dispositivo de Comunicagdo

O segundo dispositivo de comunicagdo 200 tem
substancialmente uma configura¢io funcional semelhante aquela do primeiro
dispositivo de comunicagdo 100. As unidades funcionais respectivas nisso sdo
dados numerais de referéncia cujo digito de centenas é dois. Além disso, a
unidade funcional que é o mesma/similar como/para a unidade funcional no
primeiro dispositivo de comunicagdo 100 é dada um numeral de referéncia
tendo o mesmo digito de dezenas e os digitos como aqueles da unidade
funcional no primeiro dispositivo de comunicagdo 100. Uma unidade
transmissora é formada pela unidade geradora de sinal de lado de transmissédo
210 e pelo acoplador de caminho de transmissdo 208, e uma unidade
receptora € formada pela unidade geradora de sinal de lado de recep¢do 220 e
pelo acoplador de caminho de transmisséo 208.

Uma unidade funcional de LSI 204 é responsavel por controle
de aplicacdo principal do segundo dispositivo de comunicagdo 200, e inclui
por exemplo um circuito para processar varios tipos de sinais desejados a
serem transmitidos a contraparte e um circuito para processar varios sinais
recebidos da contraparte.

Conexao e Operacdo

A técnica de executar conversdo de freqiiéncia de um sinal de

entrada e entdo executar transmissdo de sinal é usada geralmente em
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a) quio distante a comunicag¢do pode ser executada (assunto de S/N contra
ruido térmico); B) como tratar reflexdo e multitrajeto; e y) como suprimir
obstrucdo e interferéncia com outro canal. Em contraste, as unidades
geradoras de sinal 107 e 207 usadas nas concretizagdes sdo usadas com a
banda de onda de milimetro, que ¢ uma banda de freqiiéncia de freqii€ncias
mais altas que aquelas usadas pelo transmissor complicado, receptor, e assim
sucessivamente, usados geralmente em radiodifusdo e comunicagdo sem fios,
e assim o comprimento de onda A é mais curto. Portanto, unidades que
permitem facil reuso das freqiiéncias e sdo satisfatérias para comunicagdo
entre um grande nimero de dispositivos no campo préximo sdo usadas como
as unidades geradoras de sinal 107 e 207.

As concretizagdes podem tratar flexivelmente exigéncias para
transmissdo de alta velocidade e transmissdo de grande tamanho executando
transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro como descrito acima,
diferentemente da interface de sinal existente empregando linhas elétricas. Por
exemplo, sO os sinais para quais transmissdo de alta velocidade e transmissédo
de grande tamanho si3o requeridas sdo considerados como o assunto de
comunicagdo na banda de onda de milimetro. Além disso, dependendo da
configuragdo de sistema, os dispositivos de comunicagdo 100 e 200 incluem
parcialmente a interface de linha elétrica tradicional (conex&o por terminais e
conectores) para sinais de baixa velocidade, pequeno tamanho e fonte de
energia.

A unidade geradora de sinal 107 executa processamento de
sinal para um sinal de entrada da unidade funcional de LSI 104 para gerar um
sinal de onda de milimetro. A unidade geradora de sinal 107 esta conectada ao

acoplador de caminho de transmissdo 108 por uma linha de transmissédo tal
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como uma linha de microtira, uma linha de tira, uma linha coplanar, ou urira

linha de fenda, e o sinal de onda de milimetro gerado é provido ao caminho%‘e

transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 pelo acoplador de caminho dgw 3

transmissdo 108.

O acoplador de caminho de transmissdo 108 tem uma estrutura
de antena e tem fungdes para converter o sinal de onda de milimetro
transmitido a ondas eletromagnéticas e remeter as ondas eletromagnéticas. O
acoplador de caminho de transmissdo 108 estad acoplado ao caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9, e as ondas eletromagnéticas
resultando da conversdo pelo acoplador de caminho de transmissdo 108 sdo
providas a um fim do caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro
9. O outro fim do caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9
esta acoplado ao acoplador de caminho de transmissdo 208 do segundo
dispositivo de comunicag¢ido 200. Provendo o caminho de transmissdo de sinal
de onda de milimetro 9 entre o acoplador de caminho de transmissdo 108 do
primeiro dispositivo de comunicagdo 100 e o acoplador de caminho de
transmissdo 208 do segundo dispositivo de comunicagdo 200, ondas
eletromagnéticas na banda de onda de milimetro sdo propagadas no caminho
de transmisséo de sinal de onda de milimetro 9.

Para o caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro
9, o acoplador de caminho de transmissdo 208 do segundo dispositivo de
comunicagdo 200 é acoplado. O acoplador de caminho de transmissdo 208
recebe as ondas eletromagnéticas transmitidas ao outro fim do caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 e converte as ondas
eletromagnéticas a um sinal de onda de milimetro para prové-lo a unidade
geradora de sinal 207 (unidade geradora de sinal de banda base). A unidade
geradora de sinal 207 executa processamento de sinal para o sinal de onda de
milimetro convertido para gerar um sinal de saida (sinal de banda base) e

prové-lo a unidade funcional de LSI 204.
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presentes, elas sdo acompanhadas prontamente por radiagdo, e o problema d% ¥
interferéncia indutiva eletromagnética (EMI) também se torna sério. Para
tratar estes problemas, a configuragdo do aparelho eletrénico se torna mais
complicada.

iv) Se reflexdo existir, além de EMC e EMI, um erro de
transmissdo devido a interferéncia entre simbolos e um erro de transmissdo
devido a intrusdo de obstrugdo se tornam também problemas no lado de
recepgao.

Em contraste, o sistema de transmissdo sem fios 1 das
concretizagdes executa transmissdo de sinal ndo por uma linha elétrica, mas
por ondas de milimetro. Um sinal da unidade funcional de LSI 104 para a
unidade funcional de LSI 204 é convertido a um sinal de onda de milimetro, e
o sinal de onda de milimetro é transmitido entre os acopladores de caminho
de transmissdo 108 e 208 pela caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9.

Por causa da transmissio sem fios, ndo ha nenhuma
necessidade para prestar aten¢do a forma de linha e a posi¢do do conector, e
assim muitas restrigdes na disposi¢do nido surgem. O sinal para qual
transmissdo de sinal é substituida por transmissdo por ondas de milimetro tem
um comprimento de onda curto, e a gama do comprimento de onda também é
limitada. Assim, os problemas de EMC e EMI podem ser resolvidos
facilmente. Em geral, outra unidade funcional usando uma freqiiéncia na
banda de onda de milimetro ndo existe dentro dos dispositivos de
comunicag¢do 100 e 200, e portanto contramedidas contra EMC e EMI podem
ser realizadas facilmente.

As vantagens seguintes sdo alcangadas porque a transmissado
de sinal nas concretiza¢des € transmissdo sem fios no estado no qual o

primeiro dispositivo de comunicagdo 100 e o segundo dispositivo de
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comunicag¢do 200 sdo trazidos perto um ao outro, e é transmissio de sing?&

q

entre posi¢des fixas e com uma relagdo posicional conhecida. AR IR

1) E facil projetar corretamente o canal de propagag:é@;& y

1.

Ed

(estrutura de guia de onda) entre o lado de transmissdo e o lado de recepgio.

2) Projetando a estrutura dielétrica do acoplador de caminho
de transmissdo selando o lado de transmissdo e o lado de recep¢ao junto com
o canal de propagacdo (estrutura de guia de onda do caminho de transmissdo
de sinal de onda de milimetro 9), transmissdo favoravel tendo confiabilidade
mais alta comparada com transmissdo de espaco livre ¢ habilitada.

3) O controle do controlador (no presente exemplo, a unidade
funcional de LSI 104) para administrar a transmissdo sem fios também nio
precisa freqiientemente ser executada dinamicamente e adaptavelmente,
diferentemente de comunicagdo sem fios geral. Assim, o custo indireto devido
ao controle pode ser reduzido comparado com comunicacdo sem fios geral.
Como resultado, redugdo de tamanho, diminui¢do de consumo de energia, e
aumento de velocidade sdo permitidas.

4) Se o ambiente de transmissdo sem fios for calibrado na hora
de fabricar ou projetar e variagdo individual e assim sucessivamente for
mantida, comunicagdo de alta qualidade é permitida por transmissdo com
referéncia aos dados da variacdo individual.

5) Até mesmo se reflexdo existir, a influéncia disso pode ser
removida facilmente no lado de recepgdo usando um equalizador pequeno
porque a reflexdo € reflexdo fixa. A colocagdo do equalizador também é
permitida por prefixagdo e controle estatico, e a realizagdo do equalizador é
facil.

Além disso, as vantagens seguintes sdo alcangadas porque a
transmissdo de sinal nas concretizacdes esta baseada em comunicagdo sem
fios na banda de ondas de milimetro, que tem comprimentos de onda curtos.

a) Uma banda de comunicagdo larga pode ser assegurada na
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comunica¢do de onda de milimetro, e portanto uma alta taxa de dados pod_g
-

ser alcan¢ada facilmente.

b) A freqiiéncia usada para a transmissdo pode ser separada
das freqiiéncias de processamento para outros sinais de banda base, € assim a
interferéncia entre as freqiiéncias de ondas de milimetro e os sinais de banda
base quase ndo ocorre.

c) Porque ondas de milimetros tém comprimentos de onda
curtos, o tamanho da antena e a estrutura de guia de onda, que sdo definidos
dependendo do comprimento de onda, pode ser reduzido. Além disso,
blindagem eletromagnética pode ser feita facilmente porque a atenuagdo de
distancia € grande e difragdo é pequena.

d) Em comunica¢io sem fios em uma drea ao ar livre normal,
restricdes rigidas na estabilidade da portadora existem a fim de prevenir
interferéncia e assim sucessivamente. Para realizar uma tal portadora tendo
alta estabilidade, partes basicas freqiiéncia externas tendo alta estabilidade,
um circuito de multiplicador, um PLL (circuito de malha travada por fase), e
assim sucessivamente, sdo usados, de forma que a escala de circuito se torna
maijor. Porém, no caso de ondas de milimetro (particularmente quando
transmissdo de sinal entre posi¢des fixas e com uma relagdo posicional
conhecida também é usada), as ondas de milimetro podem ser bloqueadas
facilmente e impedidas de vazar ao exterior. Assim, uma portadora tendo
baixa estabilidade pode ser usada na transmissdo, e portanto aumento na
escala de circuito pode ser suprimido. E preferivel empregar uma sistema de
travamento de injecdo (detalhes disso serdo descritos mais tarde) a fim do
lado de recep¢io demodular o sinal transmitido por uma portadora com
estabilidade relaxada por circuitos pequenos.

Um sistema no qual comunicagdo é executada na banda de
onda de milimetro é exemplificado como um exemplo do sistema de

transmissdo sem fios para as concretizagdes. Porém, a gama de aplicagdo
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banda de onda de milimetro. Ondas de centimetro (preferivelmente ondz{l

perto de ondas de milimetro), cujos comprimentos de onda sdo mais longos
que aqueles de ondas de milimetro, podem ser usadas ou reciprocamente
ondas de sub-milimetro (preferivelmente ondas perto de ondas de milimetro),
cujos comprimentos de onda sdo mais curtos que aqueles de onda de
milimetro, podem ser usadas. Porém, seria mais efetivo usar a banda de onda
de milimetro em termos de empregar o sistema de travamento de inje¢do em
transmissdo de sinal dentro de alojamento e transmissdo de sinal inter-
aparelho e formar o todo do circuito de oscilador incluindo um circuito tanque
em um chip de CMOS.

Modulagéo e Demodulagio: Exemplo Comparativo

Figuras 2A e 2B sdo diagramas para explicar um exemplo
comparativo de uma unidade funcional de modulagio e uma unidade
funcional de demodulagdo em uma sistema de processamento de
comunicagao.

Unidade Funcional de Modula¢do: Exemplo Comparativo

Figura 2A mostra a configuragdo de uma unidade funcional de
modula¢do 8300X do exemplo comparativo provido no lado de transmiss3o.
Um sinal (por exemplo sinal de imagem de 12 bits) como o assunto de
transmissdo € convertido a uma seqiiéncia de dados serial de alta velocidade
por um conversor paralelo-serial 8114 e provido a unidade funcional de
modulagdo 8300X.

A unidade funcional de modulagio 8300X pode empregar
varias configuragdes de circuito dependendo do sistema de modulacdo. Por
exemplo, se o sistema de modulagdo for um sistema de modular a amplitude
e/ou a fase, a unidade funcional de modulagdo 8300X pode empregar uma
configuragdo incluindo um misturador de freqiiéncia 8302 e um oscilador

local de lado de transmissio 8304.
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oscilador. Por exemplo, transmissdo de multicanal precisa ser considerada #a _

comunicac¢do de area ao ar livre (area ao ar livre). Neste caso, a comunicac;z{é;»
¢ afetada pelo componente de variagdo de fregiiéncia da portadora, e portanto
especificagdes de exigéncia da estabilidade da portadora do lado de
transmissdo sdo rigidas. Se usar, no lado de transmissdo e no lado de
recep¢do, uma técnica normal como aquela usada em comunicagdo sem fios
na area ao ar livre € tentada para transmissdo de dados por ondas de milimetro
em transmiss3o de sinal dentro de alojamento e transmissdo de sinal inter-
aparelho, a portadora é exigida ter alta estabilidade, e um circuito de oscilador
de onda de milimetro cuja estabilidade de freqiiéncia é da ordem de ppm
(partes por milhdo) é necessario.

Para realizar um sinal de portadora tendo alta estabilidade de
freqiiéncia, seria possivel realizar o circuito de oscilador de onda de milimetro
de alta estabilidade em um circuito integrado de silicio (semicondutor de
metal-6xido complementar (CMOS)) por exemplo. Porém, um substrato de
silicio usado para um CMOS normal tem uma baixa propriedade isolante.
Portanto, um circuito tanque tendo um alto fator de qualidade nio pode ser
formado facilmente, e entdo a realizagdo nio é facil. Por exemplo, se
induténcia for formada sobre um chip de CMOS, o fator de qualidade disso ¢
cerca de 30 a 40, como mostrado em A. Niknejad, "mm-Wave Silicon
Technology 60 GHz and Beyond" (particularmente, Indutores 3.1.2, p. 70 e
71), ISBN 978-0-387-76558-7 (em seguida, documento de referéncia A).

Portanto, para realizar o circuito de oscilador de alta
estabilidade, por exemplo empregando a técnica seguinte seria possivel.
Especificamente, um circuito tanque tendo um alto fator de qualidade é
provido usando um oscilador de quartzo ou similar fora do CMOS no qual a
parte de corpo principal do circuito de oscilador é formada e o circuito tanque
€ oscilado a uma baixa freqiiéncia. Além disso, esta saida de oscilagdo é

multiplicada para ser elevada a uma freqiiéncia na banda de onda de
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milimetro. Porém, ndo ¢ preferivel prover um tal tanque externo em todos B oy
chips a fim de realizar uma fungdo para substituir transmissio de sinal pgg%;b
linhas, tal como sinalizacdo diferencial de baixa tensdo (LVDS), por
transmissdo de sinal por ondas de milimetro.

Se um sistema de modular a amplitude como chaveamento
liga-desliga (OOK) for usado, ¢ suficiente que detecgdo de envelope seja
executada no lado de recepg¢do. Assim, o circuito de oscilador é desnecessario
e o numero de circuitos tanques pode ser reduzido. Porém, se a distincia de
transmissdo de sinal ficar mais longa, a amplitude de recep¢io fica menor. No
sistema de usar um circuito de defecc;ﬁo de quadrado como um exemplo da
detec¢do de envelope, a influéncia da diminuigdo na amplitude de recepgdo é
significante e distor¢do de sinal vem afetar a transmissdo. Assim, este sistema
¢ desvantajoso. Em outras palavras, o circuito de detec¢io de quadrado é
desvantajoso em termos da sensibilidade.

Como outra técnica para realizar um sinal de portadora cuja
estabilidade de freqiiéncia é alta, seria possivel usar um circuito de
multiplicador de freqiiéncia, um circuito de PLL, e assim sucessivamente,
tendo alta estabilidade por exemplo. Porém, esta técnica conduz a aumento na
escala de circuito. Por exemplo, em uma técnica exposta em "A 90nm CMOS
Low-Power 60GHz Transceiver with Integrated Baseband Circuitry", ISSCC
2009/SESSAO  18/RANGING and Gb/s COMMUNICATION/ 18.5,
Conferéncia Internacional de Circuitos de Estado Sélido 2009 IEEE, p. 314 a
316 (em seguida, documento de referéncia B), um divisor de 60 GHz é
eliminado para reduzir o consumo de energia usando um circuito de oscilador
simétrico. Porém, até mesmo nesta técnica, circuito de oscilador e divisor de
30 GHz, um circuito de deteccéo de freqiiéncia de fase (detector de freqiiéncia
de fase (PFD)), uma referéncia externa (neste exemplo, 117 MHz), e assim
sucessivamente, ¢ necessario. Portanto, é ébvio que a escala de circuito é

grande.
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periférico disso. Figura 4B € um diagrama para explicar a relagdo de fase c(])é’\(b
<
travamento de inje¢do. Nesta figura, E
Vo: Sinal de saida de oscilador local de lado de recepgao 8404 3

*saida corrente livre

Vout: Sinal de saida de oscilador local de lado de recepgdo 8404

*saida travada por injecé@o

0-¢: A quantidade de deslocamento de fase para detecg¢do sincrona 9quando o

eixo de modulagio e o eixo de portadora de referéncia estdo em fase)

Como uma contramedida contra os problemas no exemplo
comparativo acima descrito, a unidade funcional de demodula¢cdo 8400 das
concretizagdes emprega uma sistema de travamento de injegdo.

No caso de empregar a sistema de travamento de injec¢do, €
preferivel executar processamento correto de corregdo para o sinal assunto de
modulacdo com antecedéncia a fim de facilitar o travamento de inje¢do no
lado de recepgdo. Tipicamente, o sinal assunto de modulagdo € modulado
depois que o componente de CC proximo (corrente continua) € suprimido
para o assunto sinal de modulago, isto é, o sinal assunto de modulagdo ¢
modulado depois que um componente de baixa freqiiéncia ao redor da CC ¢é
suprimido (corte), de forma que o componente de sinal modulado perto da
freqiiéncia de portadora fc possa ficar tio pequeno quanto possivel e o
travamento de inje¢do no lado de recepgdo possa ser facilitado. Quer dizer, €
preferivel s6 suprimir ndo a CC, mas também o componente ao redor da CC.
No caso de um sistema digital, codificagdo livre de CC é executada a fim de
eliminar a ocorréncia de um componente de CC devido a continuagdo do
mesmo simbolo por exemplo.

E preferivel enviar também um sinal de portadora de
referéncia que corresponde ao sinal de portadora usado para a modulagéo e €
usado como a base do travamento de inje¢do no lado de recepcéo junto com o

sinal modulado a um sinal de onda de milimetro (sinal modulado). O sinal de
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portadora de referéncia € um sinal correspondendo ao sinal de portadora que;ﬁ 2% i
produzido do oscilador local de lado de transmissdo 8304 e usado para-a F;;g?
@ .

modula¢do. A freqiiéncia e fase (preferivelmente, e amplitude) do sinal de Prrmonc - 7

portadora de referéncia sdo sempre constantes (invariaveis). Tipicamente, o
sinal de portadora de referéncia é o proprio sinal de portadora usado para a
modulacio. Porém, o sinal de portadora de referéncia ndo esta limitado a isso
contanto que seja sincrono com o sinal de portadora. Por exemplo, o sinal de
portadora de referéncia pode ser um sinal que € sincrono com o sinal de
portadora usado para a modulagio e tem outra freqiiéncia (por exemplo sinal
harménico). Alternativamente, pode ser um sinal que tem a mesma
freqiiéncia, mas tem outra fase (por exemplo sinal de portadora em quadratura
ortogonal ao sinal de portadora usado para a modulagéo).

Dependendo do sistema de modulagdo e do circuito de
modulador, o sinal de portadora € incluido no préprio sinal de saida do
circuito de modulador em alguns casos (por exemplo modulagdo de amplitude
padrio ou ASK), enquanto a portadora é suprimida nos outros casos (por
exemplo modula¢do de amplitude, ASK, ou PSK baseado em um sistema de
supressdo de portadora). Portanto, o circuito para enviar também o sinal de
portadora de referéncia junto com o sinal modulado a um sinal de onda de
milimetro do lado de transmissdo emprega uma configuragdo de circuito
dependente do tipo de sinal de portadora de referéncia (se ou ndo usar o
proéprio sinal de portadora usado para a modulagdo como o sinal de portadora
de referéncia), o sistema de modulagio, e o circuito de modulador.

Unidade Funcional de Modulagdo

Figuras 3A a 3D mostram a configuragdo basica da unidade
funcional de modulacdo 8300 e do circuito periférico disso. Um processador
de sinal assunto de modulagdo 8301 € provido no estagio prévio da unidade
funcional de modulagdo 8300 (misturador de freqiiéncia 8302). Os exemplos

respectivos mostrados na Figuras 3A a 3D sdo exemplos de configuragdo para
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executa codificagdo livre de CC tal como codificagdo de conversio 8- 9‘»*

(codificagdo 8B/9B), codificacdo de conversdo 8-10 (codificagdo 8B/10B), ou

processamento de excitagdo para dados providos do conversor paralelo-serial
8114 a fim de eliminar a ocorréncia de um componente de CC devido a
continua¢do do mesmo simbolo. Embora ndo mostrado no diagrama, é
preferivel executar processamento de filtro passa-alto (ou processo de filtro
passa-banda) para o sinal assunto de modulagdo em um sistema de modulagdo
analégico.

Na codificacdo de conversdo8-10, dados de 8 bits sdo
convertidos a um cdédigo de 10 bits. Por exemplo, codigos de dados em que o
numero de "1" e o nimero de "0" sdo tio perto um ao outro quanto possivel
sdo empregados como os codigos de 10 bits entre 1024 tipos de codigos de 10
bits por esse meio para permitir aos dados terem a caracteristica livre de CC.
Parte dos codigos de 10 bits que ndo sdo empregados como os codigos de
dados s@o usados como por exemplo cddigos especiais indicando inativo,
delimitador de pacote, e assim sucessivamente. Como para o processamento
de mistura, por exemplo codificagio 64B/66B empregada na familia
10GBase-X (IEEE802.3ae ou similar) é conhecido.

Na configuracdo basica 1 mostrada na Figura 3A, um
processador de sinal de portadora de referéncia 8306 e um combinador de
sinal 8308 sdo providos, e opera¢do de combinar (mistura) o sinal de saida
(sinal modulado) do circuito de modulador (primeiro conversor de freqii€éncia)
e o sinal de portadora de referéncia € executada. Poderia ser dito que este
sistema é um sistema versatil independente do tipo de sinal de portadora de
referéncia, do sistema de modulag¢do, e do circuito de modulador. Porém,
dependendo da fase do sinal de portadora de referéncia, possivelmente o sinal
de portadora de referéncia combinado é detectado como um componente de

compensa¢do de corrente continua na hora de demodulagdo no lado de
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combinar o sinal modulado e o sinal de portadora de referéncia <ﬁa

......

mostrada na Figura 3B, o sinal modulado e o sinal de portadora de referenc‘la& -
podem ser enviados de antenas diferentes 8136 1 e 8136 2, respectivamente,
para o lado de recepgdo pelos respectivos caminhos de transmissé@o de sinal de
onda de milimetro 9 diferentes, preferivelmente sem a ocorréncia de
interferéncia. Na configuragdo basica 2, o sinal de portadora de referéncia
cuja amplitude também é sempre constante pode ser enviado para o lado de
recepgdo. Assim, poderia ser dito que este sistema € o sistema Otimo em
termos de facilidade de realizagdo do travamento de injegao.

Configuragdes basicas 1 e 2 tém uma vantagem que a
amplitude e fase do sinal de portadora usado para a modulagdo (em outras
palavras, o sinal modulado a ser enviado) e o sinal de portadora de referéncia
pode ser ajustado separadamente um do outro. Portanto, poderia ser dito que
estas configuracdes sdo satisfatérias para fazer o eixo de modulagdo no qual a
informagéo assunto de transmissio € levada e o eixo do sinal de portadora de
referéncia usado para o travamento de inje¢do (eixo de portadora de
referéncia) ndo esteja em fase, mas tenha fases diferentes por esse meio para
prevenir a ocorréncia de um componente de compensag¢do de corrente
continua na saida de demodulada.

Se o sinal de portadora cuja freqiiéncia e fase sdo sempre
constantes puder ser incluido no proprio sinal de saida do misturador de
freqliéncia 8302, é possivel empregar a configuragdo basica 3 mostrada na
Figura 3C, que ndo inclui o processador de sinal de portadora de referéncia
8306 e o combinador de sinal 8308. S6 o sinal modulado, modulado a um
sinal de onda de milimetro pela misturador de freqiiéncia 8302 pode ser
enviado para o lado de recepgdo, e o sinal de portadora incluido no sinal
modulado pode ser tratado como o sinal de portadora de referéncia. Ndo ha

nenhuma necessidade para adicionar outro sinal de portadora de referéncia ao
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sinal de saida do misturador de freqiiéncia 8302 e enviar o sinal resultante 20 <
—i Fis. é

lado de recepgdo. Por exemplo, esta configuragdo basica 3 pode SQI Pulean
empregada no caso de um sistema de modular a amplitude (por exempléf = ST N
sistema de ASK). Neste caso, é preferivel executar processamento livre de

CC.

Porém, também quando modulagdo de amplitude ou ASK é
empregada, um circuito de um sistema de supressio de portadora (por
exemplo circuito de modulador equilibrado ou circuito de modulador duplo-
equilibrado) pode ser empregado ostensivamente como o misturador de
freqliéncia 8302 de forma que o sinal de portadora de referéncia também
possa ser enviado junto com o sinal de saida do misturador de fregiiéncia
8302 (sinal modulado) como com as configuragdes basicas 1 e 2.

Também no caso de um sistema de modular a fase ou a
freqiiéncia, também seria possivel enviar s6 o sinal modulado (convertido em
freqiiéncia), modulado a um sinal de onda de milimetro pela unidade
funcional de modulagio 8300 (usando por exemplo modulagio de quadratura)
como na configuragdo basica 4 mostrada na Figura 3D. Porém, o nivel de
inje¢do (o nivel de amplitude do sinal de portadora de referéncia entrado ao
circuito de oscilador do sistema de travamento de inje¢do), o sistema de
modulacdo, a taxa de dados, a freqliéncia de portadora, e assim
sucessivamente também tem relag&o a se ou ndo o travamento de injecdo pode
ser alcangado no lado de recep¢do. Portanto, h4 um limite para a gama de
aplicagdo desta configuracio.

Todas as configuragdes basicas 1 a 4 podem empregar um
mecanismo para receber informacdo baseado no resultado de detecgdo do
travamento de inje¢do no lado de recep¢do do lado de recepgdo como
mostrado pelas linhas pontilhadas no diagrama e ajustar a freqiiéncia do sinal
de portadora de modulagio e a fase de onda de milimetros (particularmente

ondas usadas para o travamento de injegdo no lado de recep¢do: por exemplo
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sinal de portadora de referéncia ou sinal modulado) e o sinal de portadoria de
s

referéncia. Ndo é essencial transmitir a informag@o do lado de recepgia agu:
lado de transmissdo por ondas de milimetro, mas qualquer sistema pode Qs\?éil
empregado, ndo importa se o sistema estd baseado em transmissé@o por fios ou
transmissdo sem fios.

Em todas as configura¢des basicas 1 a 4, a freqiiéncia do sinal
de portadora de modulagdo (e sinal de portadora de referéncia) € ajustada por
controle do oscilador local de lado de transmissdo 8304.

Nas configuragdes basicas 1 e 2, a amplitude e fase do sinal de
portadora de referéncia sdo ajustadas por controle do processador de sinal de
portadora de referéncia 8306 e do amplificador 8117. Também seria possivel
na configuragdo basica 1 ajustar a amplitude do sinal de portadora de
referéncia pelo amplificador 8117, que ajusta a poténcia de transmissao.
Porém, este caso envolve uma desvantagem que a amplitude do sinal
modulado também é ajustada junto.

Na configuragdo basica 3, que é satisfatoria para um sistema
de modular a amplitude (modula¢do de amplitude anal6gica ou ASK digital),
o componente de freqiiéncia de portadora (equivalente a amplitude do sinal de
portadora de referéncia) no sinal modulado € ajustado ajustando o
componente de corrente continua para o sinal assunto de modulagdo ou
controlando o indice de modulagdo (relagdo de modulagdo). Por exemplo,
suponha que um sinal resultando de adi¢do de um componente de corrente
continua ao sinal assunto de transmissdo é modulado. Neste caso, se o indice
de modula¢ido for mantido constante, a amplitude do sinal de portadora de
referéncia € ajustada controlando o componente de corrente continua. Se o
componente de corrente continua for mantido constante, a amplitude do sinal
de portadora de referéncia ¢ ajustada controlando o indice de modulagdo.

Porém, neste caso, o combinador de sinal 8308 ndo precisa ser

usado, mas o sinal resultando de mistura do sinal modulado, que é obtido
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modulando o sinal de portadora pelo sinal assunto de transmissdo, € os sina¥s

de portadora usados para a modulagdo é enviado automaticamente enviardo |

R
s6 o sinal modulado saido do misturador de freqiiéncia 8302 para o lado deﬁ’b;. o

recep¢do. Inevitavelmente, o sinal de portadora de referéncia é levado no eixo
que ¢€ igual (isto ¢, isso esta em fase com) ao eixo de modulagdo no qual o
sinal assunto de transmissdo do sinal modulado é levado. No lado de
recep¢do, o componente de freqiiéncia de portadora no sinal modulado ¢
usado como o sinal de portadora de referéncia para o travamento de injegao.
Como descrito em detalhes mais tarde, no plano de fase, o eixo de modulagio
no qual a informag&o assunto de transmisséo € levada e o eixo do componente
de freqiiéncia de portadora (sinal de portadora de referéncia) usado para o
travamento de injeg¢do estdo em fase, e um componente de compensag¢ido de
corrente continua atribuido ao componente de freqii€ncia de portadora (sinal
de portadora de referéncia) surge na saida de demodulada.

Unidade Funcional de Demodulagdo

Figuras 4A1 a 4A4 mostram a configuragdo basica da unidade
funcional de demodulagdo 8400 e o circuito periférico disso. A unidade
funcional de demodula¢do 8400 das concretiza¢des inclui um oscilador local
lado de recepgdo 8404 e adquire o sinal de saida correspondendo ao sinal de
portadora usado para a modulagdo no lado de transmissdo provendo um sinal
de injec@o ao oscilador local lado de recep¢do 8404. Tipicamente, a unidade
funcional de demodulagdo 8400 adquire o sinal de saida de oscilagdo travado
com o sinal de portadora usado no lado de transmissdo. Subseqilientemente, a
unidade funcional de demodulagdo 8400 multiplica o sinal modulado de onda
de milimetro recebido e um sinal de portadora para demodulagdo (sinal de
portadora de demodulagdo: chamado o sinal de portadora de reprodug¢do)
baseado no sinal de saida do oscilador local de lado de recepg¢do 8404
(executa detecgdo sincrona) pelo misturador de freqiiéncia 8402, por esse

meio para adquirir um sinal de detec¢do sincrono. O componente de alta
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sinal de saida de oscilagdo pelo travamento de inje¢do, o sinal de saida d¢
oscilagdo travado com a freqiiéncia média do sinal modulado (a freqiiéncia d0\
sinal de portadora) € obtido, e componentes fora de Afomax sdo removidos.

Como o modo de provisdo do sinal de inje¢do para o oscilador
local de lado de recepgdo 8404, seria possivel prover o sinal de onda de
milimetro recebido ao oscilador local de lado de recepgdo 8404 como o sinal
de inje¢do como na configuragio basica 1 mostrada na Figura 4A1l. Neste
caso, ¢ preferivel que componentes de freqiiéncia dentro de Afomax sejam
poucos. Esta expressdo estda baseada no fato que, até mesmo quando os
componentes de freqliéncia dentro de Afomax existem um pouco, o
travamento de injegdo é possivel se o nivel de entrada de sinal e a freqiiéncia
forem ajustados corretamente. Quer dizer, seria dificil alcangar o travamento
de injeg¢do porque componentes de freqiiéncia que s@o desnecessarios para o
travamento de inje¢do também podem ser providos ao oscilador local de lado
de recepg¢do 8404. Porém, ndo ha nenhum problema até mesmo com a
configuragcdo basica 1 contanto que a modulagdo seja executada depois que
componentes de baixa freqiiéncia sdo suprimidos (através de codificagéo livre
de CC ou similar) para o sinal assunto de modulagdo com antecedéncia no
lado de transmiss@o por esse meio para impedir o componente de sinal
modulado de existir perto da freqiiéncia de portadora.

Além disso, seria possivel prover um separador de freqiiéncia
8401 para executar separagdo de freqiiéncia do sinal de onda de milimetro
recebido no sinal modulado e no sinal de portadora de referéncia e prover o
componente de sinal de portadora de referéncia separado para o oscilador
local de lado de recepgdo 8404 como o sinal de inje¢do como na configuragdo
basica 2 mostrada na Figura 4A2. Porque o componente de sinal € provido
depois de componentes de frequéncia que sdo desnecessarios para o
travamento de inje¢do sdo suprimidos com antecedéncia, o travamento de

injecdo pode ser alcan¢ado facilmente.
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Configuragdo Basica 3 mostrada na Figura 4A3 corresponcé
ao caso no qual o lado de transmissdo emprega a configuracdo basica 2%
mostrada na Figura 3B. Especificamente, esta configuragdo esta baseada em
um sistema no qual o sinal modulado e o sinal de portadora de referéncia sdo
recebidos por antenas diferentes 8236_1 e 8236 2, respectivamente, pelos
respectivos caminhos de transmissio de sinal de onda de milimetro 9
diferentes, preferivelmente sem a ocorréncia de interferéncia. Na
configuragédo bésica 3 do lado de recepgdo, o sinal de portadora de referéncia
cuja amplitude também é sempre constante pode ser provido ao oscilador
local de lado de recepgdo 8404. Assim, poderia ser dito que esta configuracio
€ o sistema 6timo em termos de facilidade de realizacdo do travamento de
injecdo.

Configuragdo basica 4 mostrada na Figura 4A4 corresponde ao
caso no qual o lado de transmissdo estd baseado em um sistema de modular a
fase ou a freqiliéncia e tem a configuragdo basica 4 mostrada na Figura 3D.
Embora esta configuragdo seja semelhante a configuragio basica 1, a unidade
funcional de demodulagdo 8400 tem a configura¢io de um circuito de
demodulador complacente com modulagio de fase ou modulagio de
freqiiéncia, tal como um circuito de detecgdo de quadratura, na pratica.

O sinal de onda de milimetro recebido pela antena 8236 &
provido ao misturador de freqiiéncia 8402 e ao oscilador local de lado de
recepgdo 8404 por um divisor (desmultiplexador) (ndo mostrado). O oscilador
local de lado de recepg¢do 8404 produz o sinal de portadora de reprodugéo
travado com o sinal de portadora usado para a modulagdo no lado de
transmissdo devido ao funcionamento do travamento de injec3o.

O nivel de inje¢do (o nivel de amplitude do sinal de portadora
de referéncia entrado ao circuito de oscilador do sistema de travamento de
inje¢do), o sistema de modulagdo, a taxa de dados, a freqiiéncia de portadora,

€ assim sucessivamente, também tem relacdo a se ou ndo o travamento de
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energia e tolerancia a interferéncia porque uma situagdo na qual o travaménto . .
’l;-:\ ?‘}3

de injecdo ndo pode ser alcangado no lado de recepg¢do ocorre a menos qug 045

sinal de onda de milimetro (particularmente, o componente de sinal a}é;VVX?ﬁ"

portadora de referéncia) seja transmitido com intensidade um pouco alta.
Porém, esta técnica tem uma vantagem que reagdo pode ser executada s6 pelo
lado de recepgio.

Em contraste, a técnica na qual o lado de transmissdo reage
tem vantagens que o sinal de onda de milimetro pode ser transmitido com a
poténcia minima necessdria para permitir realizagdo do travamento de injegéo
no lado de recep¢do e assim o consumo de energia pode ser reduzido e que a
tolerancia a interferéncia é aumentada, embora transmissdo de informagéo do
lado de recepgdo para o lado de transmissdo seja necessaria.

As vantagens seguintes sdo alcangadas empregando o sistema
de travamento de inje¢do em transmissdo de sinal dentro de alojamento e
transmissio de sinal inter-aparelho. O oscilador local de lado de transmissdo
8304 pode relaxar as especificagdes de exigéncia da estabilidade da
freqiiéncia do sinal de portadora usada para a modulagdo. O oscilador local de
lado de recepcdo 8404, que esta no lado de travamento de injegdo, precisa ter
um tal baixo fator de qualidade assim para ser capaz de variagdo de
freqtiéncia seguinte no lado de transmiss&o como é aparente da expressédo (A).

Isto é conveniente para o caso de formar o todo do oscilador
local lado de recepgdo 8404 incluindo um circuito tanque (componente de
indutancia e componente de capacitincia) em um CMOS. No lado de
recepcdo, o oscilador local de lado de recepg¢do 8404 pode ter um baixo fator
de qualidade. Este ponto também se aplica ao oscilador local de lado de
transmissdo 8304 no lado de transmissdo. O oscilador local de lado de
transmissdo 8304 pode ter baixa estabilidade de freqiiéncia e pode ter um
baixo fator de qualidade.

A microminiaturizagdo do CMOS serd ademais avangada no
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freqiiéncia de portadora no lado de transmissdo é cancelado. Assim, varios
sistemas de modulacdo tal como modulagdo de fase podem ser empregados
facilmente. Por exemplo, como modulagdo digital, modulagdo de fase tal
como modulagdo de chave deslocamento de fase de quadratura (QPSK) e
modulacdo de amplitude em quadratura 16 (16QAM) € extensamente
conhecida. Nestes sistemas de modulagdo de fase, modula¢do de quadratura é
executada entre o sinal de banda base e a portadora. Na modulagdo de
quadratura, os dados de entrada sdo feitos de sinais de banda base de fase I e
fase Q e modulagdo € executada. Quer dizer, a modulagdo é executada
separadamente para os sinais de portadora respectivos no eixo I e no eixo Q
pelo sinal de fase I e sinal de fase Q, respectivamente. O travamento de
injegcdo pode ser aplicado ndo s6 a um sistema de modulagdo de 8PSK como
aquele descrito em documento de referéncia E, mas também a um sistema de
modulagdo de quadratura tal como QPSK ou 16QAM, e a taxa de transmisséo
de dados pode ser aumentada fazendo o sinal modulado estar em quadratura.

Se o travamento de inje¢do for empregado, devido a
combina¢do com detecg¢do sincrona, a transmisséo é dificilmente afetada pelo
problema de interferéncia até mesmo no caso no qual varios pares de
transmiss@o/recepgdo executam simultaneamente transmissdo independente,
tal como o caso no qual transmissdo de multicanal ou transmissdo bidirecional
duplex total é executada, sem uso de um filtro passa-banda para seleg¢do de
comprimento de onda no lado de recepgio.

Relagdo entre Sinal de Injecdo e Sinal de Saida de Oscilagdo

Figura 4B mostra a relagdo de fase entre os sinais respectivos
no travamento de inje¢do. Na Figura 4B, como a relagdo de fase basica, uma
relacdo na qual o sinal de inje¢do (neste exemplo, o sinal de portadora de
referéncia) e o sinal de portadora usado para a modulagdo estdo em fase entre
si € mostrada.

Como o modo de operagdo do oscilador local de lado de
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de amplificador, podem ser empregados. Quando o sistema de travamento é’@,? '

injecdo € empregado, o modo de travamento de injecdo é usado como a
operagdo basica e o modo de amplificador € usado no caso especial. O caso
especial € o caso no qual o sinal de portadora de referéncia é usado como o
sinal de injegdo e as fases do sinal de portadora usado para a modulagdo e o
sinal de portadora de referéncia sdo diferentes entre si (tipicamente, em uma
relagdo de quadratura).

Quando o oscilador local de lado de recepgdo 8404 opera no
modo de travamento de inje¢do, uma diferenca de fase existe entre o sinal de
portadora de referéncia recebido SQ e o sinal de saida de oscilagdo SC saido
do oscilador local de lado de recepg¢do 8404 devido ao travamento de injecdo
como mostrado no diagrama. Para executar detecgdo de quadratura pelo
misturador de freqiiéncia 8402, esta diferenga de fase precisa ser corrigida.
Como ¢€ aparente do diagrama, a quantidade de deslocamento de fase do sinal
de saida do oscilador local de lado de recepgido 8404 é "0 - ¢" no diagrama
quando o ajuste de fase do sinal de saida do oscilador local de lado de
recepgdo 8404 € assim executado pelo. ajustador de amplitude de fase 8406 a
fase do sinal de saida do oscilador local de lado de recepcdo 8404
corresponde substancialmente com a fase do sinal modulado SI.

Em outras palavras, o ajustador de amplitude de fase 8406
desloca a fase do sinal de saida Vout obtido quando o oscilador local de lado
de recep¢do 8404 esta operando no modo de travamento de injecdo de tal
modo que a diferenga de fase "0 - ¢" entre o sinal de inje¢do Sinj para o
oscilador local de lado de recepgdo 8404 e o sinal de saida travado por inje¢do
Vout € cancelado. A diferenca de fase entre o sinal de injecdo Sinj para o
oscilador local de lado de recepgdo 8404 e a saida livre corrente Vo do
oscilador local de lado de recepgdo 8404 & 0, e a diferenca de fase entre o

sinal de saida travado por inje¢do Vout do oscilador local de lado de recepcao
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No sistema de ASK, a amplitude do sinal de portadorgQ €.

sinal de fase I e do sinal de fase Q ¢ usado e a amplitude de sinal do sinal
modulado ¢ dada na gama de 0 a + F no plano de fase representado pelo eixo I
e pelo eixo Q. O caso no qual a modulagdo é executada com valores binarios
de 0 e +F ¢é o mais simples, e é equivalente a OOK quando o indice de
modulagdo € 100%. "F" pode ser considerado como "1" por normalizagio, de
forma que ASK bindrio seja realizado.

Uma consideragdo sera feita abaixo sobre o caso no qual um
sinal tendo a mesma freqiiéncia e a mesma fase como aquelas do sinal de
portadora usado para a modulagdo é usado como o sinal de portadora de
referéncia. Por exemplo, quando informagdo € levada no eixo I e é para ser
transmitida como mostrado na Figura 5A1, o sinal de portadora de referéncia
também € feito estar em fase (eixo I).

Se o sinal de portadora usado para a modulagdo e o sinal de
portadora de referéncia sdo feitos estarem em fase entre si, por exemplo a
técnica seguinte pode ser empregada.

Um primeiro exemplo mostrado na Figura 5A2 é um exemplo
da técnica na qual a configuragdo basica 1 mostrada na Figura 3A é usada.
Um sinal assunto de transmissio a(t) e um sinal de portadora c(t) = coswt sdo
providos ao misturador de freqiiéncia 8302. Um circuito de modulador
equilibrado ou um circuito de modulador duplo-equilibrado é usado como o
misturador de freqiiéncia 8302 e modula¢do de amplitude de supressdo de
portadora € executada por esse meio para gerar um sinal d(t) = a(t)cosot e o
prové ao combinador de sinal 8308. O sinal assunto de transmissdo a(t) leva
valores binarios de 0 e +1. O processador de portadora de referéncia 8306 de
sinal fixa Co (dentro da gama de 0 a 1) como a amplitude do sinal de
portadora c(t) = coswt produzido do oscilador local de lado de transmissio

8304 e prové o sinal resultante como um sinal de portadora de referéncia e(t)

modulada pelo sinal assunto de transmissdo. Pode ser considerado que um"@}g?\.\l ‘ i
4 BRY
“Yxas
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= Cocoswt para o combinador de sinal 8308. O combinador de sinal 83?0%3_ ,.//gri«

executa combinagio de sinal d(t) + e(t) por esse meio para gerar um sinal « )“b.'
transmissio f(t). A modulagio é equivalente a 100% de modulagdo quando C<; g
= 0.

Um segundo exemplo mostrado na Figura 5A3 e um terceiro
exemplo mostrado na Figura 5A4 s@o exemplos da técnica na qual a
configuracdo basica 3 mostrada na Figura 3C é usada. Uma configuracédo de
circuito a qual supressdo de portadora nio é aplicada ¢ usada como o
misturador de freqiiéncia 8302, e modulagdo de amplitude € executada por um
sinal g(t) obtido adicionando um componente b0 de corrente continua a um
sinal assunto de transmissdo b(t) por esse meio para gerar um sinal h(t) =
g(t)cosmt. O sinal assunto de transmisséo b(t) leva valores binarios de -1 e +1.
A amplitude B do sinal assunto de transmissdo b(t) é equivalente ao indice de
modulacdo (relagdo de modulagéo).

No segundo exemplo mostrado na Figura 5A3, o indice de
modulagdo B é mantido constante (= 1) e a amplitude do sinal de portadora de
referéncia (amplitude durante o periodo quando b(t) = -1) € ajustada
controlando o componente de corrente continua b0 dentro da gama de 1 a 2.
No terceiro exemplo mostrado na Figura 5A4, o componente de corrente
continua b0 € mantido constante (= 1) e a amplitude do sinal de portadora de
referéncia (amplitude durante o periodo quando b(t) = -1) € ajustada
controlando o indice de modulagdo B dentro da gamade O a 1.

Em todos os primeiro a terceiro exemplos, quando informagao
¢ levada s6 no eixo I e é para ser transmitida, o sinal de portadora de
referéncia também ¢é feito estar em fase (eixo I). Neste caso, um componente
de compensacdo de corrente continua surge no lado de recep¢do como ¢é
aparente da Figura 5AS.

Por exemplo, se o eixo I for definido como o eixo do

componente real e o eixo Q for definido como o eixo do componente
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imaginario e a amplitude do sinal assunto de transmissdo a(t) for fixada é‘ 0 e /
+1 no primeiro exemplo, o ponto de sinal de recepgdo é desenhado em 0’% 4@\]@ &
(‘;:?.

no eixo I. Se a portadora de referéncia também for levada no eixo I, o poﬁfb)‘.»qs -X
de sinal é desenhado a "0+Co" e "+1+Co." Quer dizer, um componente de
corrente continua de +Co € tomado como resultado.

Se o sinal assunto de transmissdo b(t) for fixado a -1 e +1 no
segundo exemplo e no terceiro exemplo, o ponto de sinal de recepgdo €
desenhado em -1 e +1 no eixo I. Se a portadora de referéncia também for
levada no eixo I, o ponto de sinal é desenhado a "0+Co" e "+1+Co". Quer
dizer, um componente de corrente continua de +Co é tomado como resultado.
Estes exemplos estdo baseados no conceito que, no caso de empregar BPSK,
este BPSK € feito equivalente a ASK executando modulagdo depois que o
sinal assunto de modulagdo foi processado com antecedéncia através de
processamento de sinal de forma que a portadora de referéncia também possa
ser levada no eixo I.

Para resolver este problema, seria possivel prover o supressor
de componente de corrente continua 8407 para suprimir o componente de
corrente continua no lado de recep¢do como mostrado nas Figuras 4A1 a 4A4.
Porém, variacdo de aparelho para aparelho existe e assim ajuste individual
dependente da magnitude da compensagdo de corrente continua € necessario,
e ha uma desvantagem que o supressor de componente de corrente continua
8407 ¢ afetado por deriva de temperatura.

Como um método para resolver este problema sem a provisao
do supressor de componente de corrente continua 8407 na lado de recepgéo,
seria possivel levar o sinal de portadora de referéncia em um eixo de fase
diferente (preferivelmente, mais remoto) do eixo de fase no qual a informagéo
de transmissdo é levada (eixo de fase do sinal modulado) e enviar os sinais.

Por exemplo, no caso do modo de ASK, no qual a informagao

de transmissdo é levada em um unico do eixo I e do eixo Q, seria possivel
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fazer o sinal de portadora de referéncia e a informagdo modulada estar~eng,. :j”

quadratura no lado de transmissdo. Especificamente, em vez de execﬁi;g,ﬁ
modulagdo de dois eixos com o sinal de fase I e o sinal de eixo Q, s6 um d(;
eixo I e do eixo Q é usado para transmissdo de sinal enquanto o outro &
tratado como o eixo sem modulagdo, e o sinal ndo modulado é usado como o
sinal de portadora de referéncia.

A relacdo do eixo I e do eixo Q pode ser invertida entre a
informacgdo de transmissio (modulado informag¢do) e o sinal de portadora de
referéncia. Por exemplo, a informagéo de transmissdo pode ser levada no eixo
I enquanto o sinal de portadora de referéncia pode ser levado no eixo Q no
lado de transmissdo. Reciprocamente, a informag¢do de transmissdo pode ser
levada no eixo Q enquanto o sinal de portadora de referéncia pode ser levada
no eixo I. No exemplo mostrado na Figuras 5B1 a 5B4, a informagdo de
transmissdo ¢ levada no eixo I enquanto o sinal de portadora de referéncia €
levado no eixo Q.

Como mostrado na Figura 5SB2, um misturador de freqiiéncia
8302_1 ¢ provido para o eixo I para o sinal de transmissdo. Um sinal assunto
de transmissdo a(t) € provido ao misturador de freqliéncia 8302 1. O
processador de sinal de portadora de referéncia 8306 tem uma misturador de
freqiiéncia 8302_Q para o eixo Q para o sinal de portadora de referéncia e um
deslocador de fase de 90 graus 8309 como uma unidade funcional para fazer o
sinal de portadora estar em quadratura no estagio prévio do misturador de
freqiiéncia 8302 Q. Um circuito ajustador de amplitude de fase 8307 pode ser
feito funcionar como o deslocador de fase de 90 graus 8309. Um componente
de corrente continua Co é provido ao misturador de freqiié€ncia 8302 _Q.

No lado de recepgdo, o sinal de portadora de reproducgdo
baseado no sinal de saida do oscilador local de lado de recepgdo 8404 ¢
provido ao misturador de freqiiéncia 8402 e é multiplicado com o sinal

modulado de eixo I recebido (detecgdo sincrona € executada), por esse meio
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para restabelecer o sinal de banda base de eixo I. Neste momento, ajuste de
fase € assim executado que a fase do sinal de portadora de reproducio
baseado no sinal de saida do oscilador local lado de recep¢io 8404 quase
corresponde com a fase do sinal modulado de eixo I. Contanto que as fases
sejam quase iguais entre si eventualmente, o ajuste de fase pode ser executado
tanto no estagio prévio ou no estdgio subseqiiente do oscilador local lado de
recep¢do 8404 como descrito acima.

Se o sinal modulado (sinal de portadora) e o sinal de portadora
de referéncia forem feitos estarem em uma relagdo de quadratura, como obter
o sinal de portadora de reprodugido baseado no sinal de saida do oscilador
local lado de recepgdo 8404 tem relagdo a amplitude de inje¢do. Falando
amplamente, o modo de pensar sobre o deslocamento de fase difere
dependendo de se o travamento de inje¢do do oscilador local de lado de
recepcdo 8404 funciona corretamente ou o travamento de inje¢dio ndo
funciona e assim o oscilador local de lado de recepgio 8404 opera no modo
de amplificador.

Por exemplo, se a amplitude de inje¢do for fixada pequena
(sinal de inje¢do fraco é usado) de forma que o travamento de injecdo do
oscilador local de lado de recep¢do 8404 possa funcionar corretamente, o
sinal de portadora de reprodugdo é adquirido baseado no sinal de saida Vout
(sinal saida de oscilagdo SC) do oscilador local de lado de recepgdo 8404
obtido pelo travamento de inje¢do. Embora "a amplitude de inje¢do seja
fixada pequena (sinal de inje¢fo fraco é usado)", o travamento de injecdo
resulta em fracasso se o sinal de injegcdo for fraco demais. Portanto, uma
entrada tendo um nivel correto é necessaria de forma que o travamento de
inje¢do possa funcionar corretamente. Neste caso, o sinal de saida de
oscilagdo SC baseado em um sinal de portadora de referéncia SQ do Eixo Q é
obtido do oscilador local de lado de recepgdo 8404. Porém, como mostrado na

Figura 4B, uma diferenca de fase existe entre o sinal de portadora de
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S6 o componente de eixo Q pode ser obtido se detec¢do sincrona tzgr'?‘ﬁ'b./;'
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executada com o sinal de saida saido do oscilador saida local lado de recepg:écﬁ%.\ L

8404 no modo de amplificador correspondendo ao sinal de portadora de
referéncia SQ de sinal no eixo Q. Assim, a fase é deslocada por 90 graus no
caminho por esse meio para permitir realizagdo do componente de eixo I.

Portanto, como a configura¢do de circuito do sistema de
demodulagdo, uma configuragdo de circuito que executa sé ajuste de fase
como mostrado na Figura 5C1 e uma configura¢do de circuito que ajusta
ambas a fase e a amplitude como mostrado na Figura 5C2 séo possiveis. No
caso de ajustar ambas a fase e a amplitude, é possivel empregar qualquer de
uma configuragdo na qual elas sdo ajustadas no lado de inje¢do do oscilador
local de lado de recepgdo 8404 e uma configuragfo na qual elas sdo ajustadas
no lado de saida de oscilagdo do oscilador local de lado de recepgdo 8404.
Além disso, como mostrado na Figura 5C3, a amplitude de inje¢cdo pode ser
ajustada no lado de inje¢do do oscilador local de lado de recepgdo 8404 a fim
de que ajuste seja feito sobre se ou ndo permitir o travamento de injegdo
funcionar corretamente.

Exemplo Especifico de Processamento de Demodulagdo no
Caso de Relagdo de Quadratura

Figuras 6A1 a 6D2 sdo diagramas para explicar um exemplo
especifico de processamento de demodulagdo quando o sinal de portadora e o
sinal de portadora de referéncia tém a mesma freqiiéncia e fases em uma
relagdo de quadratura. Como o oscilador local lado de recepg¢do 8404, um
circuito de oscilador de resisténcia negativa diferencial 8500 a ser descrito
mais tarde € usado.

Figura 6A1 mostra um exemplo de espectro do sinal de saida
do oscilador local de lado de recepgdo 8404 na oscilagdo corrente livre dele.
Do diagrama, se mostra que o oscilador local de lado de recep¢do 8404 oscila

a 60 GHz e um segundo forte harmoénico também é gerado. Uma simulagéo ¢
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executada sobre o comportamento do sinal de saida Vout do oscilador loc&lﬁ:;;a'

lado de recep¢do 8404 quando um sinal Sinj incluindo um componente dg‘%’%';

eixo I (sinal modulado) e um componente de eixo Q (sinal de portadora de
referéncia) € injetado ao oscilador local de lado de recepcdo 8404 neste
estado.

No circuito mostrado na Figura 5B2, um sinal de dados de
uma seqiiéncia M (2711-1) € usado para o eixo I e um componente de
corrente continua é usado para o eixo Q, e o sinal Sinj obtido convertendo a
cima cada um deles para a banda de 60 GHz é usado como o sinal de injegéo
para o oscilador local lado de recepgdo 8404. A tabela 1 mostra as

especificagdes do sinal de injecao.

ITENS ESPECITICACOES
I: DADOS M-SEQUENCIA 2 " 11-1
I: TAXA DE SIMBOLOS 10GS/s
I: Fator de Rolloff 0,35, co-seno elevado a raiz
Q: DC
FREQUENCIA CENTRAL 60 GHz

Figura 6B1 mostra um exemplo de forma de onda do sinal I, Q
de banda base usado como o sinal de inje¢do. Figura 6B2 mostra um exemplo
de espectro disso. Uma corrente obtida multiplicando este sinal de inje¢@o
pelo fator de escala € injetada ao oscilador local de lado de recepg¢do 8404 por
uma fonte de corrente.

Figuras 6C1 a 6D2 mostram o comportamento do sinal de
saida do oscilador local de lado de recep¢do 8404 quando o sinal Sinj
incluindo o componente de eixo I (sinal modulado) e o componente de eixo Q
(sinal de portadora de referéncia) € injetado ao oscilador local de lado de
recepcdo 8404. A fim de analisar o sinal de saida Vout do oscilador local de
lado de recepcdo 8404, o sinal de saida é convertido a baixo a um sinal [ € um

sinal Q usando um circuito de detec¢do de quadratura como mostrado na
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Figura 6C1.

inje¢do do oscilador local de lado de recep¢do 8404 funciona corretamente.
Neste exemplo, o fator de escala é fixado a 10™. Figura 6C3 mostra um
exemplo do sinal I e do sinal Q a este tempo resultando da converséo a baixo
por uso do circuito de detec¢do de quadratura mostrado na Figura 6C1.

A injegdo de sinal é comecada de 0,5 ns, e o travamento de
inje¢do é alcangado depois de cerca de 4 ns. Como ha pouco descrito, se
mostra que, se o sinal de inje¢do for fraco, o travamento de inje¢cdo funciona
corretamente e por esse meio o componente de sinal modulado de eixo I sai
da gama de travamento Afomax para ser removido principalmente pelo efeito
de passa-banda do oscilador local de lado de recepgdo 8404.

O sinal de banda base livre do componente de compensagéo de
corrente continua € obtido ajustando a fase do sinal de saida de oscilagdo SC
obtido devido a travamento de inje¢do baseado no sinal de portadora de
referéncia de eixo Q SQ de forma que esta fase possa corresponder com a fase
do sinal modulado de eixo I SI e executando detec¢do sincrona provendo o
sinal resultante como a sinal de portadora de reprodugdo SR para o misturador
de freqiiéncia 8402.

Figura 6D1 mostra um exemplo de espectro do sinal de saida
Vout quando a amplitude de injegdo é fixada grande de forma que o
travamento de inje¢do do oscilador local de lado de recepg¢do 8404 pode ndo
funcionar, mas o oscilador local de lado de recepg¢do 8404 pode operar no
modo de amplificador. Neste exemplo, o fator de escala é fixado a 5 O 10°.
Figura 6D2 mostra um exemplo do sinal I e do sinal Q a este momento
resultando da conversdo a baixo por uso do circuito de detecgdo de quadratura
mostrado na Figura 6C1.

A inje¢do de sinal é comegada de 0,5 ns, e o sinal de saida ¢
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transmissdo 110) e do lado de recepgdo (unidade geradora de sinal de lado é?e o
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recep¢do 220) quando o sistema de travamento de inje¢do é empregado ﬁ‘g wu
2,

transmissdo de um sinal de onda de milimetro do primeiro dispositivo
comunicac¢do 100 para o segundo dispositivo de comunicagdo 200.

Sistema de Travamento de Injecdo: Primeira Concretizagdo

Figuras 7A e 7B sd@o diagramas para explicar um exemplo de
configuracdo do lado de transmissor empregando o sistema de travamento de
inje¢do de acordo com uma primeira concretizagdo da presente invengdo.
Figura 8 é um diagrama para explicar um exemplo de configuracdo do lado de
receptor empregando o sistema de travamento de inje¢do de acordo com a
primeira concretizagdo. Um sistema de transmissdo sem fios 1A da primeira
concretizagdo € configurado pela combinagdo de uma unidade geradora de
sinal de lado de transmissdo 8110A da primeira concretizagdo mostrada nas
Figuras 7A e 7B e uma unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 8220A
da primeira concretizagdo mostrada na Figura 8. A primeiro concretizagdo
relaciona-se a uma configuragdo empregando um sistema no qual controle
para permitir realizagdo de travamento de inje¢do € executado no lado de
recep¢ao.

Exemplo de Configurag¢édo de Lado de Transmiss&o

Figura 7A mostra a configura¢do da unidade geradora de sinal
de lado de transmissdo 8110A 1 (correspondendo as unidades geradoras de
sinal de lado de transmissdo 110 e 210) da primeira concretizagdo (primeiro
exemplo). Figura 7B mostra a configura¢do da unidade geradora de sinal de
lado de transmissdo 8110A 2 (correspondendo as unidades geradoras de sinal
de lado de transmiss@o 110 e 210) da primeira concretizagcdo (segundo
exemplo). Numeral de referéncia " 1" é dado no primeiro exemplo e numeral
de referéncia " 2" ¢ dado no segundo exemplo. Estes numerais de referéncia
sdo omitidos quando uma descricdo é feita sem discriminagdo entre o

primeiro e segundo exemplos.
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funcional de modulagdo 8300 2 inclui um multiplicador de freqiiéncia 82&)%.5,2;;2

no estagio prévio do oscilador local de lado de transmisséo 8304.1%2“““"“
multiplicador de freqliéncia 8303 multiplica o "sinal de reldgio que pode ser
usado como a base" provido de um gerador de sinal de relégio (ndo mostrado)

e prové o sinal multiplicado para o oscilador local de lado de transmissdo
8304. O oscilador local de lado de transmissdo 8304 no segundo exemplo €
um circuito de oscilador sincrono e gera o sinal de portadora usado para a
modulag¢d@o em sincronizagio com o sinal multiplicado.

O misturador de freqiiéncia 8302 modula o sinal de portadora
gerado pelo oscilador de local de lado de transmissdo 8304 pelo sinal de
entrada processado do conformador de forma de onda 8326 e prové o sinal
resultante para o combinador de sinal 8308. O circuito ajustador de amplitude
de fase 8307 fixa a fase e amplitude do sinal de portadora de referéncia a ser
transmitido baseado em informagdo de fixagdo da fase e da amplitude do
controlador 8346.

O combinador de sinal 8308 € provido para enviar o sinal de
portadora de referéncia ao lado de recep¢do junto com o sinal modulado,
modulado a um sinal de onda de milimetro quando o numero de cada uma de
antenas 8136 e 8236 é um. O combinador de sinal 8308 é desnecessario se o
sinal modulado gerado pelo misturador de freqii€éncia 8302 e o sinal de
portadora de referéncia gerado pelo processador de sinal de portadora de
referéncia 8306 forem transmitidos por antenas diferentes.

Se o sinal de portadora de referéncia também for enviado para
o lado de recepgdo junto com o sinal modulado a um sinal de onda de
milimetro, o combinador de sinal 8308 executa processamento de combinar o
sinal modulado, modulado ao sinal de onda de milimetro pela misturador de
freqiiéncia 8302 e o sinal de portadora de referéncia do circuito ajustador de
amplitude de fase 8307 e passa o sinal resultante ao amplificador 8117. Se so

o sinal modulado, modulado ao sinal de onda de milimetro pelo misturador de



15

25

”s,
e
78 <
5]

Z
. . . P
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8308 ndo executa o processamento de combinagdo, mas passa s6 o sinal ¥}~

modulado, modulado ao sinal de onda de milimetro pelo misturador de
freqiiéncia 8302 para o amplificador 8117. O amplificador 8117 ajusta a
amplitude da transmissdo produzida e as caracteristicas de freqiiéncia para o
sinal de onda de milimetro recebido do combinador de sinal 8308 de acordo
com necessidade, e prové o sinal resultante para a antena 8136.

Como € compreendido da descri¢do anterior, no caso de enviar
também o sinal de portadora de referéncia ao lado de recepgdo junto com o
sinal modulado a um sinal de onda de milimetro, o sistema de modulagdo e a
configuragdo de circuito do misturador de freqiiéncia 8302 também tem
relagdo para se ou nio fazer para o combinador de sinal 8308 funcionar.
Dependendo do sistema de modulagdo e da configuragdo de circuito do
misturador de freqiiéncia 8302, é possivel enviar também o sinal de portadora
de referéncia ao lado de recepgdo junto com o sinal modulado um sinal de
onda de milimetro até mesmo a sem o funcionamento do combinador de sinal
8308.

Em modulagdo de amplitude e ASK, um circuito de modulador
do sistema de supressdo de portadora pode ser usado ostensivamente como o
misturador de freqiiéncia 8302, e o sinal de portadora de referéncia gerado
pelo oscilador local de lado de transmissdo 8304 também pode ser transmitido
junto com a saida do misturador de freqiiéncia 8302. Neste caso, um
harmoénico do sinal de portadora usado para a modulacdo pode ser usado
como o sinal de portadora de referéncia, e a amplitude do sinal modulado e o
sinal de portadora de referéncia podem ser ajustados separadamente um do
outro. Especificamente, ajuste de ganho € executado no amplificador 8117
com aten¢do dada a amplitude do sinal modulado, e simultaneamente a
amplitude do sinal de portadora de referéncia também ¢é ajustada neste

momento. Porém, s6 a amplitude do sinal de portadora de referéncia pode ser
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recepcdo 8404 (por exemplo no estagio prévio do ajustador de amplitude dé ¥ =22 ,,,.‘

fase 8406). Empregando esta configuragdo, o componente de sinal modulado:';‘
e o componente de sinal de portadora de referéncia sdo separados do sinal de
onda de milimetro recebido, € s6 o componente de sinal de portadora de
referéncia € provido ao oscilador local lado de recepgdo 8404, de forma que o
travamento de injecdo seja facilitado.

O ajustador de amplitude de fase 8406 fixa a fase e amplitude
do sinal de portadora de referéncia recebido baseado em informagdo de
fixacdo da fase e da amplitude do controlador 8446. Embora o diagrama
mostre a configuracdo na qual o ajustador de amplitude de fase 8406 esta
disposto no lado do terminal de entrada do sinal de inje¢do para o oscilador
local de lado de recepgdo 8404, uma configuragdo na qual o ajustador de
amplitude de fase 8406 esta disposto no caminho de sinal entre o oscilador
local de lado de recepg¢do 8404 e o misturador de freqiiéncia 8402 pode ser
empregada, ou alternativamente ambas as configuragdes podem ser
empregadas.

O supressor de componente de corrente continua 8407 suprime
o componente de corrente continua desnecessario (componente de
compensacdo de corrente continua) incluido no sinal de detecg¢do sincrona
saido do misturador de freqiiéncia 8402. Por exemplo, no caso de transmitir
também o sinal de portadora de referéncia do lado de transmissé@o para o lado
de recepg¢do junto com o sinal modulado, possivelmente um componente de
compensagdo de corrente continua grande surge no sinal de detecgdo sincrono
dependendo da relagdo de fase entre o sinal modulado e o sinal de portadora
de referéncia. O supressor de componente de corrente continua 8407 funciona
para remover o componente de compensagdo de corrente continua.

O controlador 8446 inclui uma parte funcional de um ajustador
de travamento de inje¢do que executa ajuste de travamento baseado em

informag¢do indicando o estado do travamento de inje¢do detectado pelo
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demodulag@o gerado pelo oscilador local de lado de recep¢io 8404 possa sep

4

travado com o sinal de portadora de modulagdo. Um controlador de

travamento de injecdo 8440 é configurado pelo detector de travamento de
injecdo 8442 e a parte funcional (ajustador de travamento de inje¢fio) relativa
ao ajuste de travamento de inje¢do no controlador 8446.

O detector de travamento de inje¢do 8442 determina o estado
do travamento de inje¢do baseado no sinal de banda base adquirido pelo
misturador de freqiiéncia 8402, e notifica o controlador 8446 do resultado de
determinag¢do. Embora o diagrama mostre a configura¢do na qual o sinal de
saida do supressor de componente de corrente continua 8407 é detectado, uma
configuragdo na qual o lado de entrada do supressor de componente de
corrente continua 8407 € detectado pode ser empregada.

O "estado da travamento de inje¢do" se refere ao estado
relativo a se ou ndo o sinal de saida (saida de circuito de oscilador) saido do
oscilador local de lado de recepcdo 8404 estd travado com o sinal de
portadora de referéncia do lado de transmissdo. O estado no qual a saida de
circuito de oscilador e o sinal de portadora de referéncia do lado de
transmissdo estdo travados entre si também sera representado como "o
travamento de injegdo ¢ alcangado".

A unidade geradora de sinal de lado de recepg¢do 8220A
controla pelo menos uma da freqiiéncia de oscila¢do livre corrente do
oscilador local de lado de recepgdo 8404 e a amplitude (amplitude de inje¢do)
e fase (fase de inje¢do) do sinal de injeg¢do para o oscilador local de lado de
recep¢do 8404 de forma que o travamento de inje¢do possa ser alcangado.
Qual fator ¢ para ser controlado depende da configuragdo de sistema, e todos
os fatores ndo precisam necessariamente ser controlados.

Por exemplo, a fim de que o travamento de inje¢do seja

alcangado, o controlador 8446 controla a freqiiéncia de oscilagdo livre
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de injecdo e fase de injecdo do sinal de inje¢do ao oscilador local de ladofdg‘:;“ﬁ.
recep¢do 8404 pelo ajustador de amplitude de fase 8406 em ligagdo com o
resultado de detecgdo pelo detector de travamento de inje¢do 8442.

Por exemplo, primeiro, o sinal de onda de milimetro (sinal
modulado e sinal de portadora de referéncia) enviado do lado de transmissdo
pelo caminho de transmissdo de sinal onda de milimetro 9 passa pela antena
8236 e € amplificado pelo amplificador 8224. Parte do sinal de onda de
milimetro amplificado € injetado ao oscilador local de lado de recepgdo 8404
depois que a amplitude e fase disso s@o ajustadas pelo ajustador de amplitude
de fase 8406. O misturador de freqiiéncia 8402 executa conversdo de
freqiiéncia do sinal de onda de milimetro do amplificador 8224 para o sinal de
banda base pelo sinal de saida (sinal de portadora de reprodugdo) do oscilador
local de lado de recepgdo 8404. Parte do sinal de banda base convertido é
entrado ao detector de travamento de inje¢do 8442, e informagdo para
determinar se ou néo o oscilador local de lado de recepgdo 8404 esta travado
com o sinal de portadora de referéncia do lado de transmissdo € adquirido
pelo detector de travamento de inje¢do 8442 e informado ao controlador 8446.

Baseado na informagdo sobre "o estado do travamento de
injecdo" (chamada a informag¢do de determinag¢do de travamento de injeg&o)
do detector de travamento de inje¢do 8442, o controlador 8446 determina se
ou ndo o travamento ¢ alcancado usando qualquer uma ou ambas das
seguintes duas técnicas.

1) O detector de travamento de injecdo 8442 toma a correlagado
entre a forma de onda restabelecida e formas de onda de sinal conhecidas e
padrdes de dados conhecidos e emprega o resultado de correlagdo como a
informagdo de determinagio de travamento de injecdo. E determinado pelo
controlador 8446 que o travamento € alcan¢ado quando uma forte correlagdo

é obtida.
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8304, e o todo do oscilador local de lado de transmissdo 8304 incluindo uf -
circuito tanque pode ser formado no CMOS. w2

Sistema de Travamento de injegdo: Segunda Concretizagdo

Figuras 9A e 9B sdo diagramas para explicar exemplos de
configuracdo do lado de transmissor empregando o sistema de travamento de
inje¢do de acordo com uma segunda concretizagdo da presente invengdo.
Figuras 10A e 10B sdo diagramas para explicar exemplos de configuragdo do
lado de receptor empregando o sistema de travamento de inje¢do de acordo
com a segunda concretizagio.

A segunda concretizag@o relaciona-se a uma configuragdo
empregando um sistema no qual controle para permitir a realizagdo de
travamento de injegdo é executado ajustando as unidades funcionais na lado
de transmissdo. A segunda concretizagdo pode empregar varias configuragdes
dependendo de qual informag&o a ser enviada do lado de recepg¢do para o lado
de transmissio para executar o controle para permitir a realizagdo de
travamento de inje¢do ajustando as unidades funcionais no lado de
transmissdo e se a entidade controladora principal esta disposta no lado de
transmissdo ou no lado de recep¢do. No seguinte, relativo a dois exemplos
representativos entre as varias configuragdes, s6 as diferengas da primeira
concretizagdo serdo descritas.

Uma sistema de transmissdo sem fios 1B 1 da segunda
concretizagdo (primeiro exemplo) é configurado pela combinagdo de uma
unidade geradora de sinal de lado de transmissio 8110B 1 da segunda
concretizagdo (primeiro exemplo) mostrada na Figura 9A e uma unidade
geradora de sinal de lado de recep¢do 8220B 1 da segunda concretizagdo
(primeiro exemplo) mostrada na Figura 10A. Um sistema de transmissdo sem
fios 1B_2 da segunda concretizagdo (segundo exemplo) € configurado pela
combinagdo de uma unidade geradora de sinal de lado de transmissdo

8110B_2 da segunda concretiza¢do (segundo exemplo) mostrada na Figura
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9B e uma unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 8220B 2 da segumlay,.. .~ 7 £ZF

concretizagdo (segundo exemplo) mostrada na Figura 10B. >,

O primeiro exemplo da segunda concretizagdo relaciona-se a
uma configuragdo na qual a informagdo de determinacdo de travamento de
injecdo € enviada ao lado de transmissdo e a entidade controladora principal
esta disposta no lado de transmissio. Especificamente, o controlador 8446 na
unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 8220B_1 envia a informagdo
de determinac¢do de travamento de inje¢do adquirida por um detector de
travamento de inje¢do 8442 para um controlador 8346 na unidade geradora de
sinal de lado de transmissdo 8110B_1. O controlador 8446 sé intervém na
transmissdo da informacédo de determinagdo de travamento de inje¢do ao lado
de transmissdo e ndo serve como a entidade controladora principal na
condi¢do atual. O detector de travamento de injecio 8442 pode enviar a
informagdo de determinagdo de travamento de inje¢do diretamente ao
controlador 8346 na unidade geradora de sinal de lado de transmissdo
8110B_1 sem o intermediario do controlador 8446.

O controlador 8346 inclui uma parte funcional de um ajustador
de travamento de inje¢do que executa ajuste de travamento baseado em
informagdo indicando o estado do travamento de inje¢do detecgdo pelo
detector de travamento de inje¢do 8442 no lado de recepgdo de forma que o
sinal de portadora de demodulagdo gerado por um oscilador local de lado de
recepgdo 8404 possa ser travado com o sinal de portadora de modulagdo. Um
controlador de travamento de inje¢do semelhante ao controlador de
travamento de injecdo 8440 é configurado pelo detector de travamento de
inje¢do 8442 e a parte funcional (ajustador de travamento de inje¢do) relativa
ao ajuste de travamento de inje¢do no controlador 8346.

O controlador 8346 controla a freqiiéncia de oscilagdo livre
corrente de um oscilador local de lado de transmissdo 8304 e a amplitude de

transmissdo (poténcia de transmissdo) do sinal de onda de milimetro de forma
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determinar se ou nio o travamento € alcanc¢ado.

Se for determinado pelo controlador 8346 que o travamento de
injecdo ndo € alcangado, conforme o procedimento predeterminado, o
controlador 8346 muda a informag&o de colocagido da freqiiéncia de oscilagdo
para o oscilador local de lado de transmissdo 8304 e a informagdo de
colocagdo da amplitude e a fase para um circuito ajustador de amplitude de
fase 8307, e muda a informagio de colocag¢ido do ganho para um amplificador
8117. Se modulagdo de amplitude ou o sistema de ASK for empregado, a
amplitude do componente ndo modulado do sinal de portadora incluido no
sinal de onda de milimetro pode ser ajustada controlando o indice de
modulagdo. Depois disso, o controlador 8346 repete o procedimento de
determinar o estado de travamento de injegdo novamente até que travamento
favoravel seja alcangado.

O segundo exemplo da segunda concretizagdo relaciona-se a
uma configura¢do na qual a entidade controladora principal esta disposta no
lado de recepgdo e o lado de transmissdo € controlado do lado de recepgdo
enviando um comando de controle ao lado de transmissdo. Especificamente, o
controlador 8446 determina se ou nido o travamento ¢ alcancado baseado na
informagdo de determinagdo de travamento de inje¢do adquirida pela
travamento de injecdo detector 8442. Se for determinado que o travamento de
injecdo ndo € alcangado, o controlador 8446 envia um comando de controle
para controlar uma unidade funcional de modula¢do 8300 e o amplificador
8117 para a lado de transmissdo. Quer dizer, o controlador 8446 controla
diretamente a unidade funcional de modulagdo 8300 e o amplificador 8117.
Em outras palavras, o controlador 8346 ndo executa controle para mudar os
pedacos de informagdo de fixagdo relativo ao travamento de inje¢do embora

execute a colocacgdo inicial da freqiiéncia de oscilagdo e a fase e amplitude do
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sinal de portadora de referéncia para a unidade funcional de modulacéo 8360
'A

e executa a colocagdo inicial do ganho para o amplificador 8117. oy

Se for determinado pelo controlador 8446 que o travamento de
inje¢d0 ndo ¢ alcan¢ado, conforme o procedimento predeterminado, o
controlador 8446 muda a informagéo de colocagdo da freqiiéncia de oscilacdo
para o oscilador local de lado de transmissdo 8304 e a informagdo de
coloca¢do da amplitude e a fase para o circuito ajustador de amplitude de fase
8307, e muda a informagédo de colocagdo do ganho para o amplificador 8117
semelhantemente para o controlador 8346 do primeiro exemplo. Se
modula¢@o de amplitude ou o sistema de ASK for empregado, a amplitude do
componente ndo modulado do sinal de portadora incluido no sinal de onda de
milimetro pode ser ajustada controlando o indice de modulagdo. Depois disso,
o controlador 8446 repete o procedimento de determinar o estado de
travamento de injegdo novamente até que travamento favoravel seja
alcangado.

Exemplo de Configuragido de Circuito de Oscilador

Figuras 11A a 11E sdo diagramas para explicar um exemplo
de configuragdo do circuito de oscilador usado como o oscilador local de lado
de transmissdo 8304 e o oscilador local de lado de recepgio 8404. Figura 11A
mostra um exemplo de configuragdo de circuito do circuito de oscilador.
Figura 11B mostra um exemplo de padrdo de disposi¢do de um circuito de
indutor em um CMOS. Figuras 11C a 11E sio diagramas para explicar os
detalhes do exemplo de padrio de disposi¢io do circuito de indutor no
CMOS.

O circuito de oscilador mostrado aqui é o circuito de oscilador
de resisténcia negativa diferencial 8500 tendo um circuito tanque (circuito
ressonante LC) composto de indutores e capacitores gerais, ¢ todos os
elementos constituintes (elementos oscilantes) incluindo o circuito tanque sdo

formados no mesmo substrato de semicondutor (substrato de silicio).
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componente de indutincia 8532L 1 e do componente de resisténcia 8532R 1) -
e a bobina de 1,5 espiras 8550 2 (circuito série do componente de indutancia
8532L_2 e do componente de resisténcia 8532R_2) sdo formadas.

Como mostrado na Figura 11B, as bobinas 8550_1 e 8550_2
estdo em um estado espiral duplo (estado obtido combinando fora de padrdes
de anel de linha e um padrio de anel de linha interior) como um todo.
Especificamente, a espiral da bobina 8550_1 no lado do transistor 8522 1 ¢
feita como segue. A linha espiral é comegada do padrio de fonte de energia
na nona camada de linha e dirigida continuamente meio volta de um circulo
em sentido anti-horario por um padrdo de anel de linha exterior 8552 91 na
nona camada de linha ser conduzida a oitava camada de linha por um furo de
contato 8554 (Figura 11C). Entfo, a linha espiral ¢ dirigida meio volta de um
circulo em sentido anti-horario por um padrdo de anel de linha interior
8552 82 na oitava camada de linha a ser conduzida a sétima camada de linha
por um furo de contato 8555 (Figura 11D). Entio, a linha espiral € dirigida
meio volta de um circulo em sentido anti-horario por um padrdo de anel de
linha exterior 8552 71 (formado abaixo do padrdo de anel de linha 8552 _91)
na sétima camada de linha a ser conduzida ao né de conexdo a (Figura 11E).

A espiral da bobina 8550 2 no lado do transistor 8522 2 ¢
feita como segue. A linha espiral é comegada do padrdo de fonte de energia
na nona camada de linha e dirigida continuamente meia volta de um circulo
em sentido horario por um padrdo de anel de linha exterior 8552_92 na nona
camada de linha a ser conduzida & oitava camada de linha por um furo de
contato 8556 (Figura 11C). Entio, a linha espiral é dirigida meia volta de um
circulo em sentido horario por um padrio de anel de linha interior 8552_81 na
oitava camada de linha a ser conduzida a sétima camada de linha por um furo

de contato 8557 (Figura 11D). Entdo, a linha espiral ¢ dirigida meia volta de
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circuito tanque cuja constante de tempo € menor comparada com uaﬁa?\s

freqiiéncia mais baixa, e assim o tempo requerido para o travamento ’cig;‘)““b"
injecdo também € mais curto comparado com a freqiiéncia mais baixa.
Portanto, este sistema € satisfatorio para transmissdo de alta velocidade.
Como ha pouco descrito, empregando o sistema de travamento de injegdo, a
velocidade de transmissdo pode ser aumentada facilmente e o nimero de
terminais de entrada/saida pode ser reduzido comparado com transmissdo
inter-chip por um sinal de banda base normal. Também ¢ possivel formar uma
antena pequena para ondas de milimetro no chip, e também € possivel dar
flexibilidade significativamente grande ao modo de extragdo de sinal do chip.
Além disso, porque o componente de variacdo de freqiiéncia A no lado de
transmissdo é cancelado pelo travamento de injegfo, varios sistemas de
modulacdo tal como modulacio de fase (por exemplo modulagdo de
quadratura) sdo permitidos.

Até mesmo quando a transmissdo de multicanal pela
multiplexagdo por divisdo de freqiiéncia é realizada, o lado de recepg¢éo pode
restabelecer o sinal de transmissdo sem sofrer da influéncia da variagdo de
freqiiéncia A do sinal de portadora (influéncia de denominada interferéncia)
reproduzindo o sinal travado com o sinal de portadora usado para a
modulacfio no lado de transmissio e executando conversdo de freqiiéncia por
detec¢cdo sincrona. Como mostrado na Figura 12D, um filtro passa-banda
servindo como o filtro de sele¢do de freqiiéncia ndo tem que ser disposto no
estagio prévio do circuito de conversio de freqiiéncia (conversor a baixo).

Em todas estas figuras os simbolos Al, A2, A3 e A4 representam componentes
de freqiiéncia variada temporalmente

Estrutura de Caminho de Transmissdo

Primeiro Exemplo

Figuras 13A1 a 13A5 sfo diagramas para explicar um primeiro

exemplo da estrutura de caminho de transmissdo sem fios das concretizagdes.
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segundo dispositivo de comunicagdo 200 (chip de semicondutor 203) est_ég'
s

montado na placa de geragdo de imagem 502. Como descrito acima, nos chips
de semicondutor 103 e 203, as unidades geradoras de sinal 107 e 207 e ng et
acopladores de caminho de transmissdo 108 e 208 sdo providos.

O dispositivo de geragdo de imagem de estado s6lido 505 e um
excitador de geracdo de imagem estdo montados na placa de geragdo de
imagem 502 embora ndo mostrado no diagrama. Uma maquina de
processamento de imagem estad montada na placa principal 602, embora ndo
mostrada no diagrama. Uma unidade operacional e varios tipos de sensores
(ndo mostrados) estdo conectados a placa principal 602. A placa principal 602
pode ser conectada a um computador pessoal e aparelho periférico tal como
uma impressora por uma interface externa (ndo mostrada). Na unidade
operacional, por exemplo uma chave de fonte de energia, um dial de
colocag¢do, um dial de movimento, uma chave de decisdo, uma chave de
zoom, uma chave de liberagéo, etc., sdo providas.

O dispositivo de geragdo de imagem de estado solido 505 e o
excitador de geragdo de imagem s3o equivalentes a parte funcional de
aplicacdo da unidade funcional de LSI 204 no sistema de transmissdo sem fios
1. A unidade geradora de sinal 207 e o acoplador de caminho de transmisséo
208 podem ser alojados no chip de semicondutor 203 diferente daquela do
dispositivo de geragdo de imagem de estado sélido 505, ou pode ser fabricada
integralmente com o dispositivo de geracdo de imagem de estado sélido 505 e
o excitador de geragdo de imagem. Se eles forem providos como unidades
separadas, transmissédo de sinal entre estas unidades e o dispositivo de geragado
de imagem de estado sdlido 505 (por exemplo entre os chips de
semicondutor) envolveria possivelmente um problema atribuido a transmissdo
de sinal por linhas elétricas. Portanto, € preferivel fabricar integralmente estas
unidades. Este exemplo de aplicagdo esta baseado na suposi¢do que estas

unidades estdo no chip de semicondutor 203 diferente daquela do dispositivo
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de geracdo de imagem de estado sélido 505 e do excitador de geragdo de
imagem. A antena 236 pode ser disposta como uma antena de remendo fora
do chip, ou pode ser formada como uma antena de F invertido no chip. Em
comunica¢do de onda de milimetro, porque o comprimento de onda de ondas
de milimetro é tdo curto quanto varios milimetros, a antena também tem um
tamanho pequeno da ordem de varios milimetros quadrados, e a antena de
remendo pode ser fixada facilmente até mesmo em um lugar pequeno como
uma area no dispositivo de geragdo de imagem 500.

A maquina de processamento de imagem é equivalente & parte
funcional de aplicagdo da unidade funcional de LSI 104 no sistema de
transmissdo sem fios 1. Um processador de imagem para processar um sinal
de geracdo de imagem obtido pelo dispositivo de geragdo de imagem de
estado solido 505 € alojado na maquina de processamento de imagem. A
unidade geradora de sinal 107 e o acoplador de caminho de transmissdo 108
podem ser alojados no chip de semicondutor 103 diferente daquela da
maquina de processamento de imagem, ou pode ser fabricado integralmente
com a maquina de processamento de imagem. Se eles forem providos como
unidades separadas, transmissio de sinal entre estas unidades e a maquina de
processamento de imagem (por exemplo entre os chips de semicondutor)
envolveria possivelmente um problema atribuido a transmissdo de sinal por
linhas elétricas. Portanto, € preferivel fabricar integralmente estas unidades.
Este exemplo de aplicac¢io esta baseado na suposi¢do que estas unidades estdo
no chip de semicondutor 103 diferente daquele da maquina de processamento
de imagem. A antena 136 pode ser disposta como uma antena de remendo
fora do chip, ou pode ser formada como uma antena F invertido no chip.

Além do processador de imagem, um circuito de controle tal
como um controlador de cdmera incluindo uma unidade de processamento
central (CPU), uma unidade de memodria (memoria de trabalho, ROM de

programa, etc.), e assim sucessivamente, uma unidade geradora de sinal de
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processamento de imagem. O controlador de camera l€ um programa
armazenado na ROM de programa na memoria de trabalho e controla as
unidades respectivas no dispositivo de geragdo de imagem 500 conforme o
programa.

O controlador de camera controla o todo do dispositivo de
geragdo de imagem 500 baseado em um sinal das chaves respectivas da
unidade operacional e prové energia as unidades respectivas controlando a
unidade de fonte de energia. Além disso, o controlador de camera executa
comunica¢do tal como transferéncia de dados de imagem com aparelho
periférico pela interface externa.

O controlador de cadmera executa controle de seqiiéncia
relativo a fotografia. Por exemplo, o controlador de cdmera controla a
operagdo de gera¢do de imagem do dispositivo de geracdo de imagem de
estado so6lido 505 por uma unidade geradora de sinal de sincronizag¢do € o
excitador de gera¢do de imagem. A unidade geradora de sinal de
sincronizagdo gera o sinal de sincronizagdo basico necessario para
processamento de sinal. O excitador de gera¢do de imagem recebe o sinal de
sincroniza¢do gerado pela unidade geradora de sinal de sincroniza¢do € um
sinal de controle do controlador de cdmera para gerar um sinal de
temporiza¢do detalhado para acionar o dispositivo de geragdo de imagem de
estado solido 505.

O sinal de imagem (sinal de gera¢do de imagem) enviado do
dispositivo de geracdo de imagem de estado sélido 505 para a maquina de
processamento de imagem pode ser tanto um sinal analdgico ou um sinal
digital. No caso de um sinal digital, um conversor A/D estd montado no
substrato de gerag¢do de imagem 502 se o dispositivo de geragdo de imagem
de estado solido 505 ndo incluir um conversor A/D ndo importa se for um

CCD ou um CMOS.




..}\ aa Prop




103

F —

L)

13 F td T o f—— a7

i

TEEE T



15

25

104

placa de geracgdo de imagem 502, ou pode ser disposto em ambas delas. Se ot

nio dispor o material de bloqueio de onda de milimetro MY pode ser decidido
dependendo da distdncia espacial entre os canais e do grau de interferéncia.
Porque o grau de interferéncia tem relagdo também a poténcia de transmisséo,
a decisdo é tomada considerando compreensivamente a distidncia espacial, a
poténcia de transmissdo e o grau de interferéncia.

Para prover o caminho de transmissdo dielétrico 9A, seria
possivel interconectar as antenas 136 e 236 por um material dielétrico macio
(flexivel) tal como uma resina de silicone como mostrado na Figura 13A2 por
exemplo. O caminho de transmissdo dielétrico 9A pode ser cercado por um
material de bloqueio (por exemplo condutor elétrico). Para tirar proveito da
flexibilidade do material dielétrico, é preferivel que o material de bloqueio
também tenha flexibilidade. Embora as antenas estejam conectadas pelo
caminho de transmissio dielétrico 9A, o caminho de transmissdo dielétrico
9A pode ser dirigido como uma linha elétrica porque o material disso € macio.

Como outro exemplo do caminho de transmissdo dielétrico
9A, como mostrado na Figura 13A3, o caminho de transmisséo dielétrico 9A
pode ser fixado na antena 136 na placa principal 602 e a antena 236 na placa
de geracgdo de imagem 502 pode ser disposta a uma tal posi¢do para entrar em
contato com o caminho de transmissdo dielétrico 9A. Reciprocamente, o
caminho de transmisséo dielétrico 9A pode ser fixado na placa de geragédo de
imagem 502.

Como o caminho de guia de onda oco 9L, uma estrutura que ¢
cercada por um material de bloqueio e tem um interior oco é usada. Por
exemplo, como mostrado na Figura 13A4, uma estrutura que é cercada por
um condutor elétrico MZ como um exemplo do material de bloqueio e tem
um interior oco € usada. Por exemplo, uma envoltéria do condutor elétrico

MZ ¢ fixada na placa principal 602 de tal maneira a cercar a antena 136. O
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centro de movimento da antena 236 na placa de geragdo de imagem 502 es§a?“$. _

oo
disposto na posicdo oposta a antena 136. Porque o interior do condutg;??.
elétrico MZ é oco, um material dielétrico ndo precisa ser usado e o caminho
de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 pode ser formado
simplesmente a baixo custo.

A envoltdria do condutor elétrico MZ pode ser provido tanto
na placa principal 602 ou na placa de geragdo de imagem 502. Em qualquer
caso, a distdncia L entre a envoltdria pelo condutor elétrico MZ e a placa de
geracdo de imagem 502 ou a placa principal 602 (comprimento da abertura do
fim do condutor elétrico MZ a placa contraria) é fixada a um valor
suficientemente menor do que o comprimento de onda de ondas de milimetro.
O tamanho e forma do material de bloqueio (envoltoria: condutor elétrico
MZ) sao fixados a tal tamanho e forma planar que a gama de oposi¢do das
antenas 136 e 236 exista dentro da envoltéria (condutor elétrico MZ).
Contanto que esta condi¢do esteja satisfeita, a forma planar do condutor
elétrico MZ pode ser qualquer forma tal como um circulo, um tridngulo ou
um retangulo.

O caminho de guia de onda oco 9L nio esta limitado a um
obtido formando uma envoltéria pelo condutor elétrico MZ na placa. Por
exemplo, como mostrado na Figura 13AS, pode ser obtido provendo um furo
passante ou um furo nfdo passante em uma placa tendo espessura
comparativamente grande e utilizando a parede do furo como uma envoltéria.
Neste caso, a placa serve como o material de bloqueio. O furo pode ser
provido em qualquer uma da placa de geragdo de imagem 502 e da placa
principal 602 ou pode ser provido em ambas delas. A parede lateral do furo
pode ser coberta por um condutor elétrico ou pode ser descoberta. No ultimo
caso, devido a relagdo das constantes dielétricas relativas entre a placa e o ar,
ondas de milimetro sdo refletidas para serem distribuidas intensamente no

furo. Se a placa for penetrada completamente pelo furo, as antenas 136 e 236
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estdo dispostas (fixadas) nas superficies traseiras dos chips de semicondutog
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furo for parada no meio (furo ndo passante é feito), as antenas 136 e 236 sdo
providas ao fundo do furo.

O tamanho e forma da se¢do do furo sdo fixados a tal tamanho
e forma planar que a gama de oposi¢do das antenas 136 e 236 exista dentro da
parede lateral de placa servindo como a envoltéria. Contanto que esta
condicdo esteja satisfeita, a forma secional do furo pode ser qualquer forma
tal como um circulo, um tridngulo ou um retangulo.

Se o caminho de transmissdo de espago livre 9B for
empregado como o caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9
quando o primeiro dispositivo de comunicagdo 100 e o segundo dispositivo de
comunica¢io 200 estdo dispostos no alojamento de um pedago de aparelho
eletrénico (neste exemplo, o dispositivo de geracdo de imagem 500) e
transmissdo de sinal de onda de milimetro é executada entre eles, a influéncia
de reflexdo por um membro no alojamento é temida. Em particular, se o
sistema de travamento de inje¢do for empregado, geralmente a poténcia de
transmissdo € mais alta comparada com o caso no qual este sistema nao €
empregado, e assim é esperado que problemas de interferéncia e multitrajeto
atribuidos a reflexdo fiquem Obvios. Em contraste, se o caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 tendo uma estrutura confinadora
de onda de milimetro (estrutura de caminho de guia de onda), tal como o
caminho de transmissio dielétrico 9A ou o caminho de guia de onda oco 9L, €
empregado, a transmissdo ndo € afetada pela reflexdo por um membro no
alojamento. Além disso, porque um sinal de onda de milimetro descarregado
de uma antena 136 pode ser confinado no caminho de transmissdo de sinal de
onda de milimetro 9 e ser transmitido a outra antena 236, o desperdicio de
ondas elétricas descarregadas é pequeno e assim a poténcia de transmissdo

pode ser fixada baixa até mesmo quando o sistema de travamento de injegdo €
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Figuras 13B1 a 13B3 s&o diagramas para explicar um segungg?/qug -
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exemplo da estrutura de caminho de transmissdo sem fios das concretizages.
A estrutura de caminho de transmissdo do segundo exemplo ¢ um exemplo de
aplicagdo no qual transmissdo de sinal € executada entre pedagos de aparelho
eletrénico por ondas de milimetro no estado no qual os vérios pedacos de
aparelho eletronico estdo integrados entre si. Por exemplo, este segundo
exemplo € aplicacdo a transmissdo de sinal entre dois pedagos de aparelho
eletrénico quando um pedago de aparelho eletronico estd montado no outro
pedacgo de aparelho eletrénico (por exemplo no lado de corpo principal).

Por exemplo, hd um sistema no qual um dispositivo de
processamento de informagdo do tipo de cartdo tipificado por denominado
cartdo de CI e cartio de memoria no qual uma unidade de processamento
central (CPU), um dispositivo de memdria ndo volatil (por exemplo memoria
flash), e assim sucessivamente estdo incorporados, é permitido ser montado
(destacavelmente) em aparelho eletronico no lado de corpo principal. O
dispositivo de processamento de informagdo do tipo de cartio como um
exemplo de um pedago de (primeiro) aparelho eletrénico também sera
referido como "o dispositivo de cartdo" em seguida. O outro pedago de
(segundo) aparelho eletrénico no lado de corpo principal também sera
referido simplesmente como o aparelho eletrdnico em seguida.

Uma estrutura de abertura 4A entre aparelho eletrénico 101A e
um cartdo de memoria 201A é uma estrutura para permitir ao cartdo de
memoria 201A ser preso ao e destacado do aparelho eletronico 101A, e tem
uma fun¢do de um fixador para o aparelho eletronico 101A e o cartdo de
memoria 201A.

Como mostrado na Figura 13B2, a estrutura de abertura 4A

tem uma tal configuragdo para permitir ao cartio de memoria 201A
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alojamento 190. A placa 102 é presa a uma superficie do alojamento 190 no
lado oposto da abertura 192 (no lado de fora) com o intermediario de um
apoio 191.

Um conector do lado de recepgdo é provido na posigdo em
contato o terminal do cartio de memoria 201A na estrutura de abertura 4A.
Um terminal de conector (pino de conector) é desnecessario para um sinal
substituido por transmissdo de onda de milimetro.

Seria possivel prover o terminal de conector também para o
sinal substituido por transmissdo de onda de milimetro no aparelho eletrdnico
101A (estrutura de abertura 4A). Neste caso, transmissdo de sinal pode ser
executada por linhas elétricas como com técnicas existentes se o cartio de
memoria 201 A inserido na estrutura de abertura 4A for um cartdo existente
para qual a estrutura de caminho de transmissdo de onda de milimetro do
segundo exemplo nio € aplicada.

O aparelho eletronico 101A e o cartio de memoria 201 A tém
uma configura¢do de forma céncava e convexa como uma estrutura de
encaixe. Neste exemplo, como mostrado na Figura 13B2, uma configura¢io
de forma convexa 198A (saliéncia) tendo uma forma cilindrica circular foi
provida no alojamento 190 do aparelho eletrénico 101A. Além disso, como
mostrado na Figura 13B1, uma configuracio de forma céncava 298A
(rebaixo) tendo uma forma cilindrica circular foi provida no alojamento 290
do cartdo de memoria 201A. Quer dizer, como mostrado na Figura 13B3, no
alojamento 190, a configura¢do de forma convexa 198A ¢é provida na parte
que corresponde a posi¢do da configuragio de forma céncava 298A quando o
cartdo de memoria 201A € inserido no alojamento 190.

Baseado nesta configuracfo, fixa¢do e alinhamento do cartdo

de memdria 201A s3o executados simultaneamente quando o cartdo de
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memoria 201 A é montado na estrutura de abertura 4A. Os tamanhos gﬁs

S

formas concava e convexa sdo fixados a tais tamanhos que as antenas 1363)egub:
236 nunca saiam do material de bloqueio (envoltéria: condutor 144) até
mesmo quando o encaixe entre as formas coéncava e convexa envolve uma
folga. Ndo € essencial que a forma planar da configuracio de forma céncava e
convexa seja um circulo como mostrado no diagrama, mas a forma planar
pode ser qualquer forma tal como um tridngulo ou um retingulo.

Por exemplo, um exemplo estrutural do cartio de memoria _
201A (perspectiva de cima e perspectiva de se¢do) é mostrado na Figura
13B1. O cartdo de memoria 201A tem o chip de semicondutor 203 incluindo a
unidade geradora de sinal 207 (conversor de sinal de onda de milimetro) sobre
uma superficie da placa 202. O chip de semicondutor 203 é provido com um
terminal de transmissdo/recep¢do de onda de milimetro 232 para acoplar com
o caminho de transmisséo de sinal de onda de milimetro 9. Em uma superficie
da placa 202, um caminho de transmissdo de onda de milimetro 234 por um
padrdo de placa conectado ao terminal de transmissdo/recep¢do de onda de
milimetro 232 e a antena 236 (antena de remendo, no diagrama) é formado. O
acoplador de caminho de transmissdo 208 é configurado pelo terminal de
transmissdo/recepgdo de onda de milimetro 232, pelo caminho de transmissdo
de onda de milimetro 234 e pela antena 236.

A antena de remendo ndo tem diretividade acentuada na
direcdo normal. Assim, nenhuma influéncia é exercida na sensibilidade de
recepgdo das antenas 136 e 236 até mesmo quando elas estdo dispostas com
algum desalinhamento, contanto que uma 4rea um pouco grande seja
assegurada como a 4rea da parte sobreposta entre as antenas 136 e 236. Em
comunica¢do de onda de milimetro, porque o comprimento de onda de ondas
de milimetro € tdo curto quanto varios milimetros, a antena também tem um
tamanho pequeno da ordem de varios milimetros quadrados, e a antena de

remendo pode ser fixada facilmente até mesmo em um lugar pequeno tal

|
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201A tem parcialmente uma estrutura de terminal existente para sinais§°de

baixa velocidade, pequeno tamanho e fonte de energia. Porque o sinaT-_dﬁi'V j
- L <
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relégio e varios sinais de dados sdo tratados como o assunto de transmissao % B

sinal através de ondas de milimetro, os terminais para estes sinais sdo
removidos como mostrado pelas linhas pontilhadas no diagrama.

Um exemplo estrutural do aparelho eletronico 101A
(perspectiva de cima e perspectiva de se¢do) é mostrado na Figura 13B2. O
aparelho eletronico 101A tem o chip de semicondutor 103 incluindo a
unidade geradora de sinal 107 (conversor de sinal de onda de milimetro) sobre
uma superficie da placa 102 (no lado da abertura 192). O chip de
semicondutor 103 € provido com um terminal de transmissdo/recepgdo de
onda de milimetro 132 para acoplar com o caminho de transmissédo de sinal de
onda de milimetro 9. Em uma superficie da placa 102, um caminho de
transmissdo de onda de milimetro 134 por um padrio de placa conectado ao
terminal de transmissdo/recep¢do de onda de milimetro 132 e a antena 136
(antena de remendo, no diagrama) é formado. O acoplador de caminho de
transmissdo 108 € configurado pelo terminal de transmissdo/recepgdo de onda
de milimetro 132, pelo caminho de transmissdo de onda de milimetro 134 e
pela antena 136.

No alojamento 190, a abertura 192 na e de qual o cartdo de
memoria 201 A ¢€ inserido e removido é formada como a estrutura de abertura
4A.

A configuragdo de forma convexa 198A ¢é formada no
alojamento 190 de forma que o caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9 tendo uma estrutura confinadora de onda de milimetro (estrutura
de caminho de guia de onda) possa ser formada na parte correspondendo a
posi¢do da configuragdo de forma concava 298 A quando o cartdo de memoria
201A ¢ inserido na abertura 192. No presente exemplo, a configuracdo de

forma convexa 198A ¢é assim formada para servir como o caminho de
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transmissdo dielétrico 9A formando um tubo de guia de onda dielétrico 142;

cujo interior € enchido com um material dielétrico no condutor 144 tendo uma
forma cilindrica. A configuragio de forma convexa 198A esta assim disposta
fixamente que o centro do tubo de guia de onda dielétrico 142 corresponda
com a antena 136 do acoplador de caminho de transmissdo 108. Como a
estrutura de encaixe entre as formas cdncava e convexa, o tubo de guia de
onda dielétrico 142 € provido como uma estrutura para reforgar o
acoplamento entre as antenas 136 e 236.

N3&o € essencial prover o tubo de guia de onda dielétrico 142.
O caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 pode ser formado
do préprio material dielétrico dos alojamentos 190 e 290. Além disso, o
caminho de transmissdo dielétrico 9A pode ser substituido pelo caminho de
guia de onda oco 9L, que é cercado por um material de bloqueio e tem um
interior oco. Por exemplo, o caminho de guia de onda oco 9L ¢ provido
formando o condutor cilindrico 144 cujo interior é um estado vazio (oco).
Também com o caminho de guia de onda oco 9L tendo uma tal estrutura,
ondas de milimetro sdo confinadas no caminho de guia de onda oco 9L pelo
condutor 144 tendo uma fung¢do de envoltéria, que prové vantagens que a
perda de transmissdo das ondas de milimetro € pequena e as ondas de
milimetro podem ser transmitidas eficientemente, radiacdo externa das ondas
de milimetro € suprimida, e contramedidas de EMC sdo facilitadas.

Os parametros do tubo de guia de onda dielétrico 142, tais
como o diadmetro, o comprimento ¢ o material sdo assim decididos para
permitir transmisséo eficiente de um sinal de onda de milimetro. E preferivel
que o material seja um material dielétrico cuja constante dielétrica relativa €
cerca de 2 a 10 (preferivelmente 3 a 6) e cuja tangente de perda dielétrica é
cerca de 0,00001 a 0,01 (preferivelmente 0,00001 a 0,001), tal como um
material composto de uma resina acrilica, uma resina de uretano, uma resina

de epoxi, uma resina de silicone, uma resina de poliimida, ou uma resina de
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aumentada e a transmissio de sinal por ondas de milimetro pode ser
executada sem inconveniéncia. A necessidade para prover o condutor 144 ¢
eliminada selecionando corretamente o material em alguns casos.

O didmetro do condutor 144 ¢é projetado para casar com 0O
didmetro da configuragio de forma concava 298A do cartio de memoria
201A. O condutor 144 serve também como um material de bloqueio para
suprimir a radia¢do externa de ondas de milimetro transmitidas no tubo de
guia de onda dielétrico 142.

Um exemplo estrutural (perspectiva de se¢do) quando o cartdo
de memoria 201 A é inserido na estrutura de abertura 4A (particularmente,
abertura 192) do aparelho eletronico 101 A é mostrado na Figura 13B3. Como
mostrado no diagrama, o alojamento 190 com a estrutura de abertura 4A tem
uma tal estrutura mecéinica que a configuragdo de forma convexa 198A
(caminho de transmissdo dielétrico 9A) e a configura¢do de forma concava
298A adquira contato entre si de uma maneira concava € convexa em resposta
a inserc¢do do cartio de memoria 201 A da abertura 192. Quando as estruturas
concava e convexa sdo encaixadas entre si, as antenas 136 e 236 sdo opostas
entre si e o caminho de transmissdo dielétrico 9A esta disposto como a
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 entre as antenas 136
e 236.

Pela configuracdo acima descrita, a fixagdo do cartdo de
memoéria 201A e da estrutura de abertura 4A €é alcangada. Além disso,
alinhamento do caminho de transmissdo dielétrico 9A para acoplamento da
transmissdo de onda de milimetro é realizado de forma que um sinal de onda
de milimetro possa ser transmitido eficientemente entre as antenas 136 e 236.

Especificamente, o acoplador de caminho de transmissdo 108

(particularmente, acoplador de antena) estd disposto na parte da configuragéo
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de forma convexa 198A no aparelho eletronico 101A, e o acoplador d €
disposto na parte da configuragio de forma céncava 298A no cartdo déﬁ‘."}”"rﬁ -x;f"?:‘;
memoria 201 A. Estes acopladores estdo assim dispostos que as caracteristicas
de transmissdo de onda de milimetro dos acopladores de caminho de
transmissdo 108 e 208 se tornam altas quando as partes céncava e convexa
sdo encaixadas entre si.

Devido a uma tal configuragdo, a fixacdo do cartio de
memoria 201A e o alinhamento para transmisso de sinal de onda de
milimetro podem ser executados simultaneamente quando o cartio de
memoria 201A € montado na estrutura de abertura 4A. No cartdo de meméria
201A, o alojamento 290 intervém entre o caminho de transmissio dielétrico
9A e a antena 236. Porém, isto ndo tem uma grande influéncia na transmissdo
de onda de milimetro porque o material da parte da configuragdo de forma
concava 298A € um material dielétrico. Este ponto também se aplica ao caso
no qual o tubo de guia de onda dielétrico 142 nfo é provido na parte da
configuragio de forma convexa 198A, mas o material dielétrico do
alojamento 190 € deixado nesta parte. O caminho de transmissio de sinal de
onda de milimetro 9 (caminho de transmissdo dielétrico 9A) é configurado
entre as antenas 136 e 236 pelo material dielétrico dos alojamentos
respectivos 190 e 290.

A estrutura de caminho de transmissdo de onda de milimetro
do segundo exemplo emprega uma configuragio na qual o caminho de
transmissé@o dielétrico 9A incluindo o tubo de guia de onda dielétrico 142 ¢é
feito intervir entre os acopladores de caminho de transmissdo 108 e 208
(particularmente, antenas 136 e 236) quando o cartio de meméria 201A esta
montado na estrutura de abertura 4A. A eficiéncia da transmissdo de sinal de
alta velocidade pode ser aumentada confinando o sinal de onda de milimetro

no caminho de transmissio dielétrico 9A.
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Como outro modo de pensar, também € possivel qué
Z

caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 seja assim forma 9;“-

que a antena 136 e a antena 236 sejam feitas serem opostas entre si a um lug{irﬂ/ygg S

diferente de a parte da estrutura de encaixe (configuragdo de forma convexa
198 e configuragdo de forma concava 298) da estrutura de abertura 4A para
montagem de cartdo. Porém, este caso envolve a influéncia do
desalinhamento posicional. Em contraste, provendo o caminho de transmissdo
de sinal de onda de milimetro 9 na estrutura de encaixe da estrutura de
abertura 4A para montagem de cartio, a influéncia do desalinhamento
posicional pode ser eliminada seguramente.

Em particular, o caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9 (neste exemplo, caminho de transmissdo dielétrico 9A) tendo
uma estrutura confinadora de onda de milimetro (estrutura de caminho de
guia de onda) é construido utilizando a estrutura de encaixe (estrutura de
abertura 4A) no exemplo de presente configuragdo. Assim, a transmissédo de
onda de milimetro ndo ¢ afetada por reflexdo pelo alojamento e outros
membros, e um sinal de onda de milimetro descarregado de uma antena 136
pode ser confinado no caminho de transmisséo dielétrico 9A e ser transmitido
a outra antena 236. Assim, o desperdicio de ondas elétricas descarregadas ¢
pequeno e assim a poténcia de transmissdo pode ser fixada baixa até mesmo
quando o sistema de travamento de injecdo € empregado.

Terceiro Exemplo

Figuras 13C1 a 13C3 sfo diagramas para explicar um terceiro
exemplo da estrutura de caminho de transmissdo sem fios das concretizagdes,
e particularmente € para explicar um exemplo de modificagdo do aparelho
eletronico. O sistema de transmissdo sem fios 1 inclui um dispositivo de
reprodugdo de imagem portatil 201K como um exemplo do primeiro aparelho
eletrénico, e inclui um dispositivo de aquisi¢do de imagem 101K como um

exemplo do segundo (lado de corpo principal) aparelho eletrénico no qual o
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dispositivo de reprodu¢do de imagem 201K estd montado. No dispositivo der[{?_ff
- el

aquisi¢do de imagem 101K, uma plataforma de colocagio SK na qual o-}

dispositivo de reprodugdo de imagem 201K estd montado é provida em parte
do alojamento 190. Em vez da plataforma de colocagio 5K, a estrutura de
abertura 4A pode ser empregada como com o segundo exemplo. O terceiro
exemplo € igual a estrutura de caminho de transmissdo do segundo exemplo
visto que transmissdo de sinal € executada baseado em transmissdo sem fios
na banda de onda de milimetro entre dois pedagos de aparelho eletrénico
quando um pedago de aparelho eletronico estd montado no outro pedago de
aparelho eletrénico. No seguinte, uma descricdo sera feita com foco nas
diferengas do segundo exemplo.

O dispositivo de aquisi¢do de imagem 101K tem uma forma
solida substancialmente retangular (caixa) e ndo é um dispositivo de cartdo. O
dispositivo de aquisi¢do de imagem 101K ¢é por exemplo um dispositivo que
adquire dados de imagem em movimento, tal como um dispositivo de
gravagdo/reprodugdo digital e um receptor de televisdo terrestre. No
dispositivo de reprodugio de imagem 201K, um dispositivo de meméria que
armazena dados de imagem em movimento transmitidos do dispositivo de
aquisi¢@o de imagem 101K e uma unidade funcional que 1é dados de imagem
em movimento do dispositivo de memoria e reproduz uma imagem em
movimento em uma unidade de exibigfo (por exemplo dispositivo de exibicdo
de cristal liquido ou dispositivo de exibigdo EL organico) sdo providos como
a unidade funcional de aplicagdo 205. Em termos da estrutura, pode ser
considerado que o cartio de memoria 201A € substituido pelo dispositivo de
reproducdo de imagem 201K e o aparelho eletronico 101A é substituido pelo
dispositivo de aquisi¢do de imagem 101K.

No alojamento 190 debaixo da plataforma de colocacdo 5K, o
chip de semicondutor 103 € alojado e a antena 136 & provida a uma certa

posi¢do, semelhantemente ao segundo exemplo da estrutura de caminho de
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transmissdo de onda de milimetro (Figuras 13B1 a 13B3). Na parte ,d\o‘\;\_‘o..

alojamento 190 contraria a antena 136, o tubo de guia de onda dielétrico 14%’&‘}
que tem o caminho de transmissdo dielétrico 9A composto de um material
dielétrico como seu interior de caminho de transmissdo e o condutor 144 que
cercando o caminho de transmissio dielétrico 9A € provido. Ndo € essencial
prover o tubo de guia de onda dielétrico 142 (caminho de transmisséo
dielétrico 9A), mas o caminho transmissdo de sinal de onda de milimetro 9
pode ser formado do prdprio material dielétrico do alojamento 190. Estes
pontos sdo iguais aqueles dos outros exemplos estruturais descritos acima. A
configuragdo seguinte pode ser empregada. As varias antenas 136 sdo
justapostas de uma maneira planar. Além disso, antes da transmissdo de sinal
atual, um sinal de onda de milimetro para teste é enviado da antena 236 do
dispositivo de reprodug¢do de imagem 201K e a antena 136 tendo a
sensibilidade de recep¢do mais alta é selecionada.

No alojamento 290 do dispositivo de reprodugdo de imagem
201K montado na plataforma de colocagéo 5K, o chip de semicondutor 203 ¢
alojado e a antena 236 é provida a uma certa posi¢do, semelhantemente ao
segundo exemplo da estrutura de caminho de transmissdo de onda de
milimetro (Figuras 13B1 a 13B3). Na parte do alojamento 290 contraria a
antena 236, o caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9
(caminho de transmissdo dielétrico 9A) é configurado por um material
dielétrico. Estes pontos s@o iguais aqueles da estrutura de caminho de
transmissdo de onda de milimetro do segundo exemplo descrito acima.

Baseado em uma tal configuragdo, alinhamento para
transmissdo de sinal de onda de milimetro do dispositivo de reprodugédo de
imagem 201K pode ser executado quando o dispositivo de reproducdo de
imagem 201K ¢ montado (carregado) na plataforma de colocagdo SK. Embora
os alojamentos 190 e 290 intervenham entre as antenas 136 e 236, isto ndo

tem uma grande influéncia em transmissdo de onda de milimetro porque os
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alojamentos 190 e 290 estdo compostos de um material dielétrico. 2@' / |
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A estrutura de caminho de transmissdo de onda de mlllmetfo‘&) RS
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do terceiro exemplo ndo emprega o conceito da estrutura de encaixe, mas um
sistema de contato de parede. Especificamente, a antena 136 e a antena 236
sdo feitas serem opostas entre si quando o dispositivo de reprodug¢do de
imagem 201K estd assim disposto para ser feito contatar contra um canto
10la da plataforma de colocagdo 5K. Isto pode eliminar seguramente a
influéncia de desalinhamento posicional.

A estrutura de caminho de transmissdo de onda de milimetro
do terceiro exemplo emprega uma configuragdo na qual o caminho de
transmissdo dielétrico 9A ¢é feito intervir entre os acopladores de caminho de
transmissdo 108 e 208 (particularmente, antenas 136 e 236) quando o
dispositivo de reprodugdo de imagem 201K estd montado na posigdo prescrita
na plataforma de colocagdo 5K. A eficiéncia da transmissdo de sinal de alta
velocidade pode ser aumentada confinando um sinal de onda de milimetro no
caminho de transmissdo dielétrico 9A. A transmissdo de onda de milimetro
ndo ¢ afetada por reflexdo pelo alojamento e outros membros. Além disso, um
sinal de onda de milimetro descarregado de uma antena 136 pode ser
confinado no caminho de transmissdo dielétrico 9A e ser transmitido a outra
antena 236. Assim, o desperdicio de ondas elétricas descarregadas € pequeno
e assim a poténcia de transmissdo pode ser fixada baixa até mesmo quando o
sistema de travamento de inje¢do ¢ empregado.

Configuracdo de Sistema: Primeiro Exemplo de Aplicagdo

Figura 14 é um diagrama para explicar um primeiro exemplo
de aplica¢do do sistema de transmissdo sem fios 1 das concretizagdes. O
primeiro exemplo de aplicagdo é um exemplo no qual transmissdo de sinal é
executada na banda de onda de milimetro empregando o sistema de
travamento de inje¢do descrito acima entre dois chips de semicondutor 103A

e 203 A formados por um processo de CMOS no alojamento de um pedago de
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aparelho eletronico ou entre varios pedagos de aparelho eletronico. =
MRt 2

As formas exteriores de um alojamento 190A de um primeiro’

dispositivo de comunicagdo 100A e um alojamento 290A de um segundo Yo - 3
dispositivo de comunicagdo 200A ndo estdo limitadas a um cubo (sélido
retangular), mas podem ser uma esfera, uma coluna circular, uma coluna
semicircular, ou uma coluna eliptica. No caso de transmissdo de sinal em um
alojamento, por exemplo pode ser considerado que o chip de semicondutor
103A e o chip de semicondutor 203A estio montados na mesma placa.
Alternativamente, pode ser considerado que o alojamento 190A do primeiro
dispositivo de comunicag¢do 100A também é usado como o alojamento 290A
do segundo dispositivo de comunicagdo 200A. No caso de transmissdo de
sinal inter-aparelho no estado no qual o aparelho eletrénico incluindo o
segundo dispositivo de comunicagdo 200A é colocado no aparelho eletronico
incluindo o primeiro dispositivo de comunicagdo 100A, pode ser considerado
que o alojamento 190A do primeiro dispositivo de comunica¢do 100A e o
alojamento 290A do segundo dispositivo de comunica¢do 200A entram em
contato entre si na parte de linha pontilhada no diagrama.

Os alojamentos 190A e 290A sdo equivalentes ao caso de
blindagem (exterior) de por exemplo um dispositivo de gravagdo/reprodugao
digital, um receptor de televisdo terrestre, uma cdmera, um dispositivo de
disco rigido, uma maquina de jogos, um computador, e um dispositivo de
comunicag¢do sem fios.

Por exemplo, na sistema de transmisséo sem fios 1, a fim de
transmitir um sinal para qual transmissdo de alta velocidade, grande tamanho
¢ requerida, tal como um sinal de video de cinema ou um sinal de imagem de
computador, este sinal ¢ mudado a um sinal de transmissdo Sout_1 na banda
de onda de milimetro com uma freqiiéncia de portadora f1 de 30 GHz a 300
GHz e o sinal de transmissdo Sout 1 € transmitido em um caminho de

transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 1.
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formado de um espaco livre dentro dos alojamentos 190A e 290A, ﬁfp}
caminho de transmissdo dielétrico construido dentro do espago livre, ou tubo |
de guia de onda e/ou caminho de guia de onda. O caminho de guia de onda
cerca linha de abertura e/ou linha de microtira. O caminho de transmissdo de
sinal de onda de milimetro 9 1 pode ser qualquer contanto que possa
transmitir o sinal de transmissio de onda de milimetro Sout 1. A propria
substancia dielétrica, tal como um membro de resina, acondicionada dentro
dos alojamentos 190A e 290A também serve como o caminho de transmissdo
de sinal de onda de milimetro 9_1.

Porque as ondas de milimetro podem ser bloqueadas
facilmente e ndo vazam facilmente ao exterior, o sinal de portadora tendo a
freqiiéncia de portadora fl cuja estabilidade ¢ baixa pode ser usado. Isto
também conduz a aumento na flexibilidade do projeto do canal de propagagéo
entre os chips de semicondutor 103A e 203A. Por exemplo, projetando a
estrutura de membro de vedagdo (pacote) que veda os chips de semicondutor
103A e 203A junto com o canal de propagagdo usando um material dielétrico,
transmissdo de sinal favoravel com confiabilidade mais alta comparada com
transmisséo de sinal de onda de milimetro no espago livre pode ser executada.

Por exemplo, um caminho de transmissdo de espago livre pode
ser formado entre as antenas 136A e 236A empregando um espago livre como
o ambiente do interior dos alojamentos 190A e 290A. Alternativamente, o
todo do interior dos alojamentos 190A e 290A pode ser enchido com um
material dielétrico tal como um membro de resina. Nestes casos, ¢ preferivel
que os alojamentos 190A e 290A sejam por exemplo uma caixa de protegédo
cujas seis superficies exteriores sdo cercadas por um placa de metal ou uma
caixa obtida cobrindo o interior desta caixa de prote¢do por um membro de
resina a fim de prevenir o sinal de transmissdo Sout 1 na banda de onda de

milimetro vazar ao exterior. Alternativamente, os alojamentos 190A e 290A
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podem ser uma caixa cujo seis superficies exteriores sdo cercadas por um

membro de resina ou uma caixa obtida blindando o interior desta caixa por
um membro de metal. De qualquer modo, ha uma tendéncia que a amplitude
de transmissdo seja fixada maior quando a sistema de travamento de injegado ¢
empregado do que quando ndo é empregado. Assim, € preferivel levar a
técnica de blindagem em atengdo deste ponto.

E preferivel empregar um espago livre como o ambiente do
interior dos alojamentos 190A e 290A e prover um caminho de transmisséo
dielétrico, um caminho de guia de onda oco, uma estrutura de tubo de guia de
onda, ou similar entre as antenas 136A e 236A por esse meio para formar uma
estrutura confinadora de onda de milimetro (estrutura de caminho de guia de
onda) que transmite um sinal de onda de milimetro enquanto confinando isto
no caminho de transmissdo. Se a estrutura confinadora de onda de milimetro
for empregada, um sinal na banda de onda de milimetro pode ser transmitido
seguramente entre as antenas 136A e 236A sem ser afetado por reflexdo pelos
alojamentos 190A e 290A. Além disso, um sinal de onda de milimetro (sinal
de transmissdo Sout 1) descarregado da antena 136A pode ser confinado no
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 1 e ser transmitido a
antena 236A. Assim, o desperdicio pode ser reduzido (eliminado) e portanto a
poténcia de transmissdo pode ser suprimida. Até mesmo quando o sistema de
travamento de injecdo é empregado, a poténcia de transmissdo pode ser fixada
extremamente baixa e assim interferéncia de inducdo eletromagnética (EMI)
ndo é dada ao exterior. Isto permite omissdo da provisdo da estrutura de
protecdo de metal para os alojamentos 190A e 290A.

O chip de semicondutor 103A inclui a unidade funcional de
modula¢do 8300 (o misturador de freqiiéncia 8302 e o oscilador local lado de
transmissdo 8304) e o amplificador 8117. O amplificador 8117 esta conectado
a antena 136A servindo como parte do acoplador de caminho de transmissido

108. O chip de semicondutor 103A converte (modula) um sinal assunto de
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transmissdo SIN 1 a um sinal de onda de milimetro e descarrega o sina];%(;’,.:w
transmissdo Sout 1 da antena 136A. *‘%j: ¢ 9

O chip de semicondutor 203A inclui o amplificador 8224, a =~ >~
unidade funcional demodulagdo 8400 (misturador de freqiiéncia 8402 e
oscilador local de lado de recepg¢do 8404), e o filtro passa-baixo 8412. O
amplificador 8224 estd conectado a antena 236A servindo como parte do
acoplador de caminho de transmissdo 208. O chip de semicondutor 203A
restabelece (demodula) um sinal assunto de transmissio SOUT 1
(correspondendo a SIN 1) de um sinal recebido Sin 1 (correspondendo a
Sout_1) recebido pela antena 236A. Quer dizer, os chips de semicondutor
103A e 203A executam transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro
pela caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 1 entre as
antenas 136A e 236A.

Como as antenas 136A e 236A para ondas de milimetro,
elementos de antena ultra-pequenos podem ser formados nos chips de
semicondutor 103A e 203A porque o comprimento de onda da onda de
milimetro é curto. Porque o tamanho das antenas 136A e 236A pode ser
reduzido, flexibilidade significativamente grande também pode ser dada ao
modo de irradiagdo do sinal de transmissdo Sout 1 da antena 136A e o modo
de extragdo do sinal recebido Sin_1 da antena 236A.

Para ambos o chip de semicondutor de lado de transmisséo
103 A e o chip de semicondutor de lado de recepgdo 203 A, o todo do oscilador
local de lado de transmissdo 8304 e do oscilador local de lado de recepgao
8404 incluindo um circuito tanque é formado no mesmo chip como descrito
acima sem uso de um circuito tanque externo como o no sistema da arte
relacionada. Por exemplo, o chip de semicondutor de lado de transmissdo
103A modula um sinal de portadora com a freqiiéncia de portadora fl gerada
pelo oscilador local de lado de transmissdo 8304 pelo sistema de ASK

baseado no sinal assunto de transmissdo SIN 1 por esse meio para executar
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zZ
considerado que o chip de semicondutor 103B e os chips de semicondutor=: o %
203B_1 203B_2 estio montados na mesma placa por exemplo. % =

Alternativamente, pode ser considerado que um alojamento 190B de um ‘
primeiro dispositivo de comunicacio 100B também ¢é usado como
alojamentos 290B_1 e 290B_2 de segundos dispositivos de comunicacio
200B_1 e 200B_2. No caso de transmissio de sinal inter-aparelho no estado
no qual o aparelho eletronico incluindo dois segundos dispositivos de
comunica¢do 200B_1 e 200B_2 é colocado no aparelho eletrénico incluindo o
primeiro dispositivo de comunicagdo 100B, pode ser considerado que o
alojamento 190B do primeiro dispositivo de Comunicagéo 100B e os
alojamentos 290B_1 e 290B_2 dos segundos dispositivos de comunicacdo
200B_1 e 200B_2 entram em contato entre si na parte de linha pontilhada no
diagrama.

Por exemplo, o chip de semicondutor de lado de transmissdo
103B modula um sinal de portadora com a freqiiéncia de portadora f2 gerada
pelo oscilador local de lado de transmissdo 8304 pelo sistema de ASK
baseado em um sinal assunto de transmissdo SIN 2 por esse meio para
executar conversdo de freqiiéncia para um sinal de transmissio de onda de
milimetro Sout_2. O sinal de transmissdo Sout 2 é provido a uma caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 2 por uma antena 136B e alcancga
duas antenas de lado de recep¢do 236B_1 e 236B_2. Por exemplo, os chips de
semicondutor de lado de recep¢do 203B_1 e 203B_2 usam o sinal de onda de
milimetro (sinal de transmissdo Sout 2 = sinal recebido Sin_2) enviado do
chip de semicondutor de lado de transmissdo 103B como o sinal de injecdo
para o oscilador local de lado de recepgdo 8404, e o oscilador local de lado de
recep¢do 8404 adquire o sinal de portadora de reproducio baseado no sinal de
inje¢do. O misturador de freqiiéncia 8402 demodula o sinal Sin recebido 2
usando o sinal de portadora de reprodug¢do. O sinal demodulado é feito passar

pelo filtro passa-baixo 8412, e por esse meio um sinal assunto de transmissdo
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SOUT_2 correspondendo ao sinal assunto de transmissdo SIN 2 £ g

restabelecido. 93.-

Desta maneira, no segundo exemplo de aplicagdo,
comunicagdo radiodifundida ¢ realizada entre o chip de semicondutor de lado
de transmissdo 103B e os chips de semicondutor de lado de recepgao 203B 1
e 203B_2 pelo caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 2
servindo como o canal de transmissdo de um para dois.

Configuragdo de Sistema: Terceiro Exemplo de Aplicacdo

Figuras 16A a 16C sdo diagramas para explicar um terceiro
exemplo de aplicagdo do sistema de transmissdo sem fios 1 das
concretizagdes. O terceiro exemplo de aplicagdo relaciona-se a uma
configuragdo na qual N (N ¢ um inteiro positivo igual a ou maior que 2)
unidades transmissoras estdo dispostas no lado de transmissdo e M (M é um
inteiro positivo igual a ou maior que 2) unidades receptoras estdo dispostas no
lado de recepgdo e conjuntos da unidade transmissora e da unidade receptora
executam transmissdo usando as freqiiéncias de portadora diferentes
respectivas. Quer dizer, transmissdo de multiplexagio por divisdo de
freqiiéncia para transmitir sinais diferentes entre si usando varias freqiiéncias
de portadora ¢ executada. A descrigdo seguinte lidara com comunicagdo de
dois canais na qual as freqiiéncias de portadora fl e f2 sdo usadas para
descrigdo simples.

O terceiro exemplo de aplicagdo (configuragdes 1-1 e 1-2)
mostrado na Figuras 16A e 16B € um exemplo no qual todos os lados de
transmissdo e os lados de recepg@o usam as antenas diferentes respectivas e o
sistema de transmissdo sem fios 1 é construido combinando as configuragdes
dos primeiro exemplo de aplica¢do e segundo exemplo de aplicacdo acima
descritas. Estas configuragdes tém uma forma na qual cada um dos chips de
semicondutor pode ser considerado como o chip de semicondutor tanto no

lado de transmissdo ou no lado de recepgdo e nio ha nenhuma restricdo sobre
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o lugar de cada um dos chips de semicondutor basicamente. Em contraste, no

terceiro exemplo de aplicagdo (configuragdo 2) mostrado na Figura 16C,

ambos do lado de transmissao e recep¢do usam uma antena comum.

No terceiro exemplo de aplicagdo (configuragbes 1-1 e 1-2), a
freqiiéncia de portadora fl usada na parte empregando a configuragdo do
primeiro exemplo de aplicagdo estd na banda de onda de milimetro de 30 GHz
a 300 GHz, e a freqiiéncia de portadora f2 usada na parte empregando a
configuragdo do segundo exemplo de aplicagdo também estd na banda de
onda de milimetro de 30 GHz a 300 GHz. Porém, as freqii€éncias de portadora
fl de e f2 estdo muito longe uma da outra a uma tal extensdo que os sinais
modulados respectivos ndo interferem entre si. As diferengas do primeiro e
segundo exemplos de aplicagdo serdo descritas abaixo.

No caso de transmissio de sinal em um alojamento, pode ser
considerado que os chips de semicondutor 103A e 103B e os chips de
semicondutor 203A, 203B 1, e 203B_2 estdo montados na mesma placa por
exemplo.

No caso de transmissdo de sinal inter-aparelho, pode ser
considerado que, como no terceiro exemplo de aplicagdo (configuragdo 1-1)
mostrado na Figura 16A, o aparelho eletrénico incluindo um segundo
dispositivo de comunicagdo 200C no qual os chips de semicondutor 203A,
203B_1, e 203B_2 estdo alojados é colocado no aparelho eletronico incluindo
um primeiro dispositivo de comunicagdo 100C no qual os chips de
semicondutor 103A e 103B estdo alojados e um alojamento 190C do primeiro
dispositivo de comunicagdo 100C e um alojamento 290C do segundo
dispositivo de comunica¢do 200C entram em contato entre si na parte de linha
pontilhada no diagrama por exemplo.

Além disso, pode ser considerado que, como no terceiro
exemplo de aplica¢io (configuragdo 1-2) mostrado na Figura 16B, o aparelho

eletrénico incluindo o segundo dispositivo de comunica¢do 200C no qual os
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chips de semicondutor 103B e 203A estio alojados ¢ colocado no apare1h§

eletronico incluindo o primeiro dispositivo de comunicagdo 100C no qual o%

(o)
chips de semicondutor 103A, 203B_1, e 203B_2 estio alojados e o

Fis. 4
1 H

alojamento 190C do primeiro dispositivo de comunicagdo 100C e o
alojamento 290C do segundo dispositivo de comunica¢do 200C entram em
contato entre si na parte de linha pontilhada no diagrama. O mesmo modo de
pensar também pode ser aplicado ao terceiro exemplo de aplicagdo
(configuragdo 2), embora a descrigdo disso ndo seja feita particularmente.

No terceiro exemplo de aplicagdo (configuragdes 1-1 e 1-2), as
antenas entre os lados de transmissdo e recep¢do estio acopladas por um
unico caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9_3. Em termos
da fun¢fio, um primeiro canal de comunica¢do é formado pela caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 1 na parte empregando a
configuracdo do primeiro exemplo de aplicagdo, e um segundo canal de
comunicac¢do é formado pelo caminho de transmissio de sinal de onda de
milimetro 9 2 na parte empregando a configuragdo do segundo exemplo de
aplicagdo. Por causa do Unico caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9 3, por exemplo ondas elétricas da freqiiéncia de portadora f1 no
caminho de transmissio de sinal de onda de milimetro 9 1 sdo transmitidas
possivelmente no caminho de transmisséo de sinal de onda de milimetro 9_2 e
ondas elétricas da freqiiéncia de portadora f2 no caminho de transmissdo de
sinal de onda de milimetro 9 2 sdo transmitidas possivelmente no caminho de
transmissao de sinal de onda de milimetro 9_1.

Na parte empregando a configuragdo do primeiro exemplo de
aplica¢do, transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro é executada
usando a freqiiéncia de portadora f1 entre os chips de semicondutor 103A e
203A pelo caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9_1. Na
parte empregando a configuragido do segundo exemplo de aplicagdo,

comunicacio radiodifundida na banda de onda de milimetro é executada
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usando a freqiiéncia de portadora f2 (#f1) entre o chip de semicondutor 193]3‘ o
e os chips de semicondutor 203B_1 e 203B_2 pelo caminho de transmissdo, g&v‘
sinal de onda de milimetro 9 2. Quer dizer, no terceiro exemplo de aplicagéo, St RN
sistemas de transmiss@do de um para um e um para dois existem de uma
maneira misturada. Neste caso, cada transmissio de sinal é realizada sem ser
afetada por interferéncia fixando as freqiiéncias de portadora f1 e f2 diferentes

para cada um dos canais de comunicag&o.

Por exemplo, suponha que, como mostrado pela linha
pontilhada na Figura 16A, o sinal de transmissdo Sout 1 da freqiiéncia de
portadora fl também alcanga o chip de semicondutor 203B_1 quando o chip
de semicondutor 203B 1 recebe o sinal de transmissio Sout 2 (=sinal
recebido Sin_2) da freqiiéncia de portadora f2 e é travado por inje¢do com a
freqliéncia de portadora f2. Neste caso, o chip de semicondutor 203B_1 nfo é
travado por inje¢do com a freqiiéncia de portadora fl. Assim, o componente
do sinal assunto de transmissdo SIN 1 nunca é restabelecido até mesmo se o
sinal de transmissdo Sout_1 da freqiiéncia de portadora fl for processado por
demodulagéo no chip de semicondutor 203B_1 executando detecg¢io sincrona
usando o sinal de portadora de reprodugdo e fazendo o sinal resultante passar
pelo filtro passa-baixo 8412. Quer dizer, o chip de semicondutor 203B_1 néo
¢ afetado pela interferéncia do componente da freqiiéncia de portadora f1 até
mesmo se o chip de semicondutor 203B 1 receber o sinal modulado da
freqiiéncia de portadora f1 quando é travado por inje¢do com a freqiiéncia de
portadora 2.

Além disso, suponha que, como mostrado pela linha
pontilhada na Figura 16A, o sinal de transmissdo Sout 2 da frequiiéncia de
portadora f2 também alcanga o chip de semicondutor 203A quando o chip de
semicondutor 203A recebe o sinal de transmissdo Sout 1 (=sinal recebido
Sin_1) da freqiiéncia de portadora f1 e € travado por inje¢do com a freqiiéncia

de portadora f1. Neste caso, o chip de semicondutor 203A néo € travado por
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inje¢do com a freqiiéncia de portadora f2. Assim, o componente do sinal s e

- , . . . ‘. Rubt
assunto de transmissdo SIN_2 nunca ¢ restabelecido até mesmo se o sinal dew‘;’.q?‘

s

transmissdo Sout 2 da freqiiéncia de portadora f2 for processado por
demodulag¢do no chip de semicondutor 203A executando detecg¢do sincrona
usando o sinal de portadora de reproducdo e fazendo o sinal resultante passar
pelo filtro passa-baixo 8412. Quer dizer, o chip de semicondutor 203 A néio ¢é
afetado pela interferéncia do componente da freqiiéncia de portadora f2 até
mesmo se o chip de semicondutor 203A receber o sinal modulado da
freqiiéncia de portadora f2 quando é travado por inje¢do com a freqiiéncia de
portadora f1.

No terceiro exemplo de aplicagdo (configuragdo 2), N
unidades geradoras de sinal de lado de transmissdo 110 sdo alojadas em um
chip de semicondutor 103 (lado de transmissdo), € M unidades geradoras de
sinal de lado de recepgdo 220 séo alojadas no outro chip de semicondutor 203
(lado de recepgdo). Esta configuragdo tem uma forma na qual transmissio de
sinal simultdnea na mesma dire¢do das unidades geradoras de sinal de lado de
transmissdo respectivas 110 para as unidades geradoras de sinal lado de
recepc¢do respectivas 220 € habilitada empregando multiplexac¢do por divis@o
de freqiiéncia. Cada uma das unidades transmissoras e das unidades
receptoras emprega o sistema de travamento de injegdo acima descrito.

Por exemplo, primeira e segunda unidades geradoras de sinal
de lado de transmissdo 110 1 e 110_2 estdo dispostas no primeiro dispositivo
de comunicagdo 100C, e primeira, segunda e terceira unidades geradoras de
sinal de lado de recepg¢do 220 1, 220 2, e 220 3 estdo dispostas no segundo
dispositivo de comunicagdo 200C. A primeira freqiiéncia de portadora f1 é
usada pelo jogo da primeira unidade geradora de sinal de lado de transmissdo
110 _1 e a primeira unidade geradora de sinal de lado de recepgédo 220 1, e a
segunda freqiiéncia de portadora f2 (#f1) € usada pelo conjunto da segunda

unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110 2 e a segunda e terceira
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Figuras 17A e 17B sdo diagramas para explicar um quarto
exemplo de aplicagdo do sistema de transmissdo sem fios 1 das
concretizagdes. O quarto exemplo de aplicagdo relaciona-se a uma
configuragdo na qual unidades transmissoras e 0 mesmo numero de unidades
receptoras como as unidades transmissoras estdo dispostas em um par de
chips de semicondutor para comunicagdo bidirecional e os conjuntos da
unidade transmissora e da unidade receptora usam as freqiiéncias de portadora
diferentes respectivas por esse meio para executar comunicagdo bidirecional
duplex total. A descrigdo seguinte lidara com comunicac¢do de dois canais na
qual a freqiiéncia de portadora fl € usada para comunica¢do em uma diregéo e
a freqiiéncia de portadora f2 é usada para comunica¢do na dire¢do oposta
desta uma diregéo, para descrigdo simples. A freqiiéncia de portadora fl esta
na banda de onda de milimetro de 30 GHz a 300 GHz, e a freqiiéncia de
portadora f2 também esta na banda de onda de milimetro de 30 GHz a 300
GHz. Porém, as freqiiéncias de portadora f1 e f2 estdo tdo longe uma da outra
que os sinais modulados respectivos ndo interferem entre si.

No quarto exemplo de aplicagdo (configuragdo 1) mostrado na
Figura 17A, todos os lados de transmissdo € o lado de recep¢do usam as
antenas diferentes respectivas. Em contraste, no quarto exemplo de aplicagédo
(configuragdo 2) mostrado na Figura 17B, cada um dos chips de semicondutor
para a comunicacio bidirecional usa uma antena comum.

No caso de transmissdo de sinal em um alojamento, pode ser
considerado que os chips de semicondutor 103D e 203D estdo montados na
mesma placa por exemplo. No caso de transmissdo de sinal inter-aparelho,
pode ser considerado que, como mostrado na Figura 17A, o aparelho
eletrénico incluindo um segundo dispositivo de comunicag¢do 200D no qual o
chip de semicondutor 203D esta alojado € colocado no aparelho eletronico
incluindo um primeiro dispositivo de comunicagdo 100D no qual o chip de

semicondutor 103D esta alojado e um alojamento 190D do primeiro
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dispositivo de comunicagdo 100D e um alojamento 290D do segundet b

dispositivo de comunicagdo 200D entram em contato entre si na parte de linha “

pontilhada no diagrama por exemplo. O mesmo modo de pensar também pode
ser aplicado ao quarto exemplo de aplicagdo (configuragdo 2), embora
descri¢do disso ndo seja feita particularmente.

No quarto exemplo de aplicagdo (configuragdo 1), as antenas
entre o lado de transmisséo e lado de recep¢do em dois canais estdo acopladas
por um Unico caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 4. Em
termos da fung¢do, um primeiro canal de comunicagdo ¢ formado pelo
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 1, e um segundo
canal de comunicagdo para transmissdo na dire¢do oposta da dire¢do de
comunicac¢do do primeiro canal de comunica¢do é formado pelo caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 2. Por causa do Unico caminho
de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 4, por exemplo ondas
elétricas da freqiiéncia de portadora fl no caminho de transmissdo de sinal de
onda de milimetro 9 1 sfo transmitidas possivelmente no caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 2 e ondas elétricas da freqiiéncia
de portadora f2 no caminho de transmissio de sinal de onda de milimetro 9 2
sdo transmitidas possivelmente ao caminho de transmissdo de sinal de onda
de milimetro 9 1.

Por exemplo, a unidade geradora de sinal de lado de
transmissdo 110 e a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120 sdo
providas no chip de semicondutor 103D do primeiro dispositivo de
comunicagdo 100D, e a unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 210
e a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220 sdo providas no chip de
semicondutor 203D do segundo dispositivo de comunica¢io 200D.

A unidade geradora de sinal de lado de transmissédo 110 inclui
a unidade funcional de modula¢do 8300 (misturador de freqiiéncia 8302 e

oscilador local de lado de transmissdo 8304) e o amplificador 8117. O
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amplificador 8117 esta conectado a uma antena 136_1 servindo como parée

do acoplador de caminho de transmissdo 108. O chip de semicondutor 103[5;;@/”
(unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110) converte (modula) o

sinal assunto de transmissdo SIN 1 a um sinal de onda de milimetro e
descarrega o sinal de transmissdo Sout 1 da antena 136_1.

A unidade geradora de sinal de lado de recep¢do 220 inclui o
amplificador 8224, a unidade funcional de demodulag¢do 8400 (misturador de
freqiiéncia 8402 e oscilador local de lado de recepgdo 8404), e o filtro passa-
baixo 8412. O amplificador 8224 estd conectado a uma antena 236_2 servindo
como parte do acoplador de caminho de transmissdo 208. O chip de
semicondutor 203D (unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220)
restabelece (demodula) o sinal assunto de transmissdo SOUT_1
(correspondendo a SIN 1) do sinal recebido Sin_1 (correspondendo a Sout_1)
recebido pela antena 236 2. Quer dizer, os chips de semicondutor 103D e
203D executam transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro pelo
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 4 (caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9_1 nisso) entre as antenas 136_1 e
236 2.

A unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 210 inclui
a unidade funcional de modulagdo 8300 (misturador de freqiiéncia 8302 e
oscilador local de lado de transmissdo 8304) e o amplificador 8117. O
amplificador 8117 esta conectado a uma antena 136_2 servindo como parte
do acoplador de caminho de transmissdo 108. O chip de semicondutor 203D
(unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 210) converte (modula) o
sinal assunto de transmissdo SIN 2 a um sinal de onda de milimetro e
descarrega o sinal de transmissdo Sout_2 da antena 136_2.

A unidade geradora de sinal de lado de recepg¢do 120 inclui o
amplificador 8224, a unidade funcional de demodula¢do 8400 (misturador de

freqiiéncia 8402 e oscilador local de lado de recepgdo 8404), e o filtro passa-



15

25

135

semicondutor 103D (unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120)
restabelece (demodula) o sinal assunto de transmissdo SOUT 2
(correspondendo a SIN_2) do sinal recebido Sin_2 (correspondendo a Sout_2)
recebido pela antena 236_1. Quer dizer, os chips de semicondutor 103D e
203D executam transmissdo de sinal na banda de onda de milimetro pelo
caminho de transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 4 (caminho de
transmissdo de sinal de onda de milimetro 9 2 nisso) entre as antenas 136 2 e
236 1.

Para habilitar transmissdo bidirecional duplex total,
freqiiéncias diferentes para cada um dos conjuntos da unidade transmissora e
da unidade receptora para transmissdo de sinal sfo alocadas como as
freqliéncias de portadora. Por exemplo, a primeira freqiiéncia de portadora f1
€ usada pelo jogo da unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110 e a
unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220, e a segunda freqiiéncia de
portadora f2 (#f1) € usada pelo jogo da unidade geradora de sinal de lado de
transmissdo 210 e a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120.
Fixando as freqiiéncias de portadora fl e f2 diferentes para cada um dos
canais de comunicagdo, transmissdo bidirecional duplex total é realizada sem
ser afetada por interferéncia.

Por exemplo, suponha que o sinal de transmissdo Sout 1 da
freqiiéncia de portadora f1 também alcanga a unidade geradora de sinal de
lado de recep¢do 120 no chip de semicondutor 103D da unidade geradora de
sinal de lado de transmissdo 110 quando a unidade geradora de sinal de lado
de recepgao 120 recebe o sinal de transmissdo Sout 2 (=sinal recebido Sin_2)
da freqliéncia de portadora f2 e € travado por inje¢do com a freqiiéncia de
portadora f2. Neste caso, a unidade geradora de sinal de lado de recepg¢do 120

ndo esta travada por injecdo com a frequéncia de portadora fl. Assim, o
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componente do sinal assunto de transmissdo SIN 1 nunca € restabelecido ate b
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mesmo se o sinal de transmissdo Sout 1 da freqiiéncia de portadora f1 for’¥ &5/ |

processado por demodulagdo na unidade geradora de sinal de lado de

=
i
N

recepcdo 120 executando detec¢do sincrona usando o sinal de portadora de
reproducdo e fazendo o sinal resultante passar pelo filtro passa-baixo 8412.
Quer dizer, a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120 nio é afetada
pela interferéncia do componente do freqiiéncia de portadora fl até mesmo se
a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120 receber o sinal modulado
da freqii€ncia de portadora f1 quando é travado por inje¢do com a freqiiéncia
de portadora 2.

Além disso, suponha que o sinal de transmissio Sout 2 da
freqiiéncia de portadora f2 também alcanga a unidade geradora de sinal de
lado de recepgdo 220 da unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 210
quando a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220 recebe o sinal de
transmissdo Sout_1 (=sinal recebido Sin_1) da freqiiéncia de portadora fl e é
travado por injeg¢do com a freqiiéncia de portadora fl. Neste caso, a unidade
geradora de sinal de lado de recepgdo 220 ndo € travada por injecdo com a
freqii€ncia de portadora f2. Assim, o componente do sinal transmissdo sujeito
SIN_2 nunca ¢ restabelecido até mesmo se o sinal de transmissdo Sout 2 da
freqiiéncia de portadora f2 for processado por demodulacio na unidade
geradora de sinal de lado de recepgdo 220 executando deteccdo sincrona
usando o sinal de portadora de reprodugio e fazendo o sinal resultante passar
pelo filtro passa-baixo 8412. Quer dizer, a unidade geradora de sinal de lado
de recepgdo 220 nio ¢ afetada pela interferéncia do componente da freqiiéncia
de portadora f2 até mesmo se a unidade geradora de sinal de lado de recepgio
220 receber o sinal modulado do freqiiéncia de portadora f2 quando é travado
por injecdo com a freqiiéncia de portadora f1.

Também no quarto exemplo de aplicagdo (configuragio 2),

uma unidade transmissora e uma unidade receptora estdo dispostas em cada
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um de chips de semicondutor para comunicagdo bidirecional. Cada uma das

“

unidades transmissoras e das unidades receptoras emprega o sistema de

travamento de inje¢do acima descrito. Por exemplo, a unidade geradora de
sinal de lado de transmissdo 110 e a unidade geradora de sinal de lado de
recep¢do 120 sdo providas no chip de semicondutor 103D do primeiro
dispositivo de comunicagdo 100D, e a unidade geradora de sinal de lado de
transmissdo 210 e a unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220 sdo
providas no chip de semicondutor 203D do segundo dispositivo de
comunicacdo 200D.

Para habilitar transmissdo bidirecional duplex total,
freqiiéncias diferentes para cada um dos conjuntos da unidade transmissora e
da unidade receptora para transmissdo de sinal sfo alocadas como as
freqiiéncias de portadora. Por exemplo, a primeira freqiiéncia de portadora fl
¢ usada pelo conjunto da unidade geradora de sinal de lado de transmisséo
110 e da unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220, e a segunda
freqiiéncia de portadora f2 (f1) é usada pelo conjunto da unidade geradora de
sinal de lado de transmissdo 210 e da unidade geradora de sinal de lado de
recepc¢ao 120.

O sinal de onda de milimetro da freqiiéncia de portadora f1
gerada pela unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 110 no chip de
semicondutor 103D ¢ transferido a antena 136 por um circulador como um
exemplo da parte de comutagio de antena do acoplador de caminho de
transmissdo 108, e é transmitido ao caminho de transmissdo de sinal de onda
de milimetro 9 4. O chip de semicondutor 203D recebe o sinal de onda de
milimetro transmitido pela caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9_4 pela antena 236, e prové o sinal de onda de milimetro para a
unidade geradora de sinal de lado de recep¢do 220 por um circulador como
um exemplo da parte de comutagdo de antena do acoplador de caminho de

transmissd@o 208. A unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 220 gera o
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de transmissdo 110, e demodula o sinal de onda de milimetro recebido.

Reciprocamente, o sinal de onda de milimetro da freqiiéncia de
portadora f2 gerada pela unidade geradora de sinal de lado de transmissdo 210
no chip de semicondutor 203D € transferido a antena 236 pelo circulador
como um exemplo da parte de comutagdo de antena do acoplador de caminho
de transmissdo 208, e € transmitido ao caminho de transmissdo de sinal de
onda de milimetro 9_4. O chip de semicondutor 103D recebe o sinal de onda
de milimetro transmitido pelo caminho de transmissdo de sinal de onda de
milimetro 9_4 pela antena 136, e prové o sinal de onda de milimetro para a
unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120 pelo circulador como um
exemplo da parte de comutagio de antena do acoplador de caminho de
transmissdo 108. A unidade geradora de sinal de lado de recepgdo 120 gera o
sinal de portadora de reprodugdo travado por injegdo com a freqiiéncia de
portadora f2 usada para a modulagdo pela unidade geradora de sinal de lado
de transmissdo 210, e demodula o sinal de onda de milimetro recebido.

No quarto exemplo de aplicagdo (configurag¢do 2), por um tal
mecanismo, comunicagdo bidirecional daplex total para transmitir sinais
diferentes um do outro em diregdes opostas entre si pode ser realizada sem a
ocorréncia do problema de interferéncia empregando a multiplexagdo por
divisdo de freqiiéncia com uso de duas freqiiéncias de portadora fl e f2,
semelhantemente para o quarto exemplo de aplicagdo (configuragéo 1).

O presente pedido contém assunto relacionado aquele exposto
nos Pedidos de Patente de Prioridade Japoneses JP 2009-200118, JP 2009-
199403 e JP 2009-199404, cada um depositado no Escritério de Registro de
Patentes do Japédo em 31 de agosto de 2009, os contetidos inteiros de quais
estdo por este meio incorporados por referéncia.

Enquanto concretizagdes preferidas da presente invengdo
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configurada para gerar um sinal de portadora de demodulacio travado coéfl

um sinal de portadora de modulagdo gerado pela primeira unidade geradoi‘g‘;:

de sinal de portadora por inje¢do de um sinal recebido pelo caminho de%

transmissdo de sinal sem fios a segunda unidade geradora de sinal de
portadora, e

um segundo conversor de freqiiéncia configurado para
executar conversdo de freqliéncia de um sinal modulado recebido pelo
caminho de transmissdio de sinal sem fios por um sinal de portadora de
demodulagdo gerado pela segunda unidade geradora de sinal de portadora.

2. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que

a unidade de comunicagio para transmissdo inclui:

um processador de sinal de portadora de referéncia
configurado para adquirir um sinal de portadora de referéncia contribuindo
para a gerag@o do sinal de portadora de demodulagfo travado com o sinal de
portadora de modulagdo e enviar o sinal de portadora de referéncia para o
caminho de transmissdo de sinal sem fios, e

a segunda unidade geradora de sinal de portadora gera o sinal
de portadora de demodulagéo por injegdo do sinal de portadora de referéncia
recebido pelo caminho de transmissfo de sinal sem fios & segunda unidade
geradora de sinal de portadora.

3. Sistema de transmissio sem fios de acordo com

reivindicagdo 2, caracterizado pelo fato de que :

a unidade geradora de sinal de portadora de referéncia leva o
sinal de portadora de referéncia em um eixo de fase diferente de um eixo de
modulagdo no qual o sinal assunto de transmissio de um sinal modulado saido
do primeiro conversor de freqiiéncia é levado.

4. Sistema de transmissio sem fios de acordo com

reivindicagdo 2, caracterizado pelo fato de que

3y
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a segunda unidade geradora de sinal de portadora inclui:

um oscilador local de lado de recepgio configurado para gerary§

um sinal de saida travado com o sinal de portadora de referéncia injetado ao
oscilador local de lado de recepgdo; e

um ajustador de fase configurado para executar ajuste de fase
de forma que uma fase do sinal de portadora de demodulacdio que esta
baseado em um sinal de saida gerado pelo oscilador local de lado de recepcdo
e € entrado ao segundo conversor de freqiiéncia corresponda com uma fase de
um sinal modulado entrado ao segundo conversor de freqiiéncia.

5. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 4, caracterizado pelo fato de que :

o ajustador de fase ajusta uma fase de um sinal de saida
travado por inje¢do do oscilador local de lado de recep¢do de tal modo que
diferenca de fase entre um sinal de injeg@o para o oscilador local de lado de
recep¢do e o sinal de saida travado por injecdo seja cancelada, quando o
oscilador local de lado de recepgdo esta operando em um modo de travamento
de injecdo.

6. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 4, caracterizado pelo fato de que :

o ajustador de fase ajusta uma fase de um componente do sinal
de portadora de referéncia em um sinal de saida do oscilador local de lado de
recep¢do de tal modo que diferenga de fase entre um eixo de modula¢do no
qual o sinal assunto de transmissfo é levado e um eixo no qual o sinal de
portadora de referéncia é levado seja cancelada, quando o oscilador local de
lado de recepgéo esta operando em um modo de amplificador.

7. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que :

a segunda unidade geradora de sinal de portadora gera o sinal

de portadora de demodulagdo por inje¢do do sinal modulado recebido pelo

N
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caminho de transmissdo de sinal sem fios & segunda unidade geradora de si

de portadora.
8. Sistema de transmissio sem fios de acordo com

reivindicagdo 7, caracterizado pelo fato de que

a unidade de comunicagéo para recepg¢éo inclui:

um supressor de componente de corrente continua configurado
para suprimir um componente de corrente continua que estd incluido em um
sinal demodulado saido do segundo conversor de freqiiéncia e € atribuido ao
sinal de portadora de referéncia.

9. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 7, caracterizado pelo fato de que

a segundo unidade geradora de sinal de portadora inclui:

um oscilador local de lado de recep¢do configurado para gerar
um sinal de saida travado com o sinal modulado injetado ao oscilador local de
lado de recepcgio; e

um ajustador de fase configurado para ajustar uma fase de um
sinal de saida travado por inje¢do do oscilador local de lado de recep¢do de tal
modo que a diferenga de fase entre o sinal de saida travado por inje¢do € um
sinal de inje¢do para o oscilador local de lado de recepc¢do seja cancelada,
quando o oscilador local de lado de recepgdo estd operando em um modo de
travamento de injecio.

10. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de comunicagdo

para transmissdo inclui:

um processador de sinal assunto de modulagio configurado
para suprimir um componente de corrente continua proximo no sinal assunto
de transmissdo a ser modulado, e

o primeiro conversor de freqiiéncia executa conversdo de

freqiiéncia de um sinal processado resultando de processamento pelo
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modulagdo gerado pela primeira unidade geradora de sinal de portadora para

gerar o sinal modulado.

11. Sistema de transmissio sem fios de acordo com

reivindicagdo 10, caracterizado pelo fato de que :

o processador de sinal assunto de modulacdo executa
codificagdo livre d de corrente continua para o sinal assunto de transmissio
que € um sinal digital.

12. Sistema de transmissio sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a unidade de comunicagido

para recep¢do inclui:

um detector de travamento de inje¢do configurado para
detectar informagdo indicando um estado de travamento de inje¢do na
segunda unidade geradora de sinal de portadora, e

pelo menos uma da unidade de comunicagio para transmissdo
e da unidade de comunicagfo para recepg¢io inclui:

um ajustador de travamento de inje¢do configurado para
executar ajuste de travamento baseado na informa¢do que é detectada pelo
detector de travamento de inje¢do e indica o estado de travamento de injeg¢io
de forma que o sinal de portadora de demodula¢do gerado pela segunda
unidade geradora de sinal de portadora seja travado com um sinal de
portadora de modulagdo gerado pela primeira unidade geradora de sinal de
portadora.

13. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que :

o ajustador de travamento de inje¢do executa o ajuste de
travamento mudando a amplitude de um sinal a ser injetado a segunda
unidade geradora de sinal de portadora e/ou freqiiéncia de um sinal de saida

da segunda unidade geradora de sinal de portadora em oscilagdo livre corrente



15

25

6

da segunda unidade geradora de sinal de portadora.

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que :

o ajustador de travamento de inje¢do executa o ajuste de
travamento mudando a freqiiéncia de um sinal de portadora de modulagio
gerado pela primeira unidade geradora de sinal de portadora e/ou amplitude
de um sinal a ser enviado para o caminho de transmissio de sinal sem fios.

15. Sistema de transmissido sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que :

o caminho de transmissdo de sinal sem fios tem uma estrutura
para transmitir um sinal sem fios enquanto confinando o sinal sem fios em um
caminho de transmissao.

16. Sistema de transmissio sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que a unidade geradora de sinal de

portadora inclui:

um circuito de oscilador incluindo um circuito tanque, e

o todo do circuito de oscilador incluindo o circuito tanque ¢
formado no mesmo substrato de semicondutor.

17. Sistema de transmissdo sem fios de acordo com

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de que :

o segundo conversor de freqiiéncia restabelece o sinal assunto
de transmissdo executando a conversdo de freqiiéncia por detecgdo sincrona.

18. Dispositivo de comunica¢do sem fios caracterizado pelo

fato de incluir:

uma unidade geradora de sinal de portadora configurada para
gerar um sinal de portadora de banda de onda de milimetro de demodula¢io
travado com um sinal de portadora de banda de onda de milimetro de
modulagdo por inje¢do de um sinal sem fios recebido por um caminho de

transmissao de sinal sem fios a unidade geradora de sinal de portadora; e
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um conversor de freqiiéncia configurado para exec‘('it;am-,

conversdo de freqiiéncia de um sinal modulado de banda de onda ffé»;ras,\vﬁ?

milimetro recebido pelo caminho de transmissdo de sinal sem fios por um
sinal de portadora de banda de onda de milimetro de demodulagdo gerado
pela unidade geradora de sinal de portadora, em que a unidade geradora de
sinal de portadora inclui:

um circuito de oscilador incluindo um circuito tanque, e

o todo do circuito de oscilador incluindo o circuito tanque e o
conversor de freqiiéncia sdo formados no mesmo substrato de semicondutor.

19. Dispositivo de comunica¢do sem fios caracterizado pelo

fato de incluir:

uma unidade geradora de sinal de portadora configurada para
gerar um sinal de portadora de banda de onda de milimetro de modulagéo; e

um conversor de freqiéncia configurado para executar
conversdo de freqiiéncia de um sinal assunto de transmissdo por um sinal de
portadora de banda de onda de milimetro de modulagdo gerado pela unidade
geradora de sinal de portadora para gerar um sinal modulado de banda de
onda de milimetro, em que a unidade geradora de sinal de portadora inclui:

um circuito de oscilador incluindo um circuito tanque, e

o todo do circuito de oscilador incluindo o circuito tanque € o
conversor de freqiiéncia s@o formados no mesmo substrato de semicondutor.

20. Método de comunica¢do sem fios caracterizado pelo fato

de incluir as etapas de:

dispor uma unidade de comunicagdo para transmissdo € uma
unidade de comunicagdo para recep¢do em um alojamento de aparelho
eletronico;

formar um caminho de transmissio de sinal sem fios
habilitando a transmissdo de informag¢do sem fios entre a unidade de

comunicagio para transmissio e a unidade de comunicagéo para recepgao;




pela unidade de comunicagdo para transmissdo, executar
conversdo de freqiiéncia de um sinal assunto de transmissdo por um sinal de
portadora de modulagdo para gerar um sinal modulado, e enviar o sinal
modulado gerado para o caminho de transmisso de sinal sem fios; e

pela unidade de comunicagdo para recepgdo, gerar um sinal de
portadora de demodulacéo travado com o sinal de portadora de modulagéo
usando um sinal recebido pelo caminho de transmissdo de sinal sem fios
como um sinal de inje¢do, e demodular o sinal assunto de transmissdo
executando conversdo de freqiiéncia do sinal modulado recebido pelo
caminho de transmissdo de sinal sem fios pelo sinal de portadora de

demodulacgéo.
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RESUMO “ 2ok
“SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIOS E DISPOSITIVO E METODS’?'
DE COMUNICACAO SEM FIOS”

Um sistema de transmissdo sem fios inclui: uma unidade de
comunicagio para transmissio; e uma unidade de comunicagio para recepgao.
As unidades de comunicag¢io para transmissdo e recepgdo estdio alojadas em
um alojamento do mesmo aparelho eletrénico, ou a unidade de comunicagio
para transmissdo estd alojada em um alojamento de primeiro aparelho
eletrénico e a unidade de comunicag¢do para recep¢do estd alojada em um
alojamento de segundo aparelho eletronico e um caminho de transmissio de
sinal sem fios habilitando transmissdo de informagdo sem fios entre as
unidades de comunica¢do € formado entre as unidades de comunicag¢do
quando o primeiro e o segundo aparelhos eletrébnicos estdo dispostos a
determinadas posigdes para serem integrados entre si. A unidade de
comunicagdo para transmiss@o inclui uma primeira unidade geradora de sinal
de portadora e um primeiro conversor de freqiiéncia, ¢ a unidade de
comunicagdo para recepg¢do inclui uma segunda unidade geradora de sinal de

portadora, e um segundo conversor de freqiiéncia.
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